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Proceso para la vaporizacién de substratos acintados con una capa barmera

transparente de 6xido de aluminio.

El invento atafie a un proceso para la vaporizacién de substratos acintados con una
capa barrera transparente, mediante la vaporizacion reactiva de Iuminio y entrada
de gas reactivo, en una instalacién de vaporizacién acintada, proceso para el cual,
antes del revestimiento con 6xido de aluminio, sobre el substrato se expande una
capa cerrada incompleta de un metal o de un 6xido metélico mediante chisporroteo

de magnetrén.
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Proceso para la aplicaclén por alto vacio de substratoa acintados con

una capa barrera de éxido de aluminilo

El invento concieme a un proceso para la aplicacién por alto vacio de una
capa barrera de 6xido de aluminio sobre un substrato acintado en el vacio.

El revestimiento, preferiblemente, de substratos acintados, con una capa
barrera, es un paso importante en el proceso de fabricacién de diversos
materiales de empaque. En especial materiales polimeros son trabajados
para materiales de empaque, luego de la vaporizacion de una delgada capa
de metal (por ejemplo aluminio, los cuales presentan un alto efecto de barrera
frente al oxigeno y al vapor de agua, pero eventuaimente, también frente a
sustancias aromaticas. Los empaques que contienen una delgada capa de
metal son opacos y tiene una alta absorcién de microondas. Esto es
desventajoso en el caso de varios usos el el area de los empaques para
alimentos. Por ello, cada vez més, se reemplazan las capas de bamera

metdlicas por diversas capas de bamrera a base de éxidos (6xidos de Si, Al,

Mg).

La evaporacion reactiva de aluminio del v'aporizador de navecilla presenta aca

la posibiidad de combinar la ventaja de una temperatura de vaporizacién
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baja con una alta transparencia éptica y buena diafanidad de microondas del
producto final. Sin embargo, conexo con esto existen también procesos
vaporizadores de haz electrénico y vaporizadores de induccién.

Para revestimientos barrera de este tipo rige el principio de que la trangsmigién
optica depende de la relacibn de mezcla entre aluminio y su éxido - en
adelante, denominada también estequiometria - Con la participacién
craciente del 6xido crece |a transmisién Optica, mientras con ello disminuye el
efecto barrera de ia capa. Existe un rango de trabajo, en el drea estequiomé-
frica ligeramente baja, cuyo Ilimite inferior es determinado por la absorcién
méxima permitida mientras su Iln;ite superior lo es por el valor minimo de la
barrera exigido [Schiller, N.; Reschke, J.; Goedicke, K.; Neumann, M.; Surface
and Coatings Technology, 86-87 (1996) 776-782].

Por ello, es normal garantizar la conservacién de dicho rango de trabaijo,
mediante la preparacién de la pareja reactiva, aluminio y oxigeno, en una
relacién graduable (JP 62 — 103 358 A).

Puesto que, precisamente, en el area de empaques en masa juega un papel
importante la apreciacién visual, mientras las pequefias variaciones de la
transmision pueden apreciarse muy rapidamente, se han realizado ya
numerosos experimentos para lograr una transmisién uniforme sobre grandes
superficies de revestimiento, de donde para obtener un efecto de barrera,
ademés de la transmisidn se tuvo que buscar también una suficiente

adherencia de las telas.



Es conocido que mediante la medicién de la transmisién éptica de las capas

de metalizacién al vacio reactivas es posible el control del proceso, de
manera que, en la corriente de gas dads, la cuota de vaporizacién se rastrea
de tal forma que se mantenga un valor de transmisién dado. Esto se realiza
en la vaporizacién reactiva con haz de electrones (DE 44 27 581 A1). Esta
forma de regulacién no es realizable con un vaporizador de navecilla, pues
éste no es apropiado para las variaciones répidas de la cormriente caliente -y
con ello, de las cuotas de vaporizaciébn - siendo muy lentos para un tipo asi

de regulacion.

Por otro lado, es conocido que mediante la regulacién de un determinado flujo
reactivo de gas, el cual, para una cuota constante de vaporizacién, conduce a
capas de muy baja absorcion., la relacién de mezcla entre el metal vaporizado
y su Oxido puede, en esencia, mantenerse uniforme (EP 0 437 848 B1). Pero
existe la desventaja de que, tecnolégicamente, el proceso es muy costoso,
puesto que son altas las exigencias hechas al mantenimiento constante de la
cuota de vaporizacion, en especial cuando se utiliza varias navecillas de

vaporizacion.

También es conocido que las capas de é6xido de aluminio deben ser
metalizadas al vacio, desde el punto de vista estequiométrico, claramente por
debajo. En primer lugar la transmision éptica lograda estd por debajo del drea

de trabajo citada més amriba. En un paso posterior de oxidacion, el cual ocurre
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plasmaactivado después de la vaporizacibn, o sin activacion, en un
recubrimiento adicional, la capa se blanquea posteriormente (EP 0 555 518
B1, EP 0 695 815 B1). Empero, aste paso posterior del proceso significa un

gasto tecnolégico més.

Es conocido también que en la metalizacién al vaclo capas de 6xido muy
delgadas, y una larga final duracién de permanencia en la atmésfera reactiva
de gas, la oxidacion posterior - eventuaimente plasmaactivada -

espontdneamente conduce al blanqueamiento suficiente de la capa.

Mediante la utilizacion de un mecaniemo de arrastre de banda, el cual a
través de poleas de inversion, prolonga ostensiblemente, en el recipiente, el
camino del substrato evaporado, ademas de permitit recomrer varias veces el
ciclo de evaporacién, puede metalizarse al alto vacio capas suficientemente
transparentes de grosor normal, para lo cual varias muy delgadas y oxidadas
individualmente pueden metalizarse al alto vaclo una sobre otra (US
5,462,602). Sin embargo, el proceso exige un exceso de gasto mecanico en el

mecanismo de amrastre de banda.

Es conocido que las capas de barrera, las cuales como capas aisladas no
cumplen las exigencias minimas respecto del efecto de barrera, muestran en
sistemas de capas miltiples suficientes efectos de barrera. La combinacién

de capas empolvadas y capas metalizadas al vaclo es una solucién tal que
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también fue propuesta para 6xido de aluminio (DE 43 43 040 C1). En este
caso, el revestimiento tiene lugar con una cuota de revestimiento muy
diferents. La realizacién de varios pasos del proceso continuos, los cuales
condicionan diferentes tiempos de paso, representan, sin embargo, un

enorme sobregasto técnico. Ademas, el efecto de bamrera de tales capas esté
limitado en razén de que, en las capas individuales surgen diversas tensiones
de capa, por lo cual, partiendo de las dreas de paso, puede llegarse

paulatinamente a la formacién de grietas.

También es conocido que mediante la realizacién de un proceso que impida
que el espesor de la capa de barrera se coloque por debajo de un valor limite,
puede obtenerse buenas propiedades de barrera. Asl, por ejemplo, para 6xido
de aluminio el valor Iimite inferior de la capa se busca que sea 2,7 g/cm® (EP
0 812 778 A2). Puesto que el espesor de una capa de metalizado al vaclo

depende esenciaimente de las condiciones de condensacién, un valor minimo
dado representa siempre una limitacién clara en [a realizacién del proceso.
En especial en el reequipamiento de instalaciones existentes pama la
vaporizacion al vaclo del aluminio para el proceso de metalizacion al alto
vacfo reactiva de capas de 6xido de aluminio a menudo se dan ciertas
condiciones predeteminadas generadas por detalles constructivos, las cuales
para modificarlas requieren de enomes gastos y hacen inconveniente el

reequipamiento en &u totalidad. Ademéasm el espesor de la capa no €s un
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pardmetro al cual se tenga acceso directo para mediciones durante el

proceso.

También es conocido que antes del revestimiento con la capa de barrera
propiamente dicha, equipar el substrato con una delgada capa de nucleacién

de un espesor aproximado de 5 nm (US 5,792,550). En muchos casos, esto
significa también un paso adicional del proceso, el cual eleva ostensiblements

los costos de produccién.

Por otro lado se sabe que, antes de realizar el revestimiento con una capa de
barrera, el substrato se trata con un magnetronplasma [ Lobig, G. et al.; SVC

41st Annual Technical Conference Proceedings (1998) Pag. 502). Esto
ocasiona una activacion y limpieza de la superficie del substrato y procura una
mejor adherencia de la capa. De esta manera, el efecto de la barrera se hace
menos dependiente de .a estequiometria de la capa de bamrera. Empero, para

muchos usos no es suficiente el efecto de barrera a lograr de esta manera.

Finalmente, se sabe que la capa de barrera se metaliza al alto vacio con un
gradiente de estequiometrfa (DE 198 45 268 C1). En estetipo de capas, sin
embargo, la graduacién exacta de la estequiometria en el drea Iimite entre

capa y substrato representa un parémetro muy sensible.

¢
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La tarea del invento es lograr un procedimiento, con tales substratos en forma
de banda, sin grandes gastos tecnoldgicos poder fabricar capas de barrera
transparentes a base de 6xido de aluminio mediante la metalizacién de alto
vacio reactiva. En caso de pequefias variaciones de la cuota de vaporizacién,
las cuales no pueden descartarse totaimente, en especial, cuando se utiliza

navecillas de vaporizacion, debe conservarse el 4rea de trabajo. El proceso
debe ser también realizable mediante el equipamiento complementario de las

instalaciones parta la vaporizacién del aluminio.

De acuerdo con el invento, dicha tarea se soluciona con la solicitud de patente
1. Ampliaciones ventajosas del proceso se describen en las reivindicaciones

2a18.

El invento hace referencia al hecho conocido de que el efecto de barrera de
una capa de Oxido de aluminio, en esencia, depende menos de la
estequiometria cuando el substrato, antes de su aplicacién por alto vacio con
la capa de 6xido de aluminio, se equipa con una capa metélica o de éxido de

metal empolvada extremadamente delgada, Bajo el concepto de
extremadamente delgada se entiende un espesor de capa para el cual no
puede formarse ninguna capa més. Esto, en todo caso, queda excluido si el
revestimiento de la superficie no es suficiente para la formacién de una
situacién atdmica o molecular completa, pero revestimientos de superficies un

poco superiores a(in no conducen a la formacién de capas cemradas. El

12
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proceso de empolvamiento, llamado también Chisporroteo, exige una limpieza
y activacion de la superficie del substrato. Esto eleva la adherencia de la
capa. Los dtomos de metal o las moléculas de éxido de metal chisporroteados
al mismo tiempo muestran, ademas, una adherencia especiaimente buena
debido a la energla de aparicién tipica para procesos de chisporroteo
(Sputter), lo cual es conocido también de capas méas gruesas de chisporroteo.
Empero, lo ventajoso es que no se forman corrientes de capa debido al

cubrimiento incompleto del substrato con una capa no cermada.

Las areas del substrato, las cuales ain no estén cubiertas después del
chisporroteo, estdn dispuestas, ademas, activadas y limpias, pama el
revestimiento con la capa de barrera propiamente dicha de éxido de aluminio.
Se pudo constatar que, en el caso de un prerrevestimiento de este tipo, la
dependencia del efecto de barrera estd muchisimo menos marcada por la

estequiometria de la capa, que sin dicho premevestimiento.

Efectos especiaimente buenos de barrera pueden lograrse si a continuacién
tiene lugar una aplicacién por alto vacio plasmaactivada reactiva del substrato
premevestidoc con éxido de aluminio. Para la activacion de plasma es
apropiado especialmente un plasma de descarga por arco voltdico de cétodo
hueco denso. Su efecto puede ser elevado ariificialmente mediante un

forzamiento magnético. Esto exige un dependencia muy baja del efecto de

barreraestequiometria de capa para valores de barrera constantemente
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buenos. Efectivamente, este plasma especial, gracias a su elevada densidad
de portadores de carga, genera la formacién de una estructura de capa
éptima para capa de bamera. Como desventajoso se mostré6 un plasma, el
cual proporciona en el substrato una densidad de corriente de iones extralble

minimo, 20 mA/cm?.  Especialmente ventajosos son las densidades de

comients de iones que esté por encima de 50 mA/ mA/em?.

Un modelo especiaimente ventajoso del proceso, segin el invento, se da si se
aprovecha el hecho de que la barrera frente al oxigeno no depende de la
estequiometria en igual medida que frente al vapor de agua. Algunos
experimentos han dado por resultado que el grado en que determinadas
areas profundas de la capa contribuyen al efecto barrera de la capa total,

depende en medida variada de la estequiometria.

Si la transmisién optica de la capa tofal se mantiene constante, de acuerdo
con las exigencias de las condiciones de uso posteriores, entonces la
absorcién de las diversas dreas profundas de la capa puede variar de todas
maneras. Una capa con la estequiometria distribuida uniformemente sobre la
densidad total de la capa no puede diferenciarse de una estructura de

apilamiento de capas totaimente transparentes y que estén muy por debajo de
la estequiometria. Lo mismo rige para capas, las cuales respecto de la

estequiometria, estdn formadas como capas de gradiente. Los gradientes
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diferentes no pueden ser determinados a partir de la medicidn de la

transmision 6ptica, mientras no cambie la absorcién de la capa total.

Si existe un area sobreestequiométrica en cercanias del substrato entonces
se dardn valores de bammera malos frente al vapor de agua y mesurados frente
al oxigeno. Por el contrario, si la parte baja de la capa contiene un area
subestequiométrica, entonces se obtendra buenos valores de bamrera tanto

para el vapor de agua como para el oxigeno.

Entonces, con el invento se debe pretender el logro de areas subestequiomé-

tricas en la parte baja de la capa cercanas del substrato. Las demas areas de
la capa pueden ser sobreestequiométricxas. Dichas areas contribuyen, de
todas maneras, a la barrera de oxigeno, aunque sobre la barrera de vapor de
agua no tienen influencia alguna. De ello se puede concluir que estas areas
serdn de baja densidad, por lo cual a la densidad de la capa total no se le

atribuye importancia alguna

Mediante |la vaporizacién reactiva del aluminio en combinacién con la
activacion mediante un plasma de descarga por arco voltiico de catodo hueco
y un aparato de chisporroteo seglin el invento, por ejemplo, con titanio o
magnesio o reactivo con su 6xido pueden fabricarse ca<pas de barrera con
excelents efecto de barrera. Lo verdaderamente ventajoso acéa es que ambos

pasos de revestimiento pueden realizarse con el mismo tiempo de paso del

iy
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substrato, pues las cuotas de revestimiento se mueven entre sl en un relacién
parecida al de los cubrimientos de las superficies a través de la capa de
chisporroteo no cerrada y la capa de barrera propiamente dicha. De esta

manera, el revestimiento puede ocurrir en un solo paso.

El proceso segin el invento estd en lel prerrevestimiento del substrato por
chisporroteo reactivo o no reactivo con una capa no cermmada de un metal o su
Oxido y una vaporizacién, a continuacién, de aluminio de un vaporizador de

navecilla, un vaporizador de induccién o un vaporizador de haz de electrones.

De manera ventajosa, el paso de la aplicacién por alto vacio reactiva es
completada mediante una activacion de plasma, y el gas reactivo se deja
entrar de tal forma que a lo largo de la zona de vaporizacion, en direccién de

la banda, se coloca un gradiente de presién parcial del gas reactivo.

Con el proceso segiin el invento pueden metalizarse a alto vaclo capas de
éxido de aluminio sobre substrato en forma de banda, los cuales, respecto de
su estequiometria y de la relaciéon de mezcla entre el metal vaporizado y su

éxido, son formadas como capas de gradientes o como capas de apilamiento,
y cuya area subestequiométrica estd en la parte de la capa cercana al
substrato. En este caso, las capas de gradientes, frente a las estructuras de
apilamiento, tienen la veniaja de poderse vaporizar en un solo paso del

proceso.
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El érea profunda de la capa absorbida en el drea visible puede mantenerse
muy delgada, esto es, <10 nm. Puesto que en capas tan delgadas las
oscilaciones en un grado de la subestequiometria recién se hacen visibles en
variaciones claras, y las variaciones en éreas sobreestequiométricas no
tienen infiluencia alguna sobre la absorcién en la capa total - siempre y
cuando las mismas se mantengan sélo sobreestequiométricas o, po lo menos,
estequiométricas - las exigencias al mantenimiento de una absorcién justo
aun tolerable no son tan criticas, tal como es el caso en capas con
estequiometria esencialmente uniforme.

La evaporacién reactiva puede tener lugar también en el caso de la formacién
de capas gradientes plasmaactivadas, lo cual continda mejorando las
propiedades de bamera del producto final. La ventaja esencial del
procedimiento, tomando en cuenta las capas de gradientes consiste en en el
espesor extremadaments bajo de la capa subestequiométrica, debido al cual,
sélo para un grado de oxidacibn bajo se presenta una pérdida en la
transmisién relacionada con el valor nominal. Por este medio, en la mayoria
de los casos un paso adicional de oxidacién es superfluo. Todas; las demas
areas de la capa son, con todo, transparentes. En este caso, el experimento
no persigue entonces, el logro de una subestequiometria lo méas baja posible,
pero muy uniforme, sino a la generacién de una capa gradients, la cual en su

area inferior muestra una zona subestequiométrica muy delgada, pero de
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todas maneras fuerte. La aplicacién, segin el invento, del plasma de
descarga por arco voltdico de céatodo hueco logra, adicionalmente, la
disminucién de la dependencia de las propiedades de barrera de la
estequiometria de la capa de 6xido, ampliando asl el area de trabajo que se
encuentra a disposicion. Una seguridad del proceso especiaimente alta se
logra si se regulan los pardmetros del mismo. Especiaimente ventajoso
resulta la regulacion por separado de los parametros de cada sector aislado

del drea de evaporacién. En este caso son apropiados para su regulacion los
parametros del proceso relativos a la cantidad de aluminio evaporada por
unidad de tiempo y/o el fiujo de gas reactivo. Resulta muy ventajoso si la
regulacién es la regulacién del suministro de oxigeno, en la cual dicho
suministro de oxigeno se gradiia de tal manera que la transmisién optica, la
cual durante el proceso se mide continua o periédicamente, se mantine en un

valor tedrico.

Una preparacién especiaimente ventajosa del proceso consiste en la
colocacién de un diafragma mdvil para la limitacién del drea de vaporizacién.
Con ello se pueden cerrar las areas sobreestequiométricas, en los casos en
que, por razones constructivas, por ejemplo, dichas dreas no puedan

evitarse.

Con base en un ejemplo de modelo se describira el invento mas en detalle.
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En una instalacién de vaporizacién de cinta, de por sl muy conocida,,
consistente en recipientes con sistemas de vacio y con dispositivo enrollador
de cinta acoplados, el substrato — en este caso una lamina PET - se hace
pasar por delante de una fuente moagnetrénica equipada con una rodela de
titanio, la cual sirve de fuente de chisporroteo al dejar entrar argén y oxigeno.
Como fuente de magnetron se utilizan ordenamientos sencillos o dobles de
magnetrones. La potencia alimentada se gradia de tal forma que del
substrato se forme una capa no cermada. El revestimiento de la superficie se
encuentra, en este caso, bajo una capa de un espesor efectivo de un
nanémetro. La potencia de chisporroteo éptima depende de la velocidad de
cinta realizada. Buenos resultados han demostrado, para velocidades de
cintas de alrededor de 5 m/s, densidades de potencia de hasta 15 W/cm?
superficie de rodela. A continuacién, el substrato se conduce a través de un
rodillo frlo. Debajo se encuentra, en navecillas de vaporizacion, el material a
ser vaporizado, el cual se suministra, en forma continua, a las navecillas de
vaporizacién en la forma conocikla y se vaporiza sobre el substrato. La
navecilla de vaporizaciéon se acciona con cuotas de vaporizacién constantes.
El drea efectiva de vaporizacién es regulable mediante cuotas de vaporizacion
constantes. Lateral al &rea de vaporizacién , entre el rodillc de enfriamiento y
la navecilla de vaporizacion se instalan toberas para la entrada del gas para la
alimentacién del gas reactivo oxigeno. Las posiciones de las toberas para la
entrada del gas, asl como sus angulos, son graduables en direccion de Ia

flecha. El flujo de gas reactivo a fravés de las toberas para la entrada del gas,
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en cercanias de la zona de entrada de la cinta es graduable manualmente. El
flujo de gas reactivo a través de las demas toberas de entrada de gas tiene
lugar con la transmisién regulada. La medicion de la transmision Optica
requerida para ello se realiza mediante dispositivos de medicién conocidos,

por fuera de la zona de vaporizacién, aunque antes de alcanzar el dispositivo

arrollador.

En caso de la formacién de una capa, el proceso relacionado con el invento

se realiza de la siguiente manera, con un gradiente de estequiometria:

La iniciacion de la vaporizacién del aluminio se hace en la forma ya conocida.
Luego se regula el flujo del gas reactivo requerida, en las toberas de entrada
del gas, en cercania de la zona de entrada de la cinta, en 0 a 40% de la
cantidad de oxigeno comrespondiente a la ecuacién de la reaccidn quimica,
para una oxidacion completa de toda la capa. A continuacién, se abren las
toberas de entrada del gas reguladas, en el [ado de salida de la cinta, una vez
ajustado el valor tedrico de la transmision optica deseado, de 80 a 85%,
después de lo cual se regula automéaticamente el fiujo de gas reactivo aln

requerido.
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Al comienzo del proceso, o luego de modificaciones en las posiciones de las

toberas de entrada del gas o los diafragmas, el flujo de gas reactivo a ser

regulado en las toberas de entrada de gas e regula de la siguiente manera:

El substrato se evapora en diversas posiciones de regulacién del flujo de gas
reactivo, en las toberas de entrada del gas. Después se realiza la medicién
del substrato vaporizado respecto de sus valores de permeacién para vapor
de agua y/u oxigeno. Finaimente, en las toberas de entrada del gas, se ajusta
el flujo de gas reactivo para el cual se dio el valor de permeacién minimo para

vapor de agua y/u oxigeno.

Reivindicaciones

1. Proceso para la aplicacion por alto vaclo de substratos acintados, con
una capa de bamrera transparente de dxido de aluminio, mediante
evaporacion reactiva de aluminio y entrada de gas reactivo,
instalacion de vaporizacién acintada, caracterizada porque, anterior al
revestimiento con oxido de aluminio, sobre el substrato se expande,
mediante chisporroteo con un magnetrén, una capa no totaimente

cerrada de un metal o de un 6xido de metal.
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Proceso segln solicitud 1, caracterizado porque el cubrimiento de la
superficie mediante una capa no totaimente cerrada, corresponde a un

espesor de capa de menos de un nanémetro.

Proceso segln solicitud 1 o 2, caracterizado porque para la formacién

de una capa cemrada incompleta se chisporrotea titanio o magnesio.

Proceso segln solicitud 3, caracterizado porque el chisporroteo se

realiza reactivo, bajo la entrada de oxigeno.

Proceso seglin una de las solicitudes 1 a 4, caracterizado porque

la entrada del gas reactivo se realiza de tal forma que en la zona de
vaporizacién, en direccién de circulacion de la cinta, se ajusta un
gradients de presion parcial del gas reactivo,

la relacién de mezcla entre aluminio, éxido de aluminio y oxigeno en la
capa de barrera se forma como gradiente,

dicha relacién de mezcia en la capa de barrera muestra un maximo del
componente del aluminio metdlico, y la situacién y la relevancia de
dicho méximo se ajusta en una determinada 4drea de profundidad de la
capa barmrera, mediante variacién del gradiente de presion parcial del
gas reactivo y de la posicién de la zona de vaporizacién, de tal manera
que, para una transmision optica igual de la capa barrera, la

permeacién del oxigeno y/o la permeacion del vapor de agua alcanza
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un minimo.

Proceso segun solicitud 5, caracterizado porque la posiciéon y
caracterizacion del méximo en el aluminio metdlico se regula en una
determinada &rea de profundidad de la capa barmrera, mediante
desplazamiento de diafragmas en el drea de vaporizacidn y/o variacién
de la posiciéon de la navecilla de vaporizacién y/o modificacion de la
posicién de |a tobera de entrada de gas y /o del angulo de la tobera de
entrada de gas para el gas reactivo y/o la modificacion del flujo de gas

reactivo.

Proceso segln una de las solicitudes 5 o 6, caracterizado porque, el
aluminio de uno de los vaporizadores de navecilla se aplica por alto
vaclo con, minimo, una navecilla de vaporizacion con alimentacién

constante de alambre

Proceso segln una de las solicitudes 5 o 6, caracterizado porque el

aluminio es aplicado por alto vacio desde un vaporizador de induccién.

Proceso segln una de las solicitudes 5 o 8, caracterizado porque el
aluminio es aplicado por alto vaclo desde un vaporizador de haz de

electrones.
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11.

12.

13.

14.

e

Proceso segun la solicitud 6, caracterizado porque el gradiente de

presion parcial del gas reactivo puede ajustarse mediante variacion de
la relacién del flujo de gas reactivo de la tobera de entrada del gas,
ajustable por separado, instalada en las zonas de entrada y de salida

de la cinta.

Proceso segun, minimo, una de las solicitudes 1 a 19, caracterizado

porque son regulados los pardmetros del proceso .

Proceso segln solicitud 11, caracterizado porque son regulados por
separado los parametros del proceso para sectores aislados del area

de vaporizacion.

Proceso segun solicitudes 11 o 12, caracterizado porque los
pardmetros del proceso a ser regulados son la cantidad de aluminio

vaporizada por unidad de tiempo y/o el flujo de gas reactivo.

Proceso segln solicitud 12 o 12, caracterizado porque la regulacion
es una regulacién de la alimentacion de oxigeno controlada por la
trangmigién, para la cual la alimentacion de oxigeno se ajusta de tal
manera que la transmisién éptica, medida durante el proceso en forma

continua o periddica, se mantiene sobre un valor teérico.

QY
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16.

17.

18.
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Proceso segin, minimo, una de las solicitudes 1 a 14, caracterizado

porque se vaporiza plasma activado.

Proceso segun solicitud 15, caracterizado porque para la activacién
del plasma se utiliza un plasma de descarga por arco voltdico de

cétodo hueco.

Proceso segun solicitud 16, caracterizado porque las fuentes
de plasma son accionadas de tal manera que en el substrato
puede extraerse una densidad de comeinte iénica promedia de,

minimo, 50mA/em?.

Proceso segun solicitud 16, caracterizado porque las fuentes de
plasma son activadas de tal manera que en el substrato puede
extraerse una densidad de correinte idnica promedia de, minimo,

50mA/cm?.
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®7)

Denominacién: Proceso para la aplicaclén por alto vacio de substratos en
forma de bandas con una capa de barrera transparente de &ido de aluminiv.
Composicién: El invento se reflere a un proceso pam Ia aplicacion por aito
vacio de substratos en brma de bandas con una capa de barrera transparente
de dxiio de aluminio mediante vaporizacién reactiva de aluminio y entrada de
ges reactivo en un dispositivo de vaparizacién de bandas, en el cual antes del
revesiimiento con dxido de akiminio se dispersa sobsye sustrato una capa
carrada incompleta de un metal o de un éxido de metal mediante chispormoteo
por medio de un magnefrdn.
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Verfahren zum Bedampfen bandformiger Substrate mit einer transparenten
Barviereschicht aus Aluminiumoxid

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Aufdampfen einer Barriereschicht aus Aluminium-
oxid auf bandformige Substrate im Vakuum. '

Die Beschichtung vorzugsweise bandformiger Substrate mit einer Barriereschicht ist ein
wichtiger Prozessschritt bei der Herstellung von verschiedenen Verpackungsmaterialien.
Insbesondere Polymermaterialien werden nach Aufdampfen einer dinnen Metallschicht

(z. B. Aluminium) zu Verpackungsmaterialien weiterverarbeitet, die eine hohe Sperwirkung
gegendber Saverstoff und Wasserdampf, evtl. auch gegentiber Aromastoffen, aufweisen.
Verpackungen, die eine dinne Metallschicht enthalten, sind undurchsichtig und haben eine
hohe Mikrowellenabsorption. Das ist fir manche Anwendungen im Bereich der Lebens-
mittelverpackungen von Nachteil. Deshalb werden zunehmend metallische Barriere-
schichten durch verschiedene Barriereschichten auf Oxidbasis (Oxide von Si, Al, Mg) ersetzt.

Die reaktive Verdampfung von Aluminium aus dem Schiffchenverdampfer stelit dabei eine
Maglichkeit dar, den Vorteil einer niedrigen Verdampfungstemperatur mit einer hohen
optischen Transparenz und guter Mikrowellendurchlassigkeit des Endproduktes zu
kombinieren. Daneben kommen jedoch auch Verfahren mit Elektronenstrahl- bzw.
induktionsverdampfern in Frage.

FOr Barrierebeschichtungen dieser Art gilt, dass die optische Transmission vom Mischungs-
verhaltnis zwischen Aluminium und seinem Oxid - im Folgenden auch als Stbchiometnie
bezeichnet — abhangt. Mit steigendem Oxidanteil nimmt die optische Transmission zu,
wiahrend sich damit jedoch die Barrierewirkung der Schicht verringert. Es existiert ein
Arbeitsbereich im leicht unterstSchiometrischen Bereich, dessen untere Grenze durch die
hichstzulassige Absorption und dessen obere Grenze durch die geforderten Miﬁdestweri:e
der Barriere bestimmt wird [Schiller, N.; Reschke, J.; Goedicke, K.; Neumann, M.: Surface
and Coatings Technology, B6-87 {1996) 776-782].

Es ist deshalb Oblich, die Einhaltung dieses Arbeitsbereiches durch Bereitstellung der
Reaktionspartner Aluminium und Sauerstoff in einem bestimmten einstellbaren Mengen-
verhdltnis zu gewdhrleisten (JP 62-103 359 A).

Da gerade auf dem Gebiet von Massenverpackungen die visuelle Beurteilung des fertigen
Produkts eine groBe Rolle spiett und geringe Schwankungen der Transmission sehr schnell
wahrgenommen werden kdnnen, wurden bereits zahlreiche Versuche unternommen, eine
gleichmaBige Transmission (ber groBe Beschichtungsflachen zu erzielen, wobei neben der
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Transmission stets auch eine ausreichende Schichthaftung angestrebt werden musste, um
eine Barrierewirkung 2u erzielen.

Es ist bekannt, dass durch die Messung der optischen Transmission der reaktiv aufgedampf-
ten Schichten die Steuerung des Prozesses mdglich ist, indem bei vorgegebenem Gasstrom
die Verdampfungsrate so nachgefihrt wird, dass ein vorgegebener Transmissionswert
eingehatten wird. Das ist bel der reaktiven Elektronenstrahiverdampfung realisiert

(DE 44 27 581 A1). Mit einem Schiffchenverdampfer ist diese Form der Regelung nicht
durchfahrbar, da die Verdampferschiffchen far schnelle Anderungen des Heizstromes — und
damit der Verdampfungsrate — ungeeignet und f0r eine derartige Regelung zu trage sind.

Es ist weiterhin bekannt, dass durch die Einsteflung eines bestimmten Reaktivgasflusses, der
bei konstanter Verdampfungsrate zu schwach absorbierenden Schichten fGhrt, das
Mischungsverhaitnis zwischen dem verdampften Metall und seinem Oxid im Wesentlichen
gleichfdrmig gehalten werden kann (EP 0 437 946 B1). Es besteht aber der Nachteil, dass
das Verfahren technologisch aufwendig ist, da hohe Anforderungen an die Konstant-
haltung der Verdampfungsrate, insbesondere bei Einsatz mehrerer Verdampferschiffchen,
gestelit werden missen.

Es ist weiterhin bekannt, Aluminiumoxidschichten deutlich unterstBchiometrisch aufzu-
dampfen. Die erzZielte optische Transmission liegt zunachst unterhalb des oben erwdhnten
Arbeitsbereiches. In einem Nachoxidationsschritt, der plasmaaktiviert direkt nach der
Bedampfung oder ohne Aktivierung bei einem zus&tzlichen Umwickeln erfolgt, wird die
Schicht nachtraglich aufgehelit (EP 0 555 518 B1, EP 0 695 815 B1). Dieser zusatzliche
Prozessschritt bedeutet jedoch einen technologischen Mehraufwand.

Weiterhin ist bekannt, dass bei der Aufdempfung sehr diinner unterstdchiometrischer
Oxidschichten und anschlieBender relativ langer Verweildauer in der Reaktivgasatmosphare
die Nachoxidation - eventuelt plasmaaktiviert — spontan zur ausreichenden Aufhellung der
Schicht fahrt. Durch die Nutzung eines Bandlaufwerkes, welches fiber zusatzliche Umlenk-
rollen den Weg des bedampften Substrates im Rezipienten wesentlich verlangert und es
daneben gestattet, den Bedampfungszyklus mehrfach zu durchlaufen, kénnen hinreichend
transparente Schichten blicher Dicke aufgedampft werden, indem mehrere sehr donne
und einzeln nachoxidierte Schichten Gbereinander aufgedampft werden (US 5,462,602),
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Das Vertahren erfordert jedoch einen erheblichen mechanischen Mehraufwand am Band-
laufwerk.

Es ist bekannt, dass Barriereschichten, welche als Einzelschichten die Mindestanforderungen
beziiglich ihrer Barrierewirkung nicht erfillen, in Mehrschichtsystemen ausreichende
Barrierewirkungen zeigen. Die Kombination von aufgestaubten und aufgedampften
Schichten ist eine solche Losung, die auch for Aluminiumoxid vorgeschlagen wurde

(DE 43 43 040 C1). Die Beschichtung erfolgt in diesem Fall mit stark unterschiedlicher
Beschichtungsrate. Die Realisierung mehrerer aufeinanderfolgender Prozessschritte, die
unterschiedliche Durchlaufzeiten bedingen, stellt jedach ebenfalls einen erheblichen
technischen Mehraufwand dar. AuBerdem wird die Barrierewirkung derartiger Schichten
oft dadurch beschrankt, dass sich in den einzelnen Schichten unterschiedliche Schicht-

spannungen aufbauen, weshalb es, ausgehend von den Obergangsbereichen, allmahlich zu
Rissbildungen kommen kann.

Weiterhin ist bekannt, dass durch eine ProzessfOhrung, die es verhindert, dass die Dichte
der Barriereschicht unter einen bestimmten Grenzwert sinkt, gute Barriereeigenschaften
erzielt werden kbnnen. So wird fir Aluminiumoxid 2,7 g/cm® als unterer Grenzwert der
Dichte beansprucht (EP 0 812 779 A2). Da die Dichte einer Aufdampfschicht jedoch stark
von den Kondensationsbedingungen abhéngt, stelit ein vorgegebener Mindestwert stets
eine deutliche Einschrinkung bei der Prozessfhrung dar. Insbesondere bei der Umriistung
bestehender Aluminiumbedampfungsanlagen far den Prozess der reaktiven Aufdampfung
von Aluminiumoxidschichten sind durch konstruktive Gegebenheiten oftmals
Kondensationsbedingungen vorgegeben, die nur mit sehr groBem Aufwand zu verandern
sind und die Umrilstung insgesamt unwirtschaftlich werden lassen. AuBerdem ist die Dichte
der Schicht kein Parameter, der wahrend des Prozesses direkten Messungen zuganglich ist.

Weiterhin ist bekannt, vor der Beschichtung mit der eigentlichen Barriereschicht das
Substrat mit einer ddnnen Nukleationsschicht mit einer ungefahren Dicke von 5 nm zu
versehen (US 5,792,550). Auch das bedeutet in vielen Fallen einen zusitzlichen
Prozessschritt, der die Produktionskosten deutlich erh&ht.

Es ist auBerdem bekannt, das Substrat mit einem Magnetronplasma zu behandeln, bevor
die Beschichtung mit der Barriereschicht erfolgt [Lobig, G. et al.; SVC 41st Annual Technical
Conference Proceedings (1998) $.502], Das bewirkt eine Aktivierung und Reinigung der
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Substratoberfldche und sorgt far eine verbesserte Schichthaftung. Dadurch ist die Barriere-
wirkung etwas weniger abhangig von der Stdchiometrie der Barriereschicht. Fiir viele
Anwendungen reicht die auf diese Weise erzielbare Bamrierewirkung jedoch ebenfalls nicht
aus.

SchlieBlich ist bekannt, die Barriereschicht mit einem Stbchiometriegradienten aufzu-
dampfen (DE 198 45 268 C1). in derartigen Schichten stellt jedoch die genaue Einstellung
der StSchiometrie im Grenzbereich zwischen Schicht und Substrat einen sehr sensiblen
Parameter dar.

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren zu schaffen, mit welchem auf bandférmigen
Substraten ohne groBen technologischen Aufwand transparente Barriereschichten auf
Aluminiumoxidbasis durch reaktive Verdampfung hergesteltt werden kdnnen. Im Falle
kleiner Schwankungen der Verdampfungsrate, die sich insbesondere bei Verwendung von
Verdampferschiffchen nicht vgllkommen ausschiieBen lassen, soll ohne eine zusétdiche
Nachoxidation der durch die geforderten Transmissions- und Barrierewerte bestimmte
Arbeitsbereich eingehalten werden. Das Verfahren soll auch durch Nachristung bestehen-
der Aluminiumbedampfungsanlagen ausfGhrbar sein.

ErfindungsgemaB wird die Aufgabe nach Patentanspruch 1 geldst. Vorteilhafte Ausgestal-
tungen des Verfahrens sind in den Patentanspriichen 2 bis 18 beschrieben.

Die Erfindung beruht auf der Erkenntnis, dass die Barrierewirkung einer Aluminiurmoxid-
schicht wesentlich weniger stochiometrieabhangig ist, wenn das Substrat vor der
Bedampfung mit der Aluminiumaoxidschicht mit einer extrem diinnen aufgestdubten Metall-
oder Metalloxidschicht versehen wird. Unter extrem dinn wird dabei eine Schichtdicke
verstanden, bei der sich noch keine geschlossene Schicht bilden kann. Das Ist auf Jeden Fall
auszuschlieBen, wenn die Fldchenbelegung nicht fir Ausbildung einer volistdndigen Atom-
oder Molekillage reicht, aber auch etwas hohere Flichenbelegungen flihren noch nicht zur
Ausbildung geschlossener Schichten. Der Aufstdubungsprozess, auch Sputtem genannt,
bedingt eine Reinigung und Aktivierung der Substratoberfldche. Das erh&ht die Schicht-
haftung. Die gleichzeitig aufgesputterten Metallatome oder Metalloxidmolekile weisen
auBerdem durch die fir Sputterprozesse typische Auftreffenergie eine besonders gute
Haftung auf, wie sie auch von dickeren gesputterten Schichten bekannt ist. Vorteithaft ist
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jedoch, dass sich durch die unvolistindige Bedeckung des Substrates mit einer nicht
geschlossenen Schicht keinerlei Schichtspannungen aufbauen.

Die nach dem Sputtern noch nicht bedeckten Substratbereiche stehen aufierdem aktiviert
und gereinigt fOr die Beschichtung mit der eigentlichen Barriereschicht aus Aluminiumoxid
zur Verfigung. Es wurde festgestellt, dass bei einer derartigen Vorbeschichtung die

' Abh8ngigkeit der Barrierewirkung von der Schichtstdchiometrie wesentlich schwacher

ausgeprdgt ist, als ohne diese Vorbeschichtung.

Besonders gute Barrierewirkungen lassen sich erreichen, wenn anschlieBend eine plasma-
aktivierte reaktive Bedampfung des vorbeschichteten Substrates mit Aluminiumoxid erfolgt.
Zur Plasmaaktivierung eignet sich besonders ein dichtes Hohlkathodenbogenentladungs-
plasma. Dessen Wirkung kann durch eine magnetische Verstarkung zusdtzlich gesteigert
werden. Dies bedingt eine besonders geringe Abhangigkeit der Barrierewirkung von der
Schichtstdchiometrie bei konstant guten Bamierewerten. Offenbar bewirkt dieses spezielle
Plasma durch seine hohe Ladungstragerdichte die Ausbildung einer fiir Barriereschichten
optimalen Schichtstruktur. Als vorteithaft hat sich ein Plasma erwiesen, das am Substrat
eine durchschnittliche extrahierbare lonenstromdichte von mindestens 20 mA/cm? bereit-
stelit. Besonders vortellhaft sind lonenstromdichten von Gber 50 mA/cm?.

Eine besonders vorteilhafte AusfDhrung des erfindungsgemaBen Verfahrens ergibt sich bei
Ausnutzung der Tatsache, dass die Barriere gegenQber Sauerstoff nicht in gleicher Weise
von der Stbchiometrie abhaingt, wie die Barriere gegendber Wasserdampf. Versuche haben
ergeben, dass der Grad, in dem bestimmte Tiefenbereiche der Schicht zur Barrierewirkung
der Gesamtschicht beitragen, in unterschiedlichem MaBe von der StSchiometrie abhangt.
Wird die optische Transmission der gesamten Schicht entsprechend den spateren
anwendungsbedingten Anforderungen konstant gehalten, so kann die Absorption der
unterschiedlichen Tiefenbereiche der Schicht durchaus variieren. Eine Schicht mit Ober die
gesamte Schichtdicke gleichmaBig verteilter Stdchiometrie ist nicht von einer Stapelstruktur

"aus vollstandig transparenten und stérker unterstchiometrischen Teilschichten zu unter-

scheiden. Gleiches gilt for Schichten, die bezliglich der Stéchiometrie als Gradienten-
schichten ausgebildet sind. Unterschiedliche Gradienten sind aus der Vermessung der
optischen Transmission nicht zu ersehen, solange sich die Absorption der Gesamtschicht
nicht andert.

Liegt nun ein Uberstdchiometrischer Bereich in der Nahe des Substrates, ergeben sich
schlechte Barrierewerte gegenber Wasserdampf und méBige Werte gegenlber Sauerstoff.
Enthalt der untere Teil der Schicht dagegen einen unterstBchiometrischen Bereich, lassen
sich gute Wasserdampf- und Sauerstoffbarrierewerte erzielen.
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Es sind also erfindungsgemaB unterstdchiometrische Bereiche im substratnahen unteren Teil
der Schicht anzustreben. Die anderen Bereiche der Schicht kénnen durchaus Dberstdchio-
metrisch sein. Diese Bereiche tragen immerhin noch zur Sauerstoffbarriere bei, haben
jedoch auf die Wasserdampfbarriere kaum einen Einfluss. Es ldsst sich ableiten, dass diese
Bereiche auch von geringerer Dichte sein werden, weshalb der Dichte der Gesamtschicht
kaum eine Bedeutung zukommt.

Durch reaktive Aluminiumverdampfung in Kombination mit der Aktivierung durch ein
Hohlkathodenbogenentladungsplasma und einem erfindungsgemaBen Vorsputtern,
beispielsweise mit Titan oder Magnesium oder reaktiv mit deren Oxid, lassen sich Barriere-
schichiten mit exzellenter Barrierewirkung erzeugen. Besonders vorteilhaft ist dabei, dass
sich beide Beschichtungsschritte mit der gleichen Durchlaufzelt des Substrates realisieren
lassen, da sich die Beschichtungsraten in einem ahnlichen Verhdlitnis zueinander bewegen
wie die Flachenbelegungen durch die nicht geschlossene Sputterschicht und die eigentliche
Barriereschicht. Somit kann die Beschichtung in einem einzigen Durchlauf erfolgen.

Das erfindungsgemaBe Verfahren besteht in der Vorbeschichtung des Substrates durch
reaktives oder nichtreaktives Sputtem mit einer nicht geschlossenen Schicht aus einem
Metall oder dessen Oxid und einer anschlieBenden reaktiven Verdampfung von Aluminium
aus einem Schiffchenverdampfer, einem induktionsverdampfer oder einem Elektronen-
strahiverdampfer. Vorteithafterweise wird der Schritt der reaktiven Bedampfung durch eine
Plasmaaktivierung erganzt und das Reaktivgas in einer Weise eingelassen, dass sich entlang
der Bedampfungszone in Bandlaufrichtung ein geeigneter Partialdruckgradient des Reaktiv-
gases einstellt.

Mit dem erfindungsgeméBen Verfahren lassen sich so Aluminiumoxidschichten auf band-
férmige Substrate aufdampfen, die bezOglich ihrer Stchiometrie bxw. des Mischungs-
verhaltnisses zwischen dem verdampften Metall und seinem Oxid als Gradientenschichten
oder als Stapelschichten ausgebildet sind und deren unterstSchiometrischster Bereich im
substratnahen Teil der Schicht liegt. Gradientenschichten haben in diesem Falle gegendber
Stapelstrukturen den Vorteil, dass sie sich in einem Verfahrensschritt aufdampfen lassen.

Der im sichtbaren Bereich absorbierende Tiefenbereich der Schicht kann sehr dOnn, d. h. bei
<10 nm gehalten werden. Da an so ddnnen Schichten Schwankungen im Grad der Unter-
stbchiometrie erst bei deutlichen Abweichungen sichtbar werden, und Verdnderungen in
berstdchiometrischen Bereichen - solange sie nur Uberstbchiometrisch oder zumindest
stdchiometrisch bieiben — keinen Einfluss auf die Absorption der Gesamtschicht haben, sind
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die Anforderungen an die Einhaltung einer gerade noch tolerablen Absorption wesentlich

unkritischer, als das bei Schichten mit im Wesentlichen gleichméBiger Stdchiometrie der Fall
ist.

Die reaktive Verdampfung kann auch flr den Fall der Ausbildung von Gradientenschichten
plasmaaktiviert erfolgen, was die Barriereeigenschaften des Endproduktes weiter verbessert.
Der wesentliche Vorteil des Verfahrens unter Einbeziehung von Gradientenschichten
besteht in der extrem geringen Dicke der unterstdchiometrischen Schicht, wodurch erst bei
sehr niedrigem Oxidationsgrad ein nennenswerter Transmissionsverlust eintritt. Dadurch
wird in den meisten Fallen ein zus&tzlicher Nachoxidationsschritt (berfidssig. Alle anderen
Schichtbereiche sind ohnehin transparent. Das Verfahren 2lelt in diesem Fall also nicht auf
die Erreichung einer mdglichst schwachen, aber sehr gleichmaBigen Unterstdchiometrie,
sondem auf die Erzeugung einer Gradientenschicht, die in ihrem unteren Bereich eine sehr
dinne, aber durchaus stirker unterstdchiometrische Zone aufweist. Die GleichmaBigkeits-
anforderung in Bezug auf die optische Transmission ist dadurch wesentlich einfacher zu
erfdllen. Der erfindungsgemdBe Einsatz des Hohlkathodenbogenentladungsplasmas sorgt
ausstzlich fOr eine Verringerung der Abh&ingigkeit der Barriereeigenschaften von der
Stchiometrie der Oxidschicht und erweltert damit den zur Verflgung stehenden Arbeits-
bereich. Eine besonders hohe Prozesssicherheit ergibt sich, wenn Prozessparameter geregelt
werden. Besonders vorteilhaft ist es, wenn die jeweiligen Prozessparameter fir einzeine
Sektoren des Bedampfungsbereiches separat geregelt werden. Daftr eignen sich als zu
regelnde Prozessparameter die pro Zeiteinheit verdampfte Aluminiummenge und/oder der
Reaktivgasfiuss. Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Regelung eine transmissions-
gesteuerte Regelung der Sauerstoffzufuhr ist, bei der die Sauerstoffzufuhr so eingestellt
wird, dass die optische Transmission, welche wahrend des Prozesses kontinulerlich oder
periodisch gemessen wird, auf einem Sollwert gehalten wird.

Elne besonders vortelihafte Ausgestaltung des Verfahrens besteht darin, zur Begrenzung
des Bedampfungsbereiches eine bewegliche Blende anzuordnen. Damit lassen sich fOr den
Fall, dass sich aus konstruktiven Griinden — z. 8. im unteren Teil der Schicht - (iberstdchio-
metrische Bereiche nicht vermeiden lassen, diese ausblenden.

Anhand eines Ausfdhrungsbeispieles wird die Erfindung naher beschrieben.

Y9
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In einer an sich bekannten Bandbedampfungsanlage, bestehend aus einem Rezipienten mit
angeschlossenem Vakuumpumpsystern und Bandwickeleinrichtung, wird das zu be-
dampfende Substrat — in diesem Fall eine PET-Folie — an einer mit Titantargets belegten
Magnetranquelle vorbeigefGhrt, die unter Einlass von Argon und Sauerstoff als
Sputterquelle dient. Als Magnetronquellé werden Einzel- oder Doppelanordnungen von
Magnetrons verwendet. Die eingespeiste Leistung wird so eingesteilt, dass sich auf dem
Substrat eine nicht geschiossene Schicht bildet. Die Fldchenbelegung liegt dabei unter einer
effektiven Schichtdicke von einem Nanometer. Die optimale Sputterlelstung hangt von der
realisierten Bandgeschwindigkeit ab. So haben sich bei Bandgeschwindigkeiten um 5 nvs
Leistungsdichten bis 15 W/am? Targetfiache bewahrt. AnschlieBend wird das Substrat Gber
eine KDhiwalze gefihrt. Darunter befindet sich in Verdampferschiffchen das Ver-
dampfungsgut, welches den Verdampferschiffchen in bekannter Weise kontinuierlich zu-
gefahrt wird und auf das Substrat aufgedampft wird. Das Verdampferschiffchen wird mit
konstanter Verdampfungsrate betrieben. Der wirksame Bedampfungsbereich ist mittels
einer beweglichen Blende einstelibar. Seitlich vom Bedampfungsbereich zwischen der Kahl-
walze und dem Verdampferschiffchen sind Gaseinfassdisen far die ZufGhrung des Reaktiv-
gases Sauerstoff angeordnet. Die Positionen der Gaseinlassddsen sowie deren Winkel sind
in Pfeilrichtung einstellbar. Der Reaktivgasfluss durch die Gaseinlassd@sen in der N&he der
Bandeinlaufzone ist manuell einstellbar. Der Reaktivgasfluss durch die anderen Gaseinlass-
dasen erfolgt transmissionsgeregelt. Die daflr erforderliche Messung der optischen Trans-
mission erfolgt mittels bekannter Messeinrichtungen auBerhalb der Bedampfungszone,
jedoch vor Emreichen des Aufwickels.

Das erfindungsgemdBe Verfahren wird im Falle der Ausbildung einer Schicht mit einem
Stdchiometriegradienten wie folgt ausgefhrt:

Die inbetriebnahme der Aluminiumverdampfung erfolgt in bekannter Weise. Danach wird
der Reaktivgasfiuss an den Gaseinlassdisen in der Nahe der Bandeinlaufzone auf 0 bis

40 % der entsprechend der chemischen Reaktionsgleichung fir eine vollstdndige Oxidation
der gesamten Schicht erforderlichen Menge Sauerstoff eingestellt. Im Anschiuss daran
werden die geregelten GaseinlassdQsen auf der Bandauslaufseite unter Vorgabe des
gewlnschten Soliwertes der optischen Transmission von 80 bis 95 % gebffnet, worauf sich
der noch benttigte Reaktivgasfluss automatisch einstellt.



WO 2004050945 PCT/EP2003/01 1477

-)
.

Bei Beginn des Verfahrens oder nach Veranderungen der Positionen der GaseinlassdOsen
oder Blenden ist der einzustellende Reaktivgasfluss an den Gaseinlassdisen wie folgt zu
ermittein:
Das Substrat wird bei verschiedenen Einstellungen des Reaktivgasflusses an den Gaseinlass-
5 dOsen bedampft. Danach erfoigt die Vermessung der bedampften Substrate bezlglich ihrer
Permeationswerte fr Wasserdampf und/oder Sauerstoff. AnschlieBend wird an den Gas-
einlassddsen der Reaktivgasfluss, bei welchem sich der niedrigste Permeationswert filr
Wasserdampf und/oder Sauerstoff ergab, eingestelit.

vs
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Patentansprilche

Verfahren zum Bedampfen bandf&rmiger Substrate mit einer transparenten Barriere-
schicht aus Aluminiumoxid durch reaktive Verdampfung von Aluminium und Einlass
von Reaktivgas in einer Bandbedampfungsanlage, dadurch gekennzelchnet,

dass vor der Beschichtung mit Aluminiumoxid eine unvolistandig geschlossene Schicht
aus einemn Metall oder einem Metalloxid durch Magnetronsputtem auf das Substrat
aufgebracht wird.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzelchnet, dass die Aachenbelegung

durch die unvolistéindig geschlossene Schicht einer Schichtdicke von weniger als
einem Nanometer entspricht.

Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass zur Bildung der
unvollstandig geschlossenen Schicht Titan oder Magnesium gesputtert wird.

Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Sputtern reaktiv
unter Sauerstoffeinlass erfolgt.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet,

dass der Einlass des Reaktivgases derart erfolgt, dass sich in der Bedampfungszone in
Bandiaufrichtung ein Partiaidruckgradient des Reaktivgases einsteilt,

dass sich das Mischungsverhaltnis zwischen Aluminium, Aluminiumoxid und
Sauerstoff in der Bamiereschicht als Gradient ausbildet,

dass dieses Mischungsverhaltnis in der Barriereschicht ein Maximum des Anteils des
metallischen Aluminiums aufweist und die Lage und Auspragung dieses Maximums in
einem bestimmten Tiefenbereich der Bamriereschicht durch Variation des Partialdruck-
gradienten des Reaktivgases und der Lage der Bedampfungszone derart eingestelit
wird, dass bei gleicher optischer Transmission der Barriereschicht die Sauerstoff-
permeation und/oder die Wasserdampfpermeation ein Minimum erreicht.

Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Lage und Aus-

pragung des Maximumns an metallischem Aluminium in einem bestimmten Tiefen-
bereich der Bamiereschicht durch Verstelien von Blenden im Verdampfungsbereich
und/oder Verdnderung der Position des Verdampferschiffchens und/oder Verande-
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rung der Position der GaseinlassdOse und/oder des Winkels der GaseinlassdGsen fOr
das Reaktivgas und/oder die Veranderung der Reaktivgasflisse eingestellt wird.

Verfahren nach einem der Anspriche 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass das
Aluminium aus einem Schiffchenverdampfer mit mindestens einem Verdampfer-
schiffchen mit kontinuierlicher Drahtzufuhr verdampft wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass das
Aluminium aus einem Induktionsverdampfer verdampft wird.

Verfahren nach einem der Anspriliche 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass das
Aluminium aus einem Elektronenstrahiverdampfer verdampft wird.

Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Partialdruck-
gradient des Reaktivgases durch Variation des Verhaltnisses der Reaktivgasfilisse der
im Bereich der Bandeinlaufzone und Bandauslaufzone angeordneten, separat einstell-
baren GaseinlassdUsen eingestelit wird.

Verfahren nach mindestens einem der Anspriiche 1 bis 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass Prozessparameter geregelt werden.

Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Prozessparameter
fOr einzelne Sektoren des Bedampfungsbereiches separat geregelt werden.

Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass die 2u regein-
den Prozessparameter die pro Zeiteinheit verdampfte Aluminiummenge und/oder der
Reaktivgasfluss sind.

Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Regelung
eine transmissionsgesteuerte Regelung der Sauerstoffzufuhr ist, bei der die
Sauerstoffzufuhr so eingesteltt wird, dass die optische Transmission, welche wahrend
des Prozesses kontinuieriich oder periodisch gemessen wird, auf einem Soltwert ge-
halten wird.
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Verfahren nach mindestens einem der Anspriiche 1 bis 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass plasmaaktiviert bedampft wird.

Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass zur Plasmaaktivierung
ein Hohlkathodenbogenentladungsplasma eingesetzt wird.

Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekennzelchnet, dass die Plasmaquellen so
betrieben werden, dass sich am Substrat eine durchschnittliche lonenstromdichte von
mindestens 20 mA/cm? extrahieren lisst.

Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekennzelchnet, dass die Plasmagquellen so
betrieben werden, dass sich am Substrat eine durchschnittliche lonenstromdichte von
mindestens 50 mA/cm? extrahieren lasst.
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Denominacién: PROCESO PARA LA APLICACION POR ALTO VACIO DE
SUBSTRATOS EN FORMA DE BANDAS CON UNA CAPA BARRERA DE
OXIDO DE ALUMINIO.

Resumen: El invenio atafie a un proceso para aplicacién por alto vacio de

substraios en forma de bandas con una capa barrera transparente de ¢Gxiio de

aluminio, mediante vaparizacién reactiva de aluminio y entrada de gas reactivo en un

dispositvo de vaporizacién de bandas, para el cual, antes del recubrimiento con

éxido de aluminic se aplica sobre el substato una capa cemada incompleta de un

metal o un &ido de metal mediante chispormroteo de un magnotrén.

10

02F41499-FEP 164

Proceso pama la apliceclén por alio vacio de substratos acintados con
una capa barrera de dxido de aluminlo

B invento concleme a un proceso para la aplicacién por alto vacio de una
capa barrera de dxido de aluminio sobre un substrato acintado en el vaclo.

B revestimiento, preferblements, de substratos acintados, con una capa
barvera, es un paso importante en el proceso de fabricacién de diversos
materiaies de empaque. En especial materiales polimeros son tmbajados para
materiales de empaque, luego de ia vaporizacién de una deigada capa de
metal {por ejemplo aluminio, los cuales presentan un alin efecto de barrera
frente al axigeno y al vapor de agua, pero eventuaimente, también frente a
sustancias arométicas. Los empaques que contienen una deigada capa de

Jaramentads
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metal son aopacos y fene una alta absorclén de microondas. Esto es
desventajoso en el caso de varios usos el el Area de los empaques para
aimentos. Por eflo, cada vez mas, se reempiazan las capas de barrera
metélicas por dversas capas de barem a base de dxidos (Gxidos de Si, Al

Mg).

La evaporacitn reactiva de aluminio dal vaporizador de navecila presenta acé
la posibilidad de combinar la ventaja de una temperatura de vaporizacién baja
con una alta transparencia éptica y buena dlafanidad de microondas del
producto final. Sin embargo, conexo con esto existen también procesos
vaporizadores de haz electrénico y vaporizadores de induccion.

Para revestimientnos barera de este fipo rige el principlo de que la transmisién
éplica depende de la relacién de mezcla enire aluminio y su dxido - en
adelante, denominada también estequlometria -. Con Ia participacién creclente
del dxido crece la transmision dptica, misntras con elio dsminuye el efecto
barrera de la capa. Existe un rango de trabajo, en el drea estequiomeé-

fica ligeramente baja, cuyo limite inferor es determinado por la absorcién
méixima permiida mientras su limite superior lo es por el valor minimo de la
barrera exigido [Schiller, N.; Reschke, J.; Goedicke, K.; Neumann, M.: Surface
and Coatings Technology, 86-87 (1996) 776-782].

Por ello, es normal garantizar la consesvacion de dicho rango de trabajo,

P
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mediante la preparacién de la pareja reactiva, aluminio y oxigeno, en una
relacion graduable (JP 62 — 103 358 A).

Puesto que, precisamente, en el Area de empaques en masa juega un papel
importante la apreciacion visusl mientras las pequefias variaciones de la
trensmision pueden apreciarse muy répildamente, se han realizado ya
numerosas experimentos para lograr una fransmisikén uniforme sobre grandes
supericies de revestimlento, de donde para obtener un efecto de bamrera,
ademis do la transmision se tuvo que buscar temblén una suficiente
acherencia de las telas.

Es conoclido que mediante ia mediclén de la transmisién dptica de las capas
de metalizacién al vaclo reactivas es poshie el control del proceso, de manera
que, en la coriiente de gas dada, la cucta de vaporizacién se rastrea de tal
forma que s mantenga un valor de transmisién dado. Esto se realiza en la
vaporizacion reactiva con haz de electrones (DE 44 27 581 A1). Esta forma de
regulacién no es reailzable con un vaporizador de navechia, pues éste no es
apraplado para las variaciones ripidas de la corriente callente -y con elo, de
las cuotas de vaporizacidn - slendo muy lentos para un tipo asi

deregulacién.

Ky
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Por ofro lado, es conocldo que mediante la regulacién de un determinado fujo
reactivo de gas, el cual, para una cuota constante de vaporizacién, conduce a
capas de muy beja absorcidn., Ia relacién de mezcia entre el metal veporizado
y su Gxido puede, en esencia, mantenerse uniforme (EP O 437 846 B1). Pero
existe ia desventaja de que, tecnoidgicamente, ol proceso es muy costoso,
puesto que son altas las axigencias hechas al mantenimiento constante de la
cuota de vaporizacin, en especial cuando se utllza verias navecliias de
vaporizacion.

Tamblén es conocldo que las capas de dxido de aluminio deben ser
metalizadas al vaclo, desde el punio de vista estequiométrico, claramente por
debajo. En primer lugar la transmisién dptica lograda estd por debajo del drea
de trabajo cltada més aniba. En un paso posterior de cxidaclén, el cual ocurre
plasmaactivado después de la vaporizacién, o sin activacién, en un
recubiimiento adicional, la capa se blanquea posteriormente (EP 0 555 518
B1, EP 0 685 815 B1). Empero, este paso posterior del proceso signifca un
pasto tecnolégico mis.

Es conocido también que en la metallzacién al vaclo capas de &cido muy
deigadas, y una larga final duracidn de permanencla en la atmésfera reactiva
de gas, la oxidacion posterior - eventuaimente plasmaactivada -

Wil z =
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espontdneamente conduce al blanqueamiento suficlente de la capa.
Mediantes la utilizacion de un mecanismo de amastre de banda, el cual a
través de poleas de inversion, prolonga ostensiblemente, en el recipients, el
camino del substrato evapomado, adamés de permitit recorrer varias veces el
ciclo de evaporacion, puede metazarse al alio vacio capas suficientemente
transparentes de grosor normal, para lo cual varlas muy deigadas y oxidadas
individuaimente pusden metalizarse al alto vacio una sobre oftra (US
5,462,802). Sin embargo, el proceso exige un exceso de gasto mecanico en el
mecanismo de arrastre de banda.

Es conocido que las capas de barrers, las cuales como capas aisladas no
cumplen las exigenclas minimas respecto del efecto de barrera, muestran en
sistemas de capas miltiples suficientes efectos de barrera. La combinacién de
capas empolvadas y capas metalizadas al vaclo es una solucién tal que
también fue propuesta para éxido de aluminio (DE 43 43 040 C1). En este
caso, el revestimiento tiene lugar con una cuota de revestimiento muy
diferente. La reallzacién de varios pasos del proceso contiruos, los cuales
condicionan diferentes tiempos de paso, representan, sin embargo, un

enorme sobregasto técnico. Ademas, el efecto de barrera de tales capas estd
Imitado en razén de que, en las capas Individuales surgen diversas tensiones
de capa, por lo cual, partiendo de las éreas de paso, puede llegarse
pauiatinamente a la formacién de grietas.

pri il
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También es conocido que mediants !a realizecion de un proceso que impide
que el espesor de la capa de bamrera se coloque por debajo de un valor limite,
puede obtenerse buenas propledades de barrera. Asi, por ejempilo, para 6xido
de aluminio el valor [Imite inferior de la capa &8 busca que sea 2,7 yt':m3 (EP
0812 779 A2). Puesto que el espesor de una capa de metalzado al vacio

depende esenclaimente de las condiclones de condensacién, un valor minimo
dado representa siempre una imitacidon clara en la reakzacién del proceso. En
espedial en el neequipamiento de Instalaciones existentas para la vaporizacién
al vacio del aluminio para el proceso de metalizacién al ako vaclo reactiva de
capas de Oxido de aluminio a menudo se dan clertas condiciones
predetemninadas generadas por detalles constructivos, las cuales para
modificarlas requieren de enommes gastos y hacen Inconvenlente el
reequipamiento en su totalidad. Ademésm el espesor do Ja capa no es un

perametro at cual se tenga acceso directo para mediciones durante el proceso.

Tamblén es conocldo cque antes del revesfimienio con la capa de barrera
propiamente dicha, equipar e! substrato con una deigada capa de nucleadén

de un espesor apraximado de 5 nm (US 6,792,660). En muchos casos, esto
significa tamblén un paso adcional del proceso, el cual eleva ostensiblemente

Rl Wha Justicia Th. 83986

los costos de produccion.
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Por ofro lado se sabe que, antes de reallzar el revestimlento con una capa de
barrem, el substraio se trata con un magnetronplasma [ Ldbig, G. et al_; SVC

41st Annuai Technical Conference Proceedngs (1998) Pag 502). Esto
ocasiona una activacién y impleza de la superficie del substrato y procura una
mejor adherencia de la capa. De esta manera, el efecto de la barera se hace
menos dependiente de .a estequiomeiria de la capa de barrera. Empero, para

muchas usos o es suficiente el efecto de bamera a logmar de esta manera.

Finaimente, se sabe que la capa de barrera se metaiiza al alto vacio con un
gradiente de estequlometria (DE 198 45 268 C1). En estelipo de capas, sin
embargo, la gaduacién exacta de la estequiometria en el drea imite entre
capa y substrato representa un parimetro muy sensibie.

La tarea del invento es lograr un procadimiento, con tales substmtos en forma
de banda, sin grandes gastos tecnoldgicos poder fabricar capas de barrera
transparentes a base de 6xkioc de aluminio moadiante la metalizacion de alto
vacio reactiva. En caso de pequefias variaciones de la cuota de vaporizacion,
las cuaies no pueden descartarse totalments, en especial, cuando se utiliza
navecllias de vaporizacién, debe conservarse el drea de frabajo. B proceso
debe ser también realizable mediante el equipamiento complementario de las
instalaciones parta |a vaporizacion del akiminio.

Frdloctor Obcial Jullame
Rl Mhn Justicia N, s39/86

£C



De acuerdo con el invento, dicha tarea e soluciona con la solicitud de patente
1. Ampiiaciones ventajosas del proceso se describen en las solicitudes de
patente 2 a 18.

E Invento hace referencla al hecho conocido de que el efecto de barrera de
una capa de d&xido de aluminlo, en esencla, depende menos de f(a
estequiometria cuando el substrato, antes de su aplicacién por alto vacio con
la capa de dxkio de aluminio, se equipa con una capa metélica o de dxddo de
metal empolvada extremadamente deigada, Bajo el concapto de
exiremadaments deigada se enfiende un espesor de capa pam el cual no
puede formarse ninguna capa méds. Esto, en todo caso, queda exclukio sl el
revesimiento de la superficle no es suficlente para la formacién de una
shraclén atémica o moleculer completa, pero revestimlentos de supetficles un
poco superiores adn no conducen a la formacidn de capas cerradas. El
proceso de empolvamiento, lamado tamblén Chisporroteo, axige una limpieza
y activacién de la superficle del substrato. Esto eleva la adherencia de la
capa. Los Atomos da metal o las moléculas de éxido de meta) chisporroteados
al mismo lempo muestran, ademas, una adherencia especiaimente buena
debido a la energla de aparicién tipica para procesos de chisporroteo
(Sputter), b cual es conocido también de capas més gruesas de chispomoteo.
Empsero, lo ventajoso 88 que no se forman corfjentes de capa debido al

Rl M Jusdicia Th. 83986
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cubrimlento Incompleto del substrato con una capa no cerrada.

Las &eas del substrato, las cuales ain no estén cublertas después del
chisparroteo, estdn dispuesitas, ademés, activadas y limplas, pam e
revestimiento con la capa de barrera propiamente dicha de dxido de aluminio.
Se pudo consiatar que, en el caso de un prerrevestimiento de este fipo, la
dependencia del efecto de barrera esth much isimo menos marcada por la
estequiometria de la capa, que sin dicho prerrevesimiento.

Efectos especiaimente buenos de b.arrara pueden lograrse sl a continuacién
fiene lugar una aplicacién por alto vacio plasmaaciivada reactiva del substrato
prerevestido con dOxido de aluminio. Para la activacion de plasma es
aproplado especlaimente un plasma de descarga por arco voltdico de catado
hueco denso. Su efecto puede ser elavado arfiiclaimente mediante un
forzamientc magnético. Esto exige un dependencia muy baja del efecto de
barreraestequiometria de capa pam valores de barrera constantemente
buenos. Efectivamente, este plasma especial, gracias a su elevada densidad
de portadores da carga, genera la fonmacién de una estructura da capa éptima
para capa de barrera. Como desventajoso se mosird un plasma, el cual
proporciona en el subsirato una densidad de corienta da lones extrable
minimo, 20 mAsm’. Especlaimente ventajosos son las densidades de
comriente de lones que esté por encima de 50 mA/ mA/cm?.

Rowd M. Justicia Th. 23985
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Un modelo aspeclaimente ventajoso del proceso, segln el invento, se da si se
eprovecha el hecho de que Ia bamera fente al axigeno no depende de la
estequiometria en igual medida que frente al vapor de agua. Algunos
experimentos han dado por resuktado que el grado en que determinadas éreas
profundas de la capa contribuyen al efecto barrera de fa capa total,

depende en medida variada de Ia estequlometria.

8l la fransmisidn dptica de la cepa total se manfiene constante, de acuerdo
con [as exigenclas de Ias condiciones de uso posteriores, entonces la
absorcién de las diversas éreas prolindas de la capa puede varar de todas
maneras. Una capa con la estequiomefria disitribuida uniformemente sobre la
densidad total de la capa no puede diferenciarse de una estructura de
apllamiento de capas tolabmente transparentes y que estén muy por debajo de
la estequiometria. Lo mismo rige para capas, las cuales respecto de ia
estequiometria, estin brmadas como capas de gradiente. Los gradientes
diferentes no pueden ser determinados a parir de la medicion de la
transmisién Gplica, mientras no cambie (s absorcién de la capa total.

S existe un drea sobreestecquiométiica en carcanlas del substrato entonces se
dardn valores de barrera maios frente al vapor de agua y mesurados frente al
axigeno. Por el contrario, sl la parte baja de la capa contlene un érea
subestaquiométrica, enfonces se obtendré buenos valores de barrera tanto
para el vapor de agua como para el oxigeno. _

Entonces, con el invento se debe pretender el logro de dreas subestequlomé-

Rased Mha Jesticia Tho. x39/86
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tricas en la parte baja de |a capa cercanas del substrato. Las demds dreas de
la capa pueden ser sohreestequioméfricxas. Dichas éreas contribuyan, de
todas maneras, a ia barera de oxigeno, aunque sobre la barrera de vapor de
agua no tienen influencia alguna. De ello se puede concluir que estas dreas
serdn de baja densidad, por lo cual a la densidad de la capa total no se ie
aribuye importancia aiguna

Mediante la vaporizacidn reactiva del aluminic en combinacién con la
activacién medante un plasma de descarga por arco voltéico de catodo hueco
y un aparnato de chisporroteo segin e invento, por ejemplo, con titanio o
magnesio o reactivo con su Gxido pueden fabricarse ca<pas de bairera con
axcelente efecto de barera. Lo verdaderamente ventajoso acé es que ambos
pasos de revestimiento pueden reallzarse con el mismo lempo de paso del
subsirato, pues las cuotas de revestimiento se mueven entre sl en un relacién
parecida &l de ios cubrimientos de ias superficies a través de [a capa de
chisporroteo no cemada y la capa de barrera propilamente dicha. De esta
maners, el revestimiento puede ocurrr en un solo paso.

Bl proceso segin el Invento estd en lel prerevestimiento del substrato por
chisporroteo reactivo o no reactivo con una capa no cerrada de un metal o su

dxido y una vaporizaclén, a continuaclén, de aluminio de un vaponzador de
navecilla, un vaporizador de induccién o un vaporizador de haz de electrones.




18"

La evaporacién reactiva puede tener lugar tamblén en el caso de la formacién

de capas gradientes plasmaactivadas, lo cual contina mejorando Ias
propledades de barrera del producto final. La veniaja esencial del
procedimiento, hmandt.) en cuenta las capas de gradientes consiste en en el
sspesor extremadaments bejo de e capa subestequiomsétrica, debido al cual,
sdlo para un grado de oxidadén bajo se presenta una pérdida en la
transmislén retacionada con el valor nominal. Por este medio, en la mayotia de
los casos un paso adicional de oxidacion es superiuo. Todas las demas Areas
de la capa son, con todo, transparentes. En esie caso, el experimento no
persigue entonces, el logro de una subestequiometria lo més baja posible,

pero muy uniforme.

of
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PCTEP 0311477 16.10.2003 29.11.2002

O Anmeider

FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG... et al.

4. ERINNERUNG

Amtemn direkt zuzuleiten.

und Sttzung der Anspriiche batreffen.

1. Dem Anmelder wird mitgeteilt, daB3 ihm die mit der internationalen voridufigen Prifung beauftragte Behdrde
hiarmit den zu der Intemationalen Anmeldung ersteliten intemationalen vorlaufigen Prifungsbericht,
gegebenentalls mit den dazugehdrigen Anlagen, Obemittelt.

2. Eine Kople des Berichts wird - gegebenenfalls mit den dazugehdrigen Anlagen - dem Intemationalen Biro
zur Weiterlaitung an alle ausgewdhiten Amter Obermittelt.

3. Auf Wunsch eines ausgewahlten Amis wird das Intemationale Baro eine Ubersetzung des Berichts (jedoch
nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt Obemnitteln.

Zum Eintritt in dle nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewahiten Amt innerhalb von

30 Monaten ab dem Prioritatsdatum {oder in manchen
O (Einreichung von Ubersetzungen und Entrichtung nationaler Gebihren) vorzunehmen (Artiket 39 (1)) (siehe
auch die durch das Intemationale Blro im Formblait PCTABB01 Gbermittelte Information).

m noch spéter) bestimmte Handlungen

Ist einem ausgewahiten Amt eine Ubersetzung der Intemationaien Anmeldung zu Gbermitteln, so muB diese
Ubersetzung auch Ubersetzungen aller Anlagen zum Intemationalen vorlaufigen Prifungsbericht enthalten.
Es ist Aufgabe des Anmelders, soiche Uberastzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewdhiten

Waeitere Einzelheiten zu den maBgebenden Fristen und Erfordemissen der ausgewahiten Amter sind Band |l
des PCT-Leitfadens fGr Anmelder zu entnehmen,

Der Anmelder wird aut Artikel 33(5) hingewiesen, in welchem erklért wird, daf die Kriterien fir Neuheit,
erfinderische Téhtigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit, die im Artikel 33(2) bis (4) beschriaben werden, nur
fiir die intfernationale voriiufige Priifung Bedeutung haben, und daf "jeder Vertragsstaat (...) for die
Entscheidung Gber die Patentfahigkeit der beanspruchten Erfindung in diesem Staat zusétzliche oder
abweichende Merkmale aufstellen” kann (siehe auch Artikel 27(5)). Solche zusétzlichen Merkmale k&nnen
z.B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit, Erffordernisse fir die Offenbarung der Erfindung sowie Klarheit

Name und Postanschiift dar mit dar intemationalen Prifung
beaufiragten Bahdrde

’ Europiiisches Patentamt

D-80268 Minchen
Tol. +49 89 2398 - 0 Tx: 523656 apmu d
=  Fax: +49 B9 2300 - 4465

Bml:ﬂmﬂghr Badlansteter
Marchetto, L

Tel. +49 80 2300-2706 {Fj '}

Formblatt PCTAPEA/418 {Januar 2004)
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GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSBERICHT
(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Axianzeiche
n des Anmelders oder Anwatts WEITERES VORGEHEN ®ehe Mittellung Ober die Ubersandung des Intemationalen

02F41480 FEP PCT vorifufigen Prifungaberichts (Formbiatt PCTAPEA&18)
Intamationaloa Aldenzaichen Intamationales Anmeidedatum (TagiMonatliahr) | Priortitedatum (TagMManatiahr)
PCTEP 0311477 16.10.2003 29.11.2002

Intemationale Patentidassliikaion (IPK) oder nationale Kiassifiation und IPK

C23C1402

Anmelder

FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG... et al.

1. Dieser intemationale voriufige Priffungebericht wurde von der mit der Internationalen voridufigen Prifung
beauftragten Behdrdie eretellt und wird dem Anmelder gemaf Artikel 36 Gbermittelt.

2. Disser BERICHT umiaBt negesamt 5 Biatter einschileBiich dieses Deckblatts.

O AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bel; dabel handelt es sich um Blitter mit Beachrebungen, Ansprichen
undbder Zaichnungen, die geéndart wurden und diesam Bericht zugrunde llegen, undbder Blatter mit vor dleser
BehOrde vorganommenen Berichtigungen (siehe Regsl 70.18 und Abschnitt 807 der Verwaltungerichtiinien zum

Diese Anlagen umfassen insgesamt BiAtter.

3.  Dieser Bericht enthiilt Angaben zu folgenden Punkien:

| B Grundlage des Bescheids
O I O Priod
il O Kelne Erstellung elnes Gutachtens Ober Neuhelt, erfinderische Tatigkelt und gewerbliche Anwendbarkselt
IV 0O Mangeinde Einhettiichkelt der Erfindung
v K Begrlindete Feststellung nach Regel 66.2 a)il) hinsichilich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkelt und der
gewerblichen Anwandbarkait; Unteriagen und Erkidrungen zur Stiitzung dieser Feststellung
VI O Bestimmte angefithrte Unterlagen
Vil O Bestimmte Mingel der Intemnationalen Anmaldung
Vil 00 Bestimmte Bemerkungen zur intemationalen Anmeidung
Datum der Einrelchung des Antrags Datumn der Fertigsteliung diesas Berichts
31.03.2004 22.11.2004
Name und Postanschrift der mit der Intemationalen Prifung Bevolimachtigier Badiensteter
beauftragten Behdrda f"'--.
Europliiaches Patentarnt " \
D-80288 Manchen Mizera, E i
Tol. +49 B9 2309 - 0 Tx: 523656 epmu d \ f
Fax: +49 80 2300 - 4485 Tel. +49 B0 2309-8580 -

Formblatt PCTAPEA/409 (Decidiatt) (Januar 2004)
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PRUFUNGSBERICHT Intemationales Aktenzeichen PCT/EP 0311477

64

Grundiage des Berichts

1. Hinsichtlich der Bestandislle der intemationalen Anmeldung (Ersatzbldtter, die dem Anmeideamt auf eine

Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichis als "urspringlich
singereicht” und sind ihm nicht beigefilgt, well sle keine Anderungen anthalten (Regein 70.16 und 70.17)).

Beschreibung, Seiten

1-9 in der urspriinglich eingereichtan Fassung

Anspriiche, Nr.

1-18 in der urspringlich eingereichten Fassung

Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstshend genannten Bestandteile standen der Behérde in der Sprache, in der

die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfiigung oder wurden in dieser eingereicht, sofamn
unter diesemn Punkt nichts anderes angegeben ist,

Die Bestandteile standen der Behtrde in der Sprache:  zur Varfligung bzw. wurden in dieser Sprache
eingereicht; dabei handelt es sich um:

O die Sprache dar Ubersetzung, die flr die Zwecke der Intemationalen Recherche eingereicht worden ist
(nach Ragel 23.1{b)).

O die Verdfientlichungssprache der intemationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).

O die Sprache der Ubersetzung, die fir die Zwecke der intemationalen voridufigen Prifung eingereicht
worden Ist (nach Regel 55.2 undibder 55.3).

Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- undioder Aminosuresequenz ist die
internationale voridufige Prilfung auf der Grundlage des Sequanzprotokolls durchgefiihrt worden, das:

in der intemationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.

zusammen mit der intemationalen Anmeidung in computerlesbarer Form eingersicht worden ist.
bei der Bahdrde nachtriglich in schrificher Form eingereicht worden ist.

bel der Behdrde nachtraglich in computeriesbarer Form eingereicht worden Ist.

Die Erklérung, daB das nachtréglich eingereichte schriftiche Sequenzprotokoll nicht Gber den
Offenbarungegehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeltpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.

Die Erklarung, daf3 die in computeriesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

O Oooooao

. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgetallen:

O Beschmibung, Seiten:
Ansprilche, Nr.
Zeichnungen, Blatt:

O Ooa

Dieser Baricht ist chne Berlicksichtigung (von einigen) der Anderungen erstelit worden, da diese aus den
angegebenen Grinden nach Auffassung der Behérde diber den Offenbarungsgehait in der urspriinglich
elngereichten Fassung hinausgehan (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersalzt;létten die soiche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht
beizufiigen.

Formblatt PCTAPEA/400 (Januar 2004)
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PCTEP 03111477

6. Etwaige zusatziiche Bamerkungen:

V. Begrindete Feststellung nach Artikei 35(2) hinsichtlich der Neuhelt, der erfinderischen Tatigkeit und der
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erkllirungen zur Stitzung dieser Featstellung

1.

Feststellung

Neubheit (N) Ja:
Nein:

Erfinderische Tatigkait (1S) Ja:
Nein:

Gewerbliche Anwendbarksit (1A) Ja:
Nein:

Unterlagen und Erklarungen:

siehe Belbiatt

Formblatt PCTAPEA/408 (Januar 2004)

Ansapriiche
Anspriche
Anspriiche

Anspriiche

Anspriiche:
Anspriiche:

1-18

-18
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER intemationales Aktenzsichen PCT/EP 03/11477
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT

ZU FELD V:
1. Die folgenden Dokumente werden zitiert:

D1: US-A-5 792 550 (TODD DAVID W ET AL) 11. August 1998 (1998-08-11)
D2: DE 43 43 040 C (FRAUNHOFER GES FORSCHUNG) 26. Januar 1995
(1995-01-26) :

2. Aus D2 ist es bekannt, polymere Kunststofffolien mit einer Unterschicht, die aus
Aluminiumoxid bestehen kann, zu versehen, bevor eine transparente

O Barriereschicht, ebenfalls aus Aluminiumoxid, durch Magnetronsputtern

abgeschieden wird. Hierflr wird den Teilchenstrdbmen des Verdampfers und der

Magnetrons Reaktivgas zugefiihrt. (siehe Sp.3, Z.25-37, Sp.4, Z.5-9 und 27-50,

sowie Anspriiche 1, 4 und 8). Fiir die Unterschicht wird eine Schichtdicke von

Bruchteilen eines Nanometers abgeschieden (siehe Sp.3, 2.27).

3. Geméf Anspruch 2 der Anmeldung liegt eine unvollstédndig geschlossene Schicht
im Sinne der vorliegenden Anmeldung auch dann noch vor, wenn die Schichtdicke
bis zu einem Nanometer betriigt. Gemaf S. 4, Z2.22-30 der Anmeldung fihren
auch héhere Fléachenbelegungen als eine volistédndige Atom- oder Moleklllage
noch nicht zur Ausbildung einer geschlossenen Schicht.

4. Da in der vorliegenden Anmeldung auBer der Verwendung einer extrem diinnen

Schicht keinerlei MaBnahmen offenbart sind, die das volistindige Schlieen der
O Schicht verhindem, foigt aus der Offenbarung von D2 (die Schichtdicken von nur
Bruchteilen eines Nanometers gegendber einer Schichtdicke von bis zu einem
Nanometer geméfR der Anmeldung offenbart) zwangsléufig, daB die daraus
bekannten und sogar noch diinneren Schichten ebenfalls nicht geschlossen sind.
In.D2 sind keinerlei spezielle MaBnahmen erwiéhnt, die zur SchlieBung der extrem
dinnen Schichten fiihren wiirden.

5. DaB gemaB D2 eine Schichtdicke von Bruchteilen eines Nanometers mit 'wenigen
Atomlagen' (siehe Sp.3, Z.28) gleichgesetzt wird ist fir die Interpretation der Lehre
von D2 nicht von Bedeutung, da bei der Anwendung gleicher Ma3nahmen das
gleiche Ergebnis (also offene Schichten) zu erwarten ist. Uberdies wird nicht
ausdriicklich angegeben, daB die wenigen Atomlagen eine geschlossene Schicht
bilden.

Formbiatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 1) (EPA-April 1997)
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PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT

6. Aus diesen Griinden mangelt 8s dem vorlieganden Anspruch 1 an der
erforderlichen Neuheit und erfinderischen Tétigkeit (Art.33 (2) und (3) PCT).
Entsprechendes gilt fir die abhdngigen Anspriiche 2-18.

7. Die Verwendung einer duflerst dinnen, dort als Keimbildungsschicht
bezeichneten Schicht als Unterschicht fir eine anschlieBend abgeschiedene
Bamiereschicht aus transparentem Aluminiumschicht ist auch aus D1, Sp.1, Z.63-
65, Sp.3, Z. 8-30, Sp.5, Z.22-29 und 40-50 und Sp.6, Z.6-9 bekannt. Auch
gegenlber dieser Offenbarung kann keine erfinderische Tatigkeit erkannt werden.

Formblait PCT/Balbiat/400 (Biatt 2) (EPA-Apil 1887)
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AREA DE PATENTES

Remitente: La autorikiad encargada con la prueba provisional intemacional.
PCT
Ala Oficina de Patentes de Fraunhofer, Radicacidn: Nov. 23 de 2004
para ia Investigacion alemana
Leanrodstrasse 68
Manchen
Alsmania
COMUNICACION SOBRE EL ENVIO DEL INFORME INTERNACIONAL
PROVISIONAL DE LA PRUEBA
{Regla 71.1del PCT)

Fecha de envio: 22 de noviembre de 2004

Referencia del inscriptor o abogado COMU NICACION IMPORTANTE
02F41499 FEP PCT

"Referencia memacional | Fecha nscripcion ntemacional | Facha de priordad
PCT/EP 0311477 16 de octubre de 2003 28 de noviembre de 2002

Clasificacién intemacional de patentes (IPX) o clasificackin nacional @ IPK
C23C14/02
inscriptor:  FRAUNHOFER ~ GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG.... et al.
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Al Inscriptor se le comunica que por este medio se le transmite el Informe de
prueba intemacional provisional presentado a la autoridad encargada de la
piueba internacional provisional junto con la inscripcién internacional, dado el
caso con ks documentos correspondientes.

Una copia del informe se transmite —dado el caso con ia documentacion
carespondente — a la oficina intemacional para |a retransmisién a Ias oficinas
elogidas.

A peddo de una oficina elegida, a oficina intemacional enviaré & la misma una
traduccién del informe (aunque no el dispositivo) en Inglés.

MEMORIA:

Para la entrada en la fase nacional el inscriptor debe emprender, ante cada
oficina elegida, dentro de los freinta meses franscurridos a partir de la fecha
de prioridad (en clertas ofcinas Incluso mis tarde) en cletas gestiones
(entrega de traducciones y pago de derechos naclonales) (articulo 38 (1))
(véase también la informacién transmitida por la oficina intemacional en el
formato PCTABRD1).

Sl hay que fransmitir a una oficina elegida una traduccién del reglstro
intemnacional, dicha traduccién debe contener también traducciones de todos
los anexos al informe de prueba intemaclonal provisional. Es tarea de!
inscriptor prepara dichas fraduccliones y drigidas a Is comespondientes
ofcinas dirigidas.

iof Jolmrmiads
Rocel, M Jasliia Th. 83986



Otros detalles sobre los plazes y exigenclas delerminantes de las ofcinas
elegidas pueden ser tomados del tomo 2 de la guia PCT pam inscriptores.

En el articuio 33(5), en el cual se aclama al inscriptor que los criterios para
novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial descritos en el articulo
33(2) a (4) sdlo tienen significacion para la prueba Intemacional y que “todo
estado del contratn (.) pueda agregarie caracteristicas adicionalas o
diferentes para la desiclén sobre la capacidad de patente del kvento
reivindcado en ese estado” (véase tamblén articulo 27 (5)). Tales
carcteristicas adicionales pueden refadirse, par ejemplo, a excepclones de la
pateniabilidad, exigencias para la presentacién del invento, asl como clarkiad
de las relvindicaciones.

Nambre y direccién postal de ia autoridad encargada de la prueba intemacional:
Europitisches Patentamt

D-80288 Mlnchen

Teléfono: +49 89 2389 — 0 Tx: 523656 epmu d

Fen: +49 89 2398 — 4485

Funcionario apoderado: Marchetto, L.
Teléfono: +48 89 23988 - 2796

AT

el M Justicia Tho. 83986
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AREA DE PATENTES
PCT
INFORME INTERNACIONAL PROVISIONAL
(Articulo 36 y regla 70 del PCT)

Reterencla del Inscriptor o | PROGIMIENTO Véase comunicacién sobre el envio de
abogedo A SEGUIR ja prusba Intemacional provisional
02F41489 FEP PCT (ormulario PCT/IPEAM 18)

"Referencia imemacional | Fecha hternacinal  de | Fecha de prioridad
PCT/EP Q3N1477 Inscripcién 16 octubre 2003 | 29 de noviembre de 2002

inscriptor FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG... et al.

1. Este informe intemacionai provisional de la prueba fue elaborado por la
autoridad encargada de la prueba intemaclonal provisional y se transmite al
inscriptor de acuerdo alarticulo 36.

2. H presente INFORME sbarca an total 5 falos incluldo este folio de cublerta.

° Ademds, el Informe tiene ANEXOS; se frata de hojas con descripciones,
relvindicaciones y/o dibujos, que fueron modiicados y que sirven de
base a este mfyme, y/o fokos con correcciones hechas por dicha
autoridad (véase regla 7016 y capfulo 607 de las drectricas
adminisirativas del PCT).

Estos anexos abarcan en total folios.



£l presente informe confiene datos sobre bs sigulentes puntos:

| X
i
i
L
v X

Vi

Fundamentos de la respuesta

Prioridad

Ninguna presentacién de un diclamen sobre novedad, actividad
inventiva y aplicabliklad industrial

Uniformidad deficiente del invento.

Determinacién fundamentada segin regla 62.2 a) i) respecto de
la novedad la actividad inventiva y la aplicabilidad industrial;
documentos y deciaraciones como apoyo de esta determinacion.

Determinados documentos aportados.

v Daterminadas deficlenclas del registro intemacional.
A" Determinadas observaciones al registro intenaclonal.

Fecha de presentacion de fa sdliciud
31 de marzo de 2004

Fecha de elaboracién de esha Informe
22 de noviembre de 2004

Nombre y direccidn posial de la autoridad encargada de la prueba intemacional;

Europliisches Patentamt
D-80298 Minchen

Teléfono: +49 80 2399 — 0 Tx: 523656 epmu d

Fax: +49 89 2399 -~ 4485

Funcionario apoderado: Mizers, E
Teléfono: 45 89 2388 - 8580

Formulario PCTAPEAMO8 (cublerta) (enero de 2004)
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INFORME INTERNACIONAL PROVISIONAL DE LA PRUEBA

Referencia itemacional PCT/EP/ 031 1477

L

1.

Fundamentos del Informe

Respecto de los componentes del registro internacional (fofios de memplazo
reemplazo presentados & k oficina de registro por exigencia del articulo 14
valen en ef marco de asfa respuests como “prasentados ariginalimente®, y no
se agregan al mismo, por que no contienen modiicaciones (legias 70.10 y
70.17))

Descripcién, pégines

1a8 En la edicion presentaca originaimente

Relvindicacién, nGmero

1a18 En la edicién presentada originaimente

Respecto del languaje:

Todos los componentes clitados anteriormente a la autoridad estaban en el
lenguaje en que se presentd el registro intemacional, o fueron presentados en
ess lenguaje, mientras no se haya dicho otra cosa en dicho punto.

Los componentes fueron presentadaos a la autoridad en el sigulente lenguaje:

. El lenguaje de la traduccién en que fue presentado para los nes de la
indagacién intemacional (segin regla 23.1 (b))
. El lenguaje de publicacion del registro intemacional (segn regia 48.3

)

]

" Oheio!
Bl M Justicia Th. 83906
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El lenguaje de la traduccién presentada para los fines de la prusba
internacional provisional (sagin regla 55.2 yko 55.3)

Respecto de la secuencia del nucleStido y/o los aminoacidos presentados

en of registro intemacionai, la prueba Internacional fue realzada con base en

protocolo de secuenclas, el cual:

asth contenido en la forma escrita del registro intemacional.

fue presentado junto con el registro Intemacional legible en computador.
fue presentado méis tarde a la autoridad por escrito.

fue presentado més tarde a ia autoridad legible en computador.

Fue presantada in declaraciéon de que, en e momento del regisiro, el

protocolo de secuencias presentado por ascrito con posterioridad, no va
més alld del contenido declarativo del registro intemnacional.

Fue presentada la declaracion en el sentido de que las informaciones
contenidas en la brma legble en computador corrasponden al proincolo

de secuencias escrito.

Con base en las modificaciones quedan suprimidos los siguientes

documentos:

o Descripdén, Paghas:
. Reiindicaciones, Namero:
) Dibujos,

Rl Mhe Justicia Tho. 3986
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) Esta respuesta fue presantada tenlendo en cuenta fas (aigunas)
modificaciones, puesio que las mismas sobrepasan los findamentos
dados, segin Ia opinion de las autoridades sobre el contenkio
declarativo en la edicin originaimente presentada (regia 70.2 (c)).

(En lbs folios sustiutios que contienen thles modiicaciones debe
indlcarse en of punfo 1; los misimos se agregan al presente informe).

Observaciones eventuales adiclonales.

Determinacién fundamentada segin regla 35(2) respecto de la novedad,

ds la actividad inventiva y de la splicebliidad industrial; documentacién y

declamcionas pama apoyos ds ssta determinaclén.

Determinacién
Novedad (N) Sl: ReMindicacliones

No: Relvindicaclones 1 a 18
Actividad inventiva (IS) St Relvindicacimes

No: Relvindicadones 1 a 18
Aplicabilidad industrial (IA) St: Revindicaciones 1 a 18

No: Relvindicaciones:
Documentacién y declaraclones:
Véase hoja anexa.

v
Dradnctor Qflcial Julamenid

Kol M 7. 83986



INFORME N TERNACIONAL PROVISIONAL DE LA PRUEBA - HOJA ADICIONA
Referencia intemacional PCT/EP 03111477

RESPECTO DEL CAMPO V:

1.

Se citan los sigulentes documentos:

D1: US-A-5-782550 (TODD DAVID W ET AL) Agosto 11 de 1898

D2: DE 43 43 040 C (FRAUNHOFER GES FORSCHUNG) 28 de enero de
1895

De D2 se sabe que es posible proveer laminas de plastico polimeras con una
subcapa que puede esiar compuesta de dxido de aluminio antes de que se
desprenda una capa barrera transparente, asi mismo de dxido de aluminio,
mediante chispomroteo de un magnetrén. Para elio se suministra gas reactivo a
las corrlentes de particulas dei vaporizedor y de los magnetrones. (Véase
8p.3, Z.25-37, Sp 4, Z.5-9 y 27-50, asl como relvindicaclones 1, 4 y 8). Para la
subcapa se desprenden pocas capas de étomos (facclones de un nanémetro
-véase Sp.3, Z.27).

Segun relvindicacion 2 del registro, existe una capa cerrada incompleta en el
sentido del presente registro cuando el espesor de la capa alcanza, méximo,
un nenémefro. Segin S. 4, Z.22-30 del registo, las ocupaciones de
supericles més elevadas, como una capa de dtomo o molécula completa, no
conducen aln a la brmacién de una capa cerrada.

Puesto que en el presents registro, ademés de la utiiizacion de una capa
axirermadamente delgada no se presenta medda alguna que impida el clerre

L Od fmmmink
Rosed Mhe Justisia To. 839/86
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total de la capa, de la presentacién de D2 (los espesores de las capas de sélo
fracciones de un nandémelro frents a un espesor de capa de hasta un
nandémetro segin e registro presentado) no se desprende obiigatoriamente
que las capas conoclkias, inciuso las capas més deigadas, estén cermadas. En
D2 no se citan medidas especiries que puderan conducir al cierre de las
capas extremadamenta delgadas.

Que, segin D2, se equipare un espesor de capa de fracciones de un
nandémetro, con pocas capas de étomos (véase Sp. 3, Z.28) no es de
importancia para la interpretacion de la teoria de D2, puesto que pera la
uflizacién de iguales medidas debe esperarse un resultado similar (o sea,
capas ablertas). A este respecto, no se expresa explicitamente que las pocas
capas de dtomos formen una capa cerrada.

Por estas razones la presente reivindicaciin 1 adolece de la necesarla
novedad y actividad invenfiva (articulo 33 (2) y (3) del PCT). Lo mismo
corresponde para las reivindicaciones dependientes 2 a 18.

La utitizacién de una capa extrernadamente delgada, allf denominada capa de
formacién de gérmenes, como subcapa para una capa de barrera finalmente
carada de capa de aluminlo transparente, es conocido tamblén en Df, Sp 1,
2.68-65, Sp.3, Z.8-30, Sp 5, Z.22-28 y 40-60 y Sp.8, 2.8-9. Tampoco frents a
esta revelacién puede reconocerss actividad Invenfiva alguna.

g il

Rorod Mhe Justiie M. 8396
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VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM
GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLAUFIGEN

PROFUNQ BEAUFTRAGTE BEHORDE

An: IEINGEGANGEN pCT
Fraunholer-Patentstelle
for die deutsche Forsch 2 3. Nov| 2004
Loror::'odsu_ esa omoning MITTEILUNG UBER DIE UBERSENDUNG
80638 Minchen Ed. ...... oo bce e Eﬁ INTERNATIONALEN VORLAUFIGEN
ALLEMAGNE PRUFUNGSBERICHTS
(Regel 71.1 PCT)

Abasndeciatum

(Taghonatiiahs) 22.11.2004
Akitenzeichen des Anmeidom oder Anwalts
02F41498 FEP PCT WICHTIGE MITTEILUNG
Intemationales Aldenzeichen intemationales Anmeidedatum (TagMonatlahr) | Priortitedatum (Taghfonatiiahr)
PCTEP 0311477 16.10.2003 29.11.2002

Anmeider
FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG... et al.

Dem Anmelder wird mitgeteilt, daB ihm die mit der intemationalen voridufigen Priifung beauftragte Behdrde
hiermit den zu der intemationalen Anmeldung erateliten Internationalen voridufigen Prifungsbericht,
gegebenenfalls mit den darugehérigen Anlagen, dbermittelt.

Elne Kopie des Berichis wird - gegebenenfalls mit den dazugehdrigen Anlagen - dem Intemetionalen Biro
zur Weiterleitung an alle ausgewdhiten Amter Obermittelt.

Auf Wunsch eines ausgewiihiten Amts wird das Intemationale Biro eine Ubersetzung des Berichts (jedoch
nicht der Anlagen) ina Englische anfertigen und diesem Amt dbermitteln.

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewdhiten Amt innerhaib von

30 Monaten ab dem Priorititedatum (oder In manchen Amtem noch epéter) bestimmte Handlungen
(Einreichung von Ubersetzungen und Entrichtung nationaler Geblhren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe
auch die durch das Intemationale Bdro im Formblatt PCTAB/301 Gbermittelte Information).

Ist sinem ausgewahlten Amt eine Ubersetzung der intemationalen Anmeldung zu Gbermittein, so muf diese
Ubersetzung auch Ubersetzungen aller Anlagen zum intemationalen voriufigen Prifungsbericht enthalten.
Es Ist Aufgabe des Anmelders, soiche Ubersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewahiten
Amtem direkt zuzuleiten.

Waeitere Einzalheiten zu den mafigebenden Fristen und Erfordemissen der ausgewéhiten Amter sind Band Il
des PCT-Leitfadens fir Anmelder zu entnehmen.

Der Anmeider wird auf Artikei 33(5) hingewiesen, in welchem erkiért wird, daf3 dia Kriterlen fGr Neuhelt,
erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwsendbarkait, die im Artikel 33(2) big {4) beschrieben werden, nur
fr die intemationate voriufige Prifung Badeutung haben, und daB “jeder Vertragsstaat (...) fiir die
Entscheidung Gber die Patenttahigkeit der beanspruchten Erfindung in diesemn Staat zusétzliche oder
abweichende Merkmale aufstellen” kann (siehe auch Artikel 27(5)). Solche zusiziichen Merianale kdnnen
z.B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit, Erffordemisse fiir die Offenbarung der Erfindung sowie Klarheit
und Stitzung der Anspriiche betreffen.

Name und Postanschiift der mi der Intemationalen Pridfung Bevoliméchtigter Bediensteter
beauftragten Behbrde f'-\.,
Eu%w Marchetto, L ‘ﬁ"
D-80208 en
’ Tol. +49 80 2380 - 0 Tx: 523856 epmu d Tol. +48 89 2395-2798 \ j
— Fax: +49 89 2300 - 4485 -

Formbiatt PCTAPEA/418 {Januar 2004)
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PCT

VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM
GEBIET DES PATENTWESENS

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

77

Aldonzsichen des Anmeiders oder Anwalls
02F41489 FEP PCT

siehe Mittellung Gber die Ubersenchung dos Intemationalen
WEITERES VORGEHEN o5 #gen Prfungeberiohts

(Formbiatt PCTAPEAM18)

intemationales Aktenzeichen intamationalss Anmeidedalum (TagMdonailahr) | Prioiftadatum (Taghfonatiahr)
PCTEP 0311477 16.10.2003 20.11.2002

Intemationale Patentkiassifiiaiion (IPK) oder nationals Klassifiation und IPK

C23C1402

Anmaider

FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG... et al.

1.  Diesar Imemationale

PCT).

2. Dieser BERICHT umfaft Inegesamt 5 Blétter ainschileBlich diesse Deckblalis.

Diese Anlagen umfassen insgesamt Biéatter.

voridufige Prifungabericht wurde von der mit der Internationalan vorifufigen Prifung
beauitragten Behdde erstellt und wird dem Anmelder gemiiB Artikel 38 Obermittelt.

0 AuBerdem llegen dem Bericht ANLAGEN bel; dabe! handelt es eich um Blatter mit Beschrelbungen, Ansprichen
undider Zeichnungen, dle gelindert wurden und diesem Bericht zugrunde llegen, undbdér Biitter mit vor disser
Behbrde vorgenommanen Berichtigungen (slohe Regel 70,18 und Abechniit 607 der Verwaliungerichiiinien zum

3. Digsar Bericht anthiilt Angaban zu folgenden Punkien:

I [ Grundlage des Beachelds
&) I O Priomat
N [0 Keine Erstellung sines Gutachtens Gber Neuhelt, erfinderiache Tatigkelt und gewerbliche Anwendbarkesit
IV [0 Mangeinde Einheltiichketlt der Erfindung
V [ Begrindete Feststellung nach Regel 68.2 a)il) hinalchtiich der Neuhett, der erfinderischen Tatigkelt und der
gewerblichen Anwandbarieelt; Unteriagen und Erkidrungen zur St0tzung diessr Feststeliung
Vi {1 Bestimmte angefihrie Unterlagen
VIii OO0 Bestimmie Méinge! der intemationalen Anmeldung
Vil 00 Bestimmts Bemerkungen zur intemationalen Anmeldung

Datum der Einrelchung des Anirags

Datum der Fertigstellung dieses Barichia

Fax: +40 89 2300 - 4465

31.03 2004 22 11.2004
Namp und Postanechrit der mit der intemationalen Priiung Bevolimichiigier Bedlenstatar
beaufragten Bohdrde /"‘N
Europiilaches Patentamt : \
’ D-80288 Manchen Mizera, E {
Tel. +48 B3 2398 ~ 0 T 523666 epmu d J

Tel. +49 69 2399-8580

’

L

Formblatt PCTAPEA/409 (Decidialt) (Januar 2004)



INTERNATIONALER VORLAUFIGER
PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCT/EP 0311477

Grundiage dea Berichts

1. Hinsichtlich der Bestancitelle der intemationalen Anmeldung (Ersatzbidtier, die dem Anmeideamt auf eine

Aufforderung nach Arbikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichis als “urspringlich
eingereicht" und sind ihm nicht beigefagl, wmlsnkamaﬂndamman aenthalten (Regein 70.16 und 70.17)).

Besachreibung, Selten

18 in dar urapringlich eingereichten Fassung
Anaprilche, Nr.
1-18 in der ureprilnglich eingereichten Fassung

Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandtelle standen der Behdrde in der Sprache, in der
die intemationale Anmeldung aingerelcht worden ist, zur Verflgung oder wurden in dieser eingereicht, sofem
unter diesem Punkt nichts anderes angegaben ist.

Die Bestandtsile standen der Behdrde In der Sprache:  zur Verflgung bzw. wurden in dieser Sprache
eingersicht; dabel handelt es sich um:

O die Sprache der Ubersetzung, die fir die Zwecke der intemationalen Recherche eingereicht worden ist
(nach Regel 23.1(b)).

O die Verdffertiichungssprache der Intemationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).

O die Sprache der Ubersetzung, die fir die Zwecke der intemationalen voriaufigen Priffung eingereicht
worden ist {nach Regel 5§5.2 undbder 55.3).

Hinsichtlich der in der intemationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- undioder Aminosiiuresequenz ist die
intemationale voridufige Prifung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefihrt worden, das:

in der intemationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.

zusammen mit der intemationalen Anmeldung in computeriesbarer Form eingereicht worden ist.
bei der Behdrde nachtréglich in schriflicher Form eingersicht worden ist.

bei der Beh&rde nachtrigiich in computeriesbarer Form aingereicht worden ist.

Die Erkidrung, daB3 das nachtriiglich eingereichte schriftiche Saquenzprotokoll nicht dber den
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.

Die Erklarung, daB die in computerieabarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen
Sequenzprotokoll antsprechen, wurde vorgelegt.

O OOgooOoao

. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen forigefallen:

1 Beschrsibung, Seiten:

OO Anspriche, Nr.:

O Zeichnungen, Blatt:

O Dieser Bericht ist ohne Berlicksichtigung (von einigen) der Anderungen erstelit worden, da diese aus den

angegebenen Griinden nach Auffassung der Bahdrde Gber den Offenbarungsgehalt in der urspringlich
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Emlz.‘.)iﬂnar, die soicha Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diasem Bericht
beizufiigen.

Formblatt PCTAPEA/408 (Januar 2004)



INTERNATIONALER VORLAUFIGER

PRUFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCTEP 0311477

gl

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen:

V. Begriindets Feststallung nach Artikel 35(2) hinsichtiich der Neuhelt, der erfinderiachen Titigkeh und der
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erkiirungen zur Stiitrung dieser Feststeliung

1. Festsisllung
Neuheit (N) Ja:
Nein:
Erfinderische Tétigkeit (IS) Ja:
Nein:

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja:
O Nein:
2. Unterlagen und Erkdérungen:

sishe Belblatt

Formblatt PCTAPEA/408 (Januar 2004)

Formblatt PCT/Beiblati/408 (Blakt 1) (EPA-April 1697)

Anspriiche

Anspriiche
Anspriiche

Anspriiche

Anapriche:
Anspriche:



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Intemationales Aktenzeichen PCT/EP 03/11477
PROFUNGSBERICHT - BEIBLATT

ZUFELD V:

1.

Die folgenden Dokumente werden zitiert:

D1: US-A-5 792 550 (TODD DAVID W ET AL) 11. August 1998 (1998-08-11)
D2: DE 43 43 040 C (FRAUNHOFER GES FORSCHUNG) 26. Januar 1995
(1995-01-26)

Aus D2 ist es bekannt, polymere Kunststofffolien mit einer Unterschicht, die aus
Aluminiumoxid bestehen kann, zu versehen, bevor eine transparente
Bamiereschicht, ebenfalls aus Aluminiumoxid, durch Magnetronsputtem
abgeschieden wird. Hierfir wird den Teilchenstrdmen des Verdampfers und der
Magnetrons Reaktivgas zugeflhrt. (siehe Sp.3, Z.25-37, Sp.4, Z.5-9 und 27-50,
sowie Anspriiche 1, 4 und 8). Fir die Unterschicht wird eine Schichtdicke von
Bruchteilen eines Nanometers abgeschieden (siehe Sp.3, Z.27).

GeméB Anspruch 2 der Anmeidung liegt eine unvolistandig geschlossene Schicht
im Sinne der vorliegenden Anmeldung auch dann noch vor, wenn die Schichtdicke
bis zu einem Nanometer betréigt. GeminB S. 4, Z.22-30 der Anmeldung fihren
auch héhere Flédchenbelagungen als eine volisténdige Atom- oder Molekiillage
noch nicht zur Ausbildung einer geschlossenen Schicht.

Da in der vorliegenden Anmeldung auf3er der Verwendung einer extrem diinnen
Schicht keinerlei MaBBnahmen offenbart sind, die das volistéindige Schlie3en der
Schicht verhindem, foigt aus der Offenbarung von D2 (die Schichtdicken von nur
Bruchteilen eines Nanometers gegeniiber siner Schichtdicke von bis zu einem
Nanometer gemé#B der Anmeldung offenbart) zwangslaufig, daB die daraus
bekannten und sogar noch danneren Schichten ebenfalls nicht geschlossen sind.
In D2 sind keinerlei spezielle MaBnahmen erwéhnt, die zur SchlieBung der extrem
diinnen Schichten fiihren warden.

DaB geméf D2 eine Schichtdicke von Bruchteilen eines Nanometers mit ‘wenigen
Atomlagen' (siehe Sp.3, Z.28) gleichgesetzt wird ist fiir die Interpretation der Lehre
von D2 nicht von Bedeutung, da bei der Anwendung gleicher MaBnahmen das
gleiche Ergebnis (also offene Schichten) zu erwarten ist. Uberdies wird nicht
ausdriicklich angegeben, daB die wenigen Atomlagen eine geschlossene Schicht
bilden.

Formblalt PCT/Beitilait/409 (Blaht 1) (EPA-April 1967)
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER Intemationales Aktenzsichen PCT/EP 03/11477
PROFUNGSBERICHT - BEIBLATT

6. Aus diesen Griinden mangelt es dem vorliegenden Anspruch 1 an der
erforderlichen Neuheit und erfinderischen Ttigkeit (Art.33 (2) und (3) PCT).
Entsprechendes gilt fiir die abh@ngigen Anspriiche 2-18.

7. Die Verwendung einer auBerst diinnen, dort als Keimbildungsschicht
bezeichneten Schicht als Unterschicht fir eine anschlieBend abgeschiedene
Barriereschicht aus transparentem Aluminiumschicht ist auch aus D1, Sp.1, Z.63-
65, Sp.3, Z. 8-30, Sp.5, Z.22-29 und 40-50 und Sp.6, Z.6-9 bekannt. Auch
gegeniber digser Offenbarung kann keine erfinderische Tatigkeit erkannt werden.

Formblatt PCT/Belblatt/408 (Blatt 2) (EPA-Aprl 1867)
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Der Bescheid benennt aks Entgegenhaltungen

(1) US-A-5 792 550
(2) DE4343040 C.

Mit dem Bescheid wird der Anspruch 1 der Anmelderin zum einen durch Entgegenhaltung D2
mangels Neuheit und erfinderischer Tatigkeit und zum anderen durch Entgegenhaltung D1
mangels erfinderischer Tatigkeit als mcht gewdhrbar bezeichnet. Dem kann sich die Anmelderin

nicht anschiieBen.

Mit Anspruch 1 soll ein Verfahren zum reaktiven Bedampfen bandfomiger Substrate mit einer
transparenten Aluminiumoxid-Barriereschicht unter Schutz gestelit werden, bei welchem vor der
Beschichtung mit Aluminiumaxid eine unvollstindig geschlossene Schicht aus einem Metall oder
einem Metalloxid durch Magnetronsputtemn auf das Substrat aufgebracht wird.

Ein wesentliches Merkmal des erfindungsgemaBen Verfahrens besteht darin, dass die Metall-/
Metalloxid-Sputterschicht derart aufgetragen wird, dass keine geschlossene Metall/Metalloxid-

Sputterschicht ausgebildet wird (Beschreibung Seite 4, Zeilen 23 bis 27).
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Wenn eine Substratoberfiiche mit einer Schicht versehen wird, ist diese Schicht aus Sicht der
Anmelderin dann keine geschlossene Schicht bzw. ist eine unvollstindig geschlossene Schicht,
wenn die Substratoberflache zumindest einen Flachenabschnitt aufweist, innerhalb dem die
Substratoberflache nicht mit dem Material der aufgetragenen Schicht bedeckt ist, d. h. die Schicht

weist in diesem Flachenabschnitt ein ,Loch” bzw. bei mehreren derartigen Flachenabschnitten
mehrere . Locher” auf.

In der Beschreibung werden von der Anmelderin Wege aufgezeigt, wie eine unvollstandig
geschlossene Schicht ausgebildet werden kann. Eine unvolistandig geschlossene Schicht wird
beispielsweise dann ausgebildet, wenn ein Material derart zerstiubt wird, dass die Flachenbelegung
mit zerstiubtem Material nicht einmal fir das Ausbikien einer volistandigen Atom- ader Molekill-
lage ausreicht (Beschreibung Seite 4, Zeilen 27 bis 29). Bei einer derartigen Vorgehensweise werden
mﬁuﬁg .LBcher” in der abgeschiedenen Schicht und somit eine unvollstandig geschlossene

icht entstehen.

Die Textpassage in der Beschreibung Seite 4, Zeilen 29 und 30 ..., aber auch etwas hohere
Hachenbelegungen filhren noch nicht zur Ausbildung geschlossener Schichten®, ist keinesfalls
derart zu deuten, dass eine Schicht, bei der eine oder gar mehrere Atomlagen die Oberfliche eines

2u beschichtenden Substrates volisténdig bedecken, noch als unwollstandig geschlossene Schicht im
Exfindungssinn angesehen werden kann.

Vielmehr st diese Textpassage derart zu verstehen, dass bei einem auf Magnetronzerstiuben
beruhenden Beschichtungsvorgang, bei dem die Oberflache eines Substrates mit einer Anzahl
zerstiubter Teilchen pro Aacheneinheit _beschassen” wird (Flachenbelegung), die ausreichen
wiirde die Oberfliche des Substrates mit genau einer Atomlage volistindig zu bedecken, aufgrund
zufélliger Verteilungsschwankungen zerstiubter Teikhen zum einen Aachenabschnitte entstehen
kdnnen, die mehrere Atomlagen aufweisen und zum anderen Fidchenabschnitte, die frei von
zerstiubten Teilchen sind, wodurch eine unvolistndig geschlossene Schidht (eine Schicht mit
=L6chem®”) entsteht. Auch eine geringfiigig hhere Aachenbelegung (Anzahl zerstaubter Teilchen
pro Flacheneinheit beim . Beschuss” einer Substratoberfiiche) filthrt in der Praxis aufgrund von
Verteilungszufalligkeiten zum gleichen Ergebnis.

Wird die Flachenbelegung zerstaubter Teilchen kontinuierlich weiter erhdht, gelangt man
schlieBlich zu einer FlachenbelegungsgriBe F, bei der auch unabhangig von zufilligen Verteilungs-
schwankungen zerstaubter Teilchen zumindest eine Atomiage des zerstiubten Materials volistandig
die Oberfliche des zu beschichtenden Substrates bedeckt. Hierbei entsteht eine volistindig
geschlossene Schicht im Erfindungssinn, d. h. eine Schicht ohne , Locher”.

Erfindungswesentlich ist, dass eine unvolistandig geschlossene Schicht aus einem Metall oder einem
Metalloxid, also eine Schicht mit _Lochem®, unter einer Aluminiumoxidschicht aufgestaubt wird,
unwesentlich ist hierbei, ob die Metall/Metalloxid-Schicht zwischen benachbarten _Lochem® eine
oder mehrere Atom- oder Molekiillagen aufweist.

/4
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Durch eine unvolistindig geschlossene Sputterschicht aus einem Metall oder einem Metalloxid
unter einer transparenten Aluminiumoxidschicht werden erfindungsgemaB im Wesentlichen zwei
Vorteile miteinander verkniipft. Zum einen dienen die gesputterten Metall- oder Metalloxidteilchen
als eine Art ,Ankerbausteine” auf einem bandfGrmigen Substrat und sorgen fiir eine bessere
Haftung einer aufzudampfenden Barriereschicht aus Aluminiumoxid. Zum anderen kompensieren
bzw. verhindem die ,Lcher” in der Sputterschicht das Aufireten mechanischer Spannungen
2wischen der unvolistindig geschlossenen Sputterschicht und der aufgedampften Aluminium-
oxidschidht, wodurch Rissbildungen in der Aluminiumoxidschicht vermieden werden (siehe
Beschreibung Seite 4, Zeile 30 bis Seite 5, Zeile 2). Mit einem derartigen Schichtsystem kdnnen
somit erhchte Bamiereeigenschaften realisiert werden.

Ein weiterer Vorteil eines erfindungsgemaB hergestellten Schichtaufbaus besteht darin, dass
Bamiereeigenschaften eines delartlgen Schichtsystems eine geringere Abhangigkeit gegeniber
Stodmmetnesdlmnkungen in der aufgedampften Aluminiumoxidschicht aufweisen (Beschreibung
Seite 5, Zeilen S bis 8). Dies ist besonders vorteilhaft bei Beschichtungsvorgangen, bei denen das
Bedampfen mittels Schiffchenverdampfem erfolgt. Schiffchenverdampfer sind geeignet, groB-
fidchige Substrate mit hoher Abscheiderate 2u bedampfen. Es ist jedoch ein hoher Aufwand
erforderlich, um auf ein groBflichiges Substrat mittels Schiffchenverdampfer eine Schidht mit
gleichbleibender Stachiometrie aufzutragen. Das erfindungsgemaBe Verfahren zeigt daher auch
einen Weg auf, wie hohe Barriereeigenschaften bei Aluminiumoxidschichten realisierbar sind, die
groBflachig mittels Schiffchenverdampfem aufgetragen werden.

J\us D2 ist eine Barrierefolie mit einem Schichtsystem bekannt, bei welchem zunéichst eine ge-

sputterte Unterschicht auf eine Polymerfolie, darauf eine plasmagestiitzt aufgedampfte Bamiere-
schicht und auf dieser eine gesputterte Deckschicht aufgebracht werden. Als technische Lehre ist
dieser Schrift weiterhin zu entnehmen, dass alle drei Schichten als Gradientenschichten, d. h. mit

einem kontinuierichen Ubergang von einer Schicht zur nachsten Schicht, auszubilden sind, um eine

gewiinschte Bamierewirkung zu erzielen.

l Bei einem erfindungsgeméaBen Verfahren werden hingegen nur zwei Schichten, eine unvolistindig

geschlossene Metall- oder Metalloxid-Sputterschicht als Unterschicht und eine Aluminiumoxid-
bedampfungsschicht, auf ein barxifdrmiges Substrat aufgetragen um eine gewinschte Barmiere-
wirkung zu erzielen, wobei gem3B Anspruch 1 keine der beiden Schichten zwangsweise als
Gradientenschicht auszubilden ist, wie aus D2 bekannt. Die technischen Lehren der D2 kdnnen
demnach aus Sicht der Anmelderin einem Verfahren mit den Merkmalen gemaB Anspruch 1 nicht
neuheitsschadlich entgegenstehen.

Aus D2 ist weiterhin bekannt, dass die Schichtdicke der Sputterschichten (Unterschicht und Ober-

schicht) nur Bruchteile eines Nanometers betragen kann. Zum Erreichen des erwiinsdhten Effekts
muss die Sdudrl:dncke jedoch mindestens wenige Atomliagen betragen (Spalte 3, Zeilen 25 bis 28).
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\/.Wenige Atomlagen® bedeutet jedoch, dass mindestens zwei Atomlagen ausgebildet werden
miissen. Da in der gesamten Schrift kein Hinweis bezliglich einer unvolistindig geschlossenen
Schicht (also einer Schicht mit ,Lichem™) erkennbar ist, muss ein Fachmann davon ausgehen, dass
eine jeweilige Atomlage oder eine Schicht volistindig, also als geschlossene Schicht bzw. Atomlage
auszubilden ist. Ein Fachmann erhélt somit aus D2 die technische Lehre: Bilkde eine Sputterschicht
als geschlossene Unterschicht aus, deren Dicke grdBer oder gleich zwei Atomlagen istl Untergrenze
bei der Schichtdicke sind auf jeden Fall zwei volistndig ausgebildete Atomlagen, wobei zum
Ausbilden einer Gradientenschicht (wie im Anspruch 1 gefordert) iiblicherweise viel mehr als nur
zwei Atomlagen erforderlich sind. Aus D2 erhalt der Fachmann somit keinerlei Hinweis eine
Sputter{unter)schicht mit einer Schichtdicke auszubilden, die kleiner als zwei Atomlagen ist bzw.
eine Sputterschicht auszubilden, die urvolistandig geschlossen ist, also ,Locher” aufweist.

Dem Erfindungsgedanken gemaB Anspruch 1 ist jedoch die Lehre zu entnehmen: Bilde eine un-
volistindig geschlossene Sputterschicht (Unterschicht) aus einem Metall oder enem Metalloxid,

d. h. eine Schicht, bei der noch nicht einmal eine Atomlage oder eine Molekiillage flichendeckend
ausgebildet istl

Aus D2 erhilt ein Fachmann auch keinen Hinweis dahingehend, ob eine gewiinschte Barriere-
wirkung chne Sputterdeckschicht Gberhaupt realisierbar ist, wie es beim erfindungsgemaBen
Verfahren der Fall ist.

Entgegen der Meinung der Pritfungsstefle ist es aus Sicht der Anmelderin aus D1 nicht bekannt,
eine Keimbildungsschicht als Unterschicht fiir eine anschlieBend abgeschiedene Barriereschicht aus
transparentem Aluminiumoxid zu verwenden.

/ Vielmehr ist aus D1, Fig. 1 bis 4 sowie Fig. 6 bis 8 und den dazugehdrenden, von der Prilfungsstefle

ztierten Textpassagen ein transparentes Barriere-Schichtsystem bestehend aus einer Siliziumdioxid-/
Magnesiumoxid-Barriereschicht (17) und einer darunter angeordneten Keimbildungsschicht (16),
weiche beispielsweise aus Aluminiumoxid bestehen kann, bekannt.

/ Aus D1 (Anspriiche 1 bis 10) ist es weiterhin bekannt, ein transparentes Bamiereschichtsystem

gegen(iber Wasser und Sauerstoff auszubilden, indem auf einem flexiblen transparenten Substrat
eine einzelne Bamiere-Schicht aus einem einzelnen Material, welches beispielsweise Aluminiumoxid
sein kann, abgeschieden wird. Aus D1 erhilt ein Fachmann jedoch weder einen Hinweis, wie die
Haftung einer Aluminiumoxid-Bamiereschicht auf einem Substrat erhoht werden kann, noch erhitt
dieser einen Hinweis, wie Rissbildungen in einer aufgedampften Aluminiumoxid-Barriereschicht
vermindert bzw. verhindert werden kSnnen.

./ Es kann somit zusammengefasst werden, dass ein Fachmann weder zu dem technischen Problem,
Rissbildungen in einer aufgedampften Aluminiumaxdschicht zu vermeiden und dennoch eine
Aluminiumoxidschicht mit guter Haftung und hohen Barriereeigenschaften zu realisieren, noch zu
dessen Losung, dies beispielsweise durch eine unvolstindig geschlossene Metall- oder Metalloxid-
sputterschicht aks Unterschicht zu realisieren, einen Hinweis aus einer der Entgegenhaltungen D1

oder D2 erhilt, so dass ein Verfahren gemaB Anspruch 1 gegenilber D1 und D2 sowohl neu ist als
auch auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht.

i’
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Die abhéngigen Anspriiche 2 bis 18, welche nur in Verbindung mit Anspruch 1 Geltung erlangen,
sind demzufolge ebenso neu und erfinderisch.

Die Prifungsstelle wird daher gebeten, ihre Bedenken hinsichtlich der Patentfahigkeit zurlick-
2ustellen und die Gewahrbarkeit der Anspriiche 1 bis 18 festzustellen.

G f——

Gunter Lauermann
37641 AV
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Fraunhofer-Gesellschaft
Patentabteilung
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FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG... et al.

1. Dieser Bescheid ist der erate achiiftiche Beschaid der mit der intemationalan voriaufigen Prifung beauftragten
Behorde.

2, Dieser Bescheld enthdit Angaben zu folgenden Punkten:

I & Grundiage des Beschelds
I O Prdortat
Il O Keine Erstellung elnes Gutachtens Ober Neuhelt, erfinderische Tatigkelt und gewerbliche Anwendbarkelt
iv O Mangelinde Einhettiichkeit der Erfindung
V K Begrindeie Feststellung nach Regel 68.2 a)ii) hinsichttich der Neuhelt, der erfinderischen Titigksit und der
gewerblichan Anwendbarkelt; Unterlagen und Eridarungen zur Stdtzung diessr Festsisliung
Vi [0 Bestimmtie angefihrte Unterlagen
Vil OO0 Bestimmte Mangel der Intemationalen Anmeldung
O Vil O Bestimmte Bemeriungen 2ur intemationalen Anmeldung

3. Der Anmslder wird aufgefordert, zu dissem Bescheld Stellung zu nehmen.

Wann? Slehe oben genannta Frist. Der Anmelder kann vor Abluuf diuser Frist bel der Sehdnds eine
Verldngerung beaniragan, sishe Regel 88.2 d).

Wis? °  Durch Elnreichung einer schrifichen Stellungnahme und gegabenentalls von Anderungen
nach Regsl 68.3. Zu Form und Sprache der Anderungen, alehe Regein 68.8 und 88.9.

Dazu: Hinsichtiich einer zusdizfichen Mdglichkalt 2ur Elnreichung von Anderungen, siehs Regel 66.4.

Hinaichtiich der Verpfichtung des Prifers, Anderungen undbder Gegenvorstelfungen zu berlicksichtigen,
siehe Regel 86.4 bis.

Hinslchtlich einar formiagan Erdterung mit dam Priier, slehe Regel 68.8.

Vl'l'r‘:“lit-alne Stellungnshme aingersicht, sa wird der intemationale voriliufige Prilungsbericht aud dar Grundiage dleses Bascheldes
o

4. Der Tag, an dem der intemationale voridufige Prifungabericht
gemiB Regel 69.2 spitesiens arstellt seln mulB, ist der: 28.03.2005

Name und Postanschrift dar mit der Intemationalen Profung
beauftragten Behdrde

Europlileches Patentarmt

D-80208 Mlnchen

Tel. +49 BY 23009 - 0 Tx: 523656 epmu d
Fax: +49 B9 2390 - 4485

Bevoliméchtigter Badlenatater

Louca, M
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1.

Grundiage des Beschelds
Hinsichtlich der Bestandieile der intemationalen Anmeldung (Ersatzbiitter, die dem Anmeldeamt auf eine

Auﬁordemng nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Bescheids als "urspriinglich
eingereicht").

Beschrelbung, Seiten

1-9 in der urspringlich eingereichten Fassung
Anspriiche, Nr.
1-18 in der urapriinglich eingereichten Fassung

. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behérde in der Sprache, In der

die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verflgung oder wurden in dieser eingereicht, sofem
unter diasem Punkt nichts anderes angageben ist.

Die Bestandteile standen der Behdrde in der Sprache:  zur Verfilgung bzw. wurden in dieser Sprache
eingereicht; dabel handelt es sich um

O die Sprache der Ubersetzung, die fiir die Zwecke der intemationalen Recherche eingereicht worden ist
(nach Regel 23.1(b)).
O die Verdffentlichungssprache der intemationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).

O die Sprache der Ubersetzung, die fir die Zwecke der intemationalen vorlaufigen Prifung eingereicht
worden ist (nach Regel 55.2 undbder 55.3).

Hinsichtlich der in der Intemationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- undioder Aminoséuresequenz ist die
internationale vorlaufige Priifung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgetihrt worden, das:

in der intemationalen Anmeldung in schriftiicher Form enthalten ist.

zusammen mit der internationalen Anmeldung in computeriesbarer Form gingereicht worden ist.
bei der BehSrde nachtraglich in schriftlicher Form eingersicht worden ist.

bei der Behorde nachtriiglich in computeriesbarer Form asingereicht worden ist.

Die Erklarung, daB3 das nachtraglich eingereichte schriftiche Sequenzprotokoll nicht Ober den
Cffenbarungsgehalt der intemationalen Anmeldung Im Anmeldezeltpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.

Die. Erklarung, daB die in computeriesbarer Form erfassten Informetionen dem schriftlichen
Sequenzprotokoll entsprachen, wurde vorgelegt.

O oooOooano

. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unteriagen fortgefalien:

Beschreibung, Seiten:
Anspriiche, Nr.:
Zeichnungen, Blatt:

Oo.00a0

Dieser Beacheid ist ohne Berlicksichtigung (von einigen) der Anderungen erstelit worden, da diese aus den
angegebenen Grinden nach Auffassung der Behérde Ober den Offenbarungsgehatlt in der urspringlich
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

. Etwaige zusatzliche Bamerkungen:

Formblatt PCTAPEA/408 (Januar 2004)
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V. Begriindete Feststellung nach Regel 66.2(a)(li) hinsichtlich der Neuhelt, der erfinderlachen Titigkeit und
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unteriagen und Erkliirungen zur Stitzung dieser Featstellung

1. Feststellung
Neuheit (N) Anspriche 1-18
Erfinderische Tétigkeit (1S) Anspriiche 1-18
Gewarbliche Anwendbarkeit (IA) Anspriche

2. Unterlagen und Erkdérungen:

siehe Belbiatt

Formblatt PCTAPEA/408 (Januar 2004)



SCHRIFTLUICHER BESCHEID Intemationales Aktenzeichen PCT/EP 03/11477
BEIBLATT

ZU FELD V:
1. Die folgenden Dokumente werden zitiert:

D1: US-A-5792 550 (TODD DAVID W ET AL) 11. August 1998 (1998-08-11)
D2: DE 43 43 040 C (FRAUNHOFER GES FORSCHUNG) 26. Januar 1995
(1995-01-26)

. 2. Aus D2 ist es bekannt, polymere Kunststofffolien mit einer Unterschicht, die aus
Aluminiumoxid bestehen kann, zu versehan, bevor eine transparente
Barriereschicht, ebenfalls aus Aluminiumoxid, durch Magnetronsputtemn

o abgeschieden wird. Hierfar wird den Teilchenstrémen des Verdampfers und der
Magnetrons Reaktivgas zugefihr. (siehe Sp.3, Z.25-37, Sp.4, Z.5-9 und 27-50,
sowie Anspriiche 1, 4 und 8). Fr die Unterschicht werden nur wenige Atomlagen
(Bruchteile eines Nanometers - siehe Sp.3, Z.27) abgeschieden, so daB eine
unvolistandig geschlossene Schicht im Sinne der voriiegenden Anmeldung
vortiagt. GeméaB S. 4, Z.22-30 der Anmeldung fiihren auch héhere
Flachenbelegungen als eine vollstandige Atom- oder Molekiillage noch nicht zur
Ausbildung siner geschlossenen Schicht.

3. Demgegeniber mangelt es dem vorliegenden Anspruch 1 an der erforderlichen
Neuheit und erfinderischen Tatigkeit (Art.33 (2) und (3) PCT). Entsprechendes gilt
for die abhéngigen Anspriiche 2-18.

4. Die Verwendung einer duBerst diinnen, dort als Keimbildungsschicht

O bezeichneten Schicht als Unterschicht fir aeine anschlieBend abgeschiedene
Barriereschicht aus transparentem Aluminiumschicht ist auch aus D1, Sp.1, Z.63-
65, Sp.3, Z. 8-30, Sp.5, Z.22-29 und 40-50 und Sp.6, Z.6-9 bekannt. Gegeniber
diaser Offenbarung kann keine erfinderische Tatigkeit erkannt werden.

Formbilati PCT/Belbiatl/408 (Blatt 1) (EPA-Aprll 1887)



-l

FRAUNHOFER: Oficina de Patentes para la investigacién Alemana

Direccién del Instituto: Dr. Helmut Schubert §nterino)

Leonrodstrasse 68, D-80638 Munchen - TEL. 48 ©)88/12050

Manchen, octubre 18 de 2004

Comreo Certificado

Oficina europea de patentes

Erhardistrasse 27

80208 Mlnchen

Carreo del 28 de jullo de 2004 Nuestra referencia: 02F41499-FEP 164 PCT

Registro de Patente: PCT/EPO3/ 11477

Thulo: Proceso pam la aplicacién por alto vacio de substratos en forma
de bandas con una capa barrera transparents de &xido de
aluminio.

Caso PCT niimero: 02F41499-FEP 184 PCT

Respuesta oficial del 28 de junio de 2004, radicada el 28 de julio de 2004.

La respuesta citada como presentacliones

(1) US-AS 792 550

(2) DE-4343040C.

Con la respuesta se designa como no otorgable la Pretensidn 1 de la Inscriptora, por

un lado mediante la presentacién D2, debido a la faka de novedad y actividad

inventive, y por el otro, mediente la prasentacion D1 debido a la falta de actividad

gkl

nventiva. La insctiptora no se puede adherirse a ésia.
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Con la pretensién 1 debe colocarse bajo protecdén un proceso para la aplicacién de
aito vacio de substratos en forma de bandas con una capa barrer trensperente de
dxido de aluminio, proceso en el cual, antes del recubrimiento con éxido de aluminio
$@ coloca sobre el substrato una capa cemada incompleta de un metal o de un dxido
de metal mediante chisporoteo por medio de un magnetrén. '
Una caracteristica esanclal dal proceso dal hwenio consiste en que la capa de
metaléxido de metal por chisporoteo se aplica de tal manera que dicha capa no
quede cerrada (Descripcion pagina 4 lineas 26 a 27).

Desde el punto de vista de la Inscriptora, cuando una superficle de subsirato es
provista de una capa, dicha capa no queda cemada, o sea que la misma no queda
commplelamente cerrada si la superficie del substrato muestra minimo un trayecto
dentro del cual ia superiicle del substrato no queda cubleria con el material de la
capa que cubre, o sea la capa muestra en ese trozo de superficle un "hueco®, en o
caso de varios trozos de superficle de ese tipo, varios ‘huecos”.

En la descripcidn, la inscriptora muestra posibilidades de cdmo formar una capa
comada incompleta. Una capa cemrada incompleta se forma, por glemplo, sl un
material de ese tipo se pulveriza de tal manera que el cubrimiento de la superficle
con dicho materdal pulverizado no es suiclente para la formacién de una zona
atémica o molecular (descripcién pégina 4 lineas 27 a 29). Para este fipo de
procedimientc aparecerdn obligatoriamente “tuecos” en la capa desprendida, ¥ con

Rl M Jostiria Th. srofes
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El pasaje dal texto en la descripclon, pagina 4 Ineas 29 y 30, “..., pero tampaco
ocupaciones de superficies un poco més elevadas conducen a la formacion de capas
cerradas”, de ninguna manera puede entenderse en el sentido de que una capa, en
la cual una » Incluso varias zonas atdmicas cubren la superiicls de un subsimato a ser
recubierto, puede tomarse como una capa cemada incompleta, en el sentido del
nvento.

Mas blen, dicho pasaje debe entenderse an el sentido de que en un procesn de
recubrimienio referido a un pulverizado con magnetrén, la superficie de un substmto
se “dispara” (cubrimiento de supericie) con un némero de particulas puiverizadas por
unidad de supericie, nimero de particulas que deberian ser suficientes para cubrir
completamente k superiicle del substmato con, exaciamente, una capa de étomos,
debido a variaclones casuales en la distribucién de parficulas puerizadas; por un
lado pueden surgh sectores de superficle que muestren varias capas de dtomos, y
por el ofro, sectores de supericie que estdn llbres de perticulas pulverizadas, con lo
cual aparece un capa cemads incompieta (una capa con “huecos’). Al mismo
resultado conduce, en ia prictica, una ocupacién ds superficie (hdmero de particulas
puiverizadas por unidad de superficie en el “disparo” de una superficie de substrato)
minimaments més elevada, debido a ias casualidades de fa distribucién.

Sl se eleva confinuamente la ocupacién de superfcle con particulas pulverizadas se
logm fnhaimenta una magnitud de ocupaciin de superficle F, para la cual
independientemente de las variaciones casuales de la distribucién de particules
pulverizadas, una capa de dtomos del material pulverizado cubre, por io menos,

g s vkl
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totaimente la superficie del substrato a ser recublerto. En esle caso surge una capa
completamente cerrada, en el sentido del inventa, esto es, una capa sin "huecos”.
Esencial en ol nvento es que uha capa cemada incompleta de un metal o de un dxido
de metal o sea unsa capa con “huecos”, s@ empoiva bajo una capa de Gxido de
sluminio; act no es esenclial que la capa de metal u Oxido de metal muestre, entre
‘huecos” vecinos, una o varias capas de dtomos o de moléculas.

Desde el punto de vista del lnvento, mediante una capa por chisporroteo cerrada
incompleta de un metal o un dxilo de metal, bajo una capa de dxido de aluminio
fransparente, se entrelazan esenclaiments dos ventajas. Por un lado, las particulas
de metal o de éxido de metal chisporroleadas sirven como una especie de ‘bloque de
anciaje” sobme un substrato en forma e bandas, y ayudan a una mejor fjacion de
una capa barrera de éxido de aluminio a ser metallzada a alio vecio. Por otro lado,
los “huecos® en la capa chisporroteada compensan o Impiden Ia aparcién de
detenciones mecédnicas entre la capa chisporraieada cerrada incompieta, y la capa
de dxido de aluminio metalizeda por alio vacio; asl se evitan fisuras en la capa de
Gxido de aluminio (véase descripcién pagina 4, linea 30 hasta pégina 5 linea 2). Con
un sistema de capas de este tipo pueden obtenerse por lo tanto caracteristicas
elevadas de barrera.

Otra ventaja de un modelo do capa de acuerdo o inventa, consisie en que las
propiedades de la barrera de un sisterma de capas de este tipo, muesim une minima
dependencia de las variaciones estequiométricas en la capa de éxido de aluminio
metaizada por ako vacio (descripcion pagina 5, lineas 5 a B). Esto es especiaimente

proa vakf
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ventajoso en procesos de recubrimianto, en los cuales la aplicacién por alto vaclo se
realiza medante varacién en navecillas. Los vaporizadores de navecillas, son
apropiados para aplicaciin por alto vacko de substratos de gran superficie con
cuctas elevadas de desprendimiento. Sin embargo, la aplicacidn sobre un substrato
de gran superficie de una capa con esiequiometria uniforme mediante vaparizadores
de navecllias, exige altos castos. Por eso, el proceso descrito en el invento muestra
también un método sobre c6mo hacer realtzables propledades de bamaras elevadas
que deban ser aplicades en grandas superficles mediante vaporizadores de
naveclllas.

De D2 es conockia una pelicula de barrera con un sistema de capas, en la cual se
apiica primero una subcapa chisporroteada sobre una pelicula de polimeros, sobre
ella, una capa barera metallzada con alio vacio protegida contra plasma y sabre
ésta una capa de cubrimiento chispormoteada. Por atro lado, de este esciito puede
fomarse, como enseflanza técnica, que todas las tres cepas deben brmarse como
capas gradientes, es decir, con un paso continuo entre una capa y Ia ofra, a in de
obtener el efecto de barrera deseado.

Por el contrario, en el caso de un proceso segdn el invento, se aplican solamente dos
capas: una capa de dxido de metal 0 de metal, por chisporrateo, cerrada Incompleta,
como subcapa, y una capa de éxido de aluminio por aplicaclén a alto vacio sobre un
substrato en forma de bandas, a fin da obtener el efecto de barrem, de donde segin
la pretension 1 ninguna de las dos capas tienen que formarse obligatoriamente como
capa gradients, fal como se conocié en D2. Por lo tanto, desde el punto de vista de

AT
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la Inscripiora, las ensefianzas técnicas de D2 no pueden oponerse a un proceso con
las caracteristicas de la pretensién 1, haclendo dafio a la novedad.

Ademis, de D2 que el espesor de las capas chisparroteadas (subcepa y sobrecapa)
Gnicamente puede alcanzer una fraccién de un nandmetro. Empero, pam el logro del
efecto deseado el espesor de la capa debe ser, minimo, de unas pocas capas de
&tomos (columna 3 flias 25 a 28).

Sin embargo, “pocas capas de dtomos” signiica que deben formarse, minimo, dos
capas de dbmos. Puesto que en todo el escrito no se ve alusién alguno a capas
cerradas Incompletas (esto es, capa con ‘huecos®), u.n especialista debe partir de
que en cada caso hay que formar una capa de &tomos o una capa completamente
cefrada, 0 sea como capa o capa de dtomo carrada. Es declr, un especialista obtiene
de D2 |a ensefiaza hécnica: Forme una capa de chisporroteo como subcapa cefmada,
cuyo grosor es mayor o igual al grosor de dos capas de dtomos! En todo caso, el
limile pera el espesor de la capa son dos capas de diomos completamente formadas,
de donde para la formecién de una capa gradiente (tal como se exige en la
pretension 1) se exige mucho mas que sélo dos capas de dtomos. Por lo tanto, de
D2 ol especialista no obtiene Indicacion alguna sobre como formar una subcapa por
chisporrateo con un espesor da capa que sea menor a dos capas de &tomoe o cémo
formar una capa por chisporrateo que sea cerrada Incompleta, es deck, que muestre
“huecos”.

De Ia idea del invento de acuerdo a la pretensién 1 puede sacarse Ia enseflanza:
Forme una capa por chispomrateo cemrada incompleta (subcapa) de un metal o de un

M
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éxido de metal, esto es, una capa, pam la cual adn no se ha formado una capa de
dtomos o una capa de moléculas que cubren la superficiel

De D2, un especialista tampoco obtiene indicaclén en el sentido de sl, sin una capa
de cublerta por chisporroteo, es posible obtener un efecto de barera deseado, tal
como es 8l caso en el proceso del invenio.

En contra ¢a la opinién de la oficina de pruebas, desde el punto de vista de la
Inscriptora, de D1 no se saba la ufiizacién de una capa de brmecién de gérmenes
como subcapa para una capa fimal de barrera desprendida de dxido de aluminio
transparente.

Més bien, de D1, figura 1 a 4 asl como figura 8 a 8, y los pasajes del texto
comespondientes citados por ia oficina de pruebas es conocido un sistema de capa
barrera transparente compuasto de una capa barrera do oxido de sliclaxido de
magnesio (17) y una capa de brmacién de gérmenes colocada debajo, {a cual puede
constar, por ejemplo, de axido de aluminio por otro lado de D1 (relvindicaciones 1 a
10) es conocido la formacién de un sistema de capas de bamera transparente frente
al agua y axigeno, en el cual sobre un subgtato transparente flexible se expande una
capa barrera Gnka de un Unico material, el cual puede ser, por ejemplo, dxido de
aluminio. Sin embargo, de D1, un especlalista no obtiene ni una iIndicacién de cémo
puade alavarse iz adherencla de una capa barera de (xikio de aluminio sobre un
subsirato, nl como puede disminuirse o eviarse la formacién de fisuras en una capa
basrera de &xido de aluminio aplicada por afio vacio.

Rl M Jhskicia Th. 835156
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Par consigulente, puede resumirse que un especlalista de ninguna de las apclones
D1 o D2 obtiene, ni respecto al problema técnico como eviter fisuras en una capa de
dxido de aluminib aplicada por alto vacio, ni cdmo reafizar una capa de dxido de
aluminio con buena adherencla y elevadas propiedades de bamera, ni su solucion, ni
cdmo realiizar, por efemplo, una subcapa mediante una capa de &«ido de metal o de
metal por chisporroteo, cerada y compieta, de manera que un proceso segain
reivindicacién 1 frente a D1 y D2 es tanto nuevo como basado en una actividad
inventiva.

Las relvindicaclones dependientes 2 a 18, las cuales séio alcanzan valldez con la
" reivindicacion 1 son, en consecuencia, asi mismo nuevas e inventives.

Por ello, a la oficna de prusbas s8 l¢ solicita dejar para més tarde sus
consideraciones respecio de la poshiidad de patente y flar su permiso de las
relvindicaciones 1 a 18.

Gunter Lauermann

37641 AV

Fraunhofer — Gesalischaft

Departamento de patentes.
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AREA DE PATENTES
Remitents: La autorkiad encargada con la prueba provisional intemacional.
PCT

Aia Oficina de Patentes de Fraunhofer, Radicacién: Julio 29 de 2004
para la investigacién alemana
Leonrodstrasse 68 RESPUESTA ESCRITA
80638 Munchen (Regla 68 del PCT)
Alemania
Fecha de envio: 28 de jullo de 2004

 Referencia del inscriptor o abogado LA RESPUESTA VENCE

02741490 FEP PCT Dentro de 3 meses

a partir de la fecha de envio citada ariba

Referencia itemacional | Fecha inscripcién Intemacional | Fecha de prioridad
PCT/EP 03111477 16 de octubre de 2003 29 de noviembre de 2002

Clasificacién internacionel de patentes (IPK) o clasificacién naclonal e IPK

C23C14/02

Suscriptor: FRAUNHOFER — GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG... stal.

1. Esta respuesta es la primem respuesia escria de la autoridad encargada de
la prueba intemnacional provisional.

2 Esta respuesta confiene datos sobre ios sigulentes punios:
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Fundamentos de la respuesta

Prioridad

Sin dictamen sobre novedad, actividad inventiva y aplicablidad
industrial.

Uniformidad deficlente del invento.

Determinacién fundamentada segxin regia 662 a) i) respactn de
la novedad, de la actividad inventiva y de la placablidad
indusirial, documentos y aclaraciones para el apoyo de dicha
determinacién.

Documentos determinados citadoe

Determinadas deficiencias de la Inscripcién Intemacional
Determinadas observaclones sobre la inscripeidn intemacional

Al inscriptor se ie exige tomar posicién respecto a esta respuesta.

:Cuéndo? Véase el término citado amiba. Antes de transcurrido este plazo,

LComo?

el iInscriptor puede solicitar una prémroga ante la autoridad, véase
regla 66.2 d).

Mediants la presentacién por escrito de una toma de posicién y,
dado el caso, de modificaclones de acuerdo con la regla 66.3
Respecto de la forma y lenguaje de dichas modificaciones, véase
regla 66.8y 66.9.

Respecto de una posbilidad adclonal para Ia presentacion de

modificaciones véase regia 66.4.
i -
Lol Mha
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Respacto de la obligackén del revisor de tener en cuenta
modificaciones y/o contra propuestas, véase regia 68.4 bls.
Respecto de una discusidn informal con el revisor, véase ragle
66.6.
8l no se presenta una toma de posicién entonces @ informe internacional
provisional se presentaré con base en esta raspuesta.
4. La fecha en la cual debe ser presentado el informe Intemacional provisional
scbre la prusba, de acuerdo con Ia regla 68.2, es (por tarde) el 28 de marzo de
2005.

Nombre y direccidn postal de la autoridad encargada de Ja pruaba intemacional:
Europiiisches Patentamt

D-80298 Minchen

Teléfono: +49 89 2360 - 0 Tx: 523656 epmu d

Fax: +48 89 2399 — 4466

Funcionario apoderado: Mizera, E.
Oficdal encamgado (ncluida la prolongacién del plazo)
Louca, M

Teléfono: +49 89 2340 - 8104

Respussta sscrita:

pric
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Reterencla intemaclonal: PCT/EPD3 1147

Fundamentos de la respuesta.

Respecto de los componentes del registro intemacional (los folas de
reemplazo presentados a la ofkcina de registro por exigencia del erticulo 14
valen en el maxco de esta respuesta como "presentados ariginelmante”):
Descripcién, piginas

189 En la edicion presentada originaiments
Relvindicaclon, nimero
taiB En la edkitn presentada originaimente

Respecto del lenguaje:

Taodos los componentes cltados anterlormente a la autoridad estaban en el

lenguaje en que se presentd el registro Internactonal, o fueron presentados en

ase lenguaje, mieniras no se haya dicho otra cosa en dicho punto.

Los componentes fusron preseniados a la autoridad en el sigulente lenguaje:

) El lenguaje de la traducclén en que fue presentado para los nes de fa
indagacién intemacional (segdn regia 23.1 (b))

e  Ellenguaje de publicacién del registro Intemaclonal (segin regia 49.3
®))

° El lenguaje de ia traduccién presentada para los fines de la pusba
interaclonal provisional (segun regla 55.2 yo 55.3)

Y4
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Respecto de la secuencia del nuciedtide y/o los aminoécidos presentados

en el registro intemacional, ia prusba internacional fie realzada con base en

protocolo de secuencias, e cual:

osti contenido en la forma escita del registro intemacional.

fue presentado Junto con el registro intemaclonal legible en computador.
tue presentado més tarde a la autorkdad por escrito.

fue presentado més tarde a la autoridad legible en computador.

Fue presentada la declaracién de que, en el momento del regisiro, el
prolocolo de secuencias presentado por escrito con posterioridad, no va
més alé del contenido declarativo del registro intemacional.

Fue presentada ia declamacidn en el sentido de que las Informaclones
contenidas en la brma legble en computador comesponden al protocolo

de secuenclas ascrito.

Con base en las modificaciones quedan suprimidos los siguientes

documentos:

e  Descripcién, Péghas:
. Rehindicaciones, Ndmero:
. Dibujos, Fallo:

Esta respuesta fue presentuda tenlendo en cuenta las (algunas)
modiicaciones, puestc que las mismas sobrepasan los undamentos

Todocter Oh
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dados, segin la opinién de las autorkiades sobre el contenido
dedarativo en la edicién originaimente presentada (regla 70.2 (c)).
Observaciones evenfuaies adicionales.

Determinacién fundamentada segin regia §6.2 (a) (I} respecto de la
novedad, de la actividad inventiva y de la aeplicabilidad industrial;
documeniacién y declareciones para apoyos de esta detsrminecibn.

Determinacién

Novedad (N) Relvindcaciones 1 a 18
Actividad inventiva (1S) Relvindicaciones 1a 18
Aplicabliidad industrial (1A) Relvindicaciones
Documentacién y declaraclones:

Véase hoja anaxa

RESPUESTA ESCRITA - HOJA ADICIONAL
Relerencia iIntemacional PCT/EP 03/11477
RESPECTO DEL CAMPO V:

Se cltan los siguientes documentos:
DM: US-A-5-=792550 (TODD DAVID W ET AL) Agosto 11 de 1998
D2: DE 43 43 040 C (FRAUNHOFER GES FORSCHUNG) 28 de enero de

y‘
Fradctar Qhied Joremantuds
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De D2 se sabe que es posile proveer laminas de plastico polimeras con una
subcapa que puede estar compuesta de dxido de aluminio antes de que se
desprenda una capa barrera transparente, asi mismo de Gxido de aluminio,
mediante chispormrotso de un magneirdn. Para elio se suministra gas reactivo a
las corientes de particulas del vaporizador y de los magnetrones. (\Véace
Sp.3, 2.25-37, Sp 4, Z.5-8 y 27-50, asl como relvindicaciones 1, 4 y 8). Para la
subcapa se desprenden pocas capas de dtomos (fracclones de un nanémetro
-véasa Sp.3, Z.27), de manera que exista una capa cerrada Incompleta, en el
sentido del presente registro. Segin S.4, Z.22-30, del registro ocupaciones
del suministro mayores, como una capa de &lomo o de moléculas completa,
no conducen a la formacién de una capa cemrada.

Frente a esto la relvindicacién 1 adolece de una novedad necesara, y
actividad inventiva (articulo 33 (2) y (3) PCT). Lo mismo rige para las
relvindicaciones depandentes 2 a 18.

La utiiizacién de una capa extremadaments deigada, presentada alll como
capa de brmacion de gémenes, como subcapa, para t.;na capa barrera
fnaimente desprendida de una capa de aluminio transparente es conocldo
también en D1, Sp.1, Z83-85, Sp.3, Z. 830, Sp5, Z.22-20 y 40-50 y Sp.8,
Z28-9. Frente a esta presentacién no puede reconocerse actividad inventiva

alguna.

Tldacter O (1 :,”-
-z"’m‘-}-ﬁhﬂ-.m_
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From the INTERNATIONAL BUREAU

R l/l =PCT To:
NOTIFICATION CONCERNING FRAUNHOFER-PATENTSTELLE FUR DIE
SUBMISSION OR TRANSMITTAL DEUTSCHE FORSCHUNG
OF PRIORITY DOCUMENT 2. H. Herrn Gunter Lauermann
(PCT Administrative Instructions, Section 411) ;&m&f;;:“
Germany

Date of mailing {dey/month/year)

24 Novamber 2003 (24.11.03)
Applicant’s or agent's fils reference
International application No. Intemational flling date (day/month/vear)

PCT/EP03/11477 18 Cctober 2003 {16.10.03)
Internationea! publication date (day/month/year) Priority date (day/montiwyear)

Not yet published 29 November 2002 (29.11.02)

Applicant

FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. et al

The applicant ls hereby notified of the date of receipt {axcept where the latters "NR" appeer in the right-hand column) by tha

« intarnational Bureau of the priority dooument(s) relating to the earller application(s) indloated below. Unless otherwise

Indloxted hy sn asterisk appearing next to & duts of receipt, or by the letters “NR", in the right-hand ocolumn, the priority
documnaert cancarned was submitted or transmitted to the International Bursau In compliance with Rule 17.1{s) or (b).

This updates and replaces any previously issued notiflostion concamning submisslon or transmittal of priority documents.

An astarisk{*} appaaring naxt to a date of receipt. In the right-hand eolumn, denotes a priority documsnt submitted

or tansmitted to the imtsmational Bureau but not In compllanoe with Rula 17.1(g) or {b). In such a case, the stention

of the applicant is directad to Rule 17.1(c) which provides that no designatad Office may disregerd the priority claim
concemed before giving the applicant an opportunity, upon antry into the national phase, to furnish the priority dooument
within a time limit which is reasonable under the olroumstanceas.

The letters “NIR” appearing in the right-hand column denote a priority dogument which was not received by the intsrnstional
Bureau or which the applicant did not request the recelving Office to prepars and transmit to the International Bureau,

as provided by Rule 17.1(a) or (b), respectively. In such a case, the sttention of the appliosnt Is directad to Rule 17.1{c) which
provides that no designatad Office may disregard the priority claim concerned befors giving the applicant an opportunity,
upon entry Into the national phass, to furnish the priority documenm within a time limit which is reasonable under the
circumstances. .

Priority date Priprity application Ng. Country or reglignal Office Data of receiot
or PCT racelving Office of nrierity document
29 Nove 2002 {29.11.02) 10255 822.1 DE 19 Nove 2003 (19.11.03)
The intermnational Bureau of WIPO Authorized cfficer
34, chemin des Colombeties Brigitte WYSS
1211 Goneva 20, Switzeriand
Faceimiie No. (41-22) 338-7080 Telephone No. {41-22) 338 8388

Form PCTAB/304 (July 1888)

006881354
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From the INTERNATIONAL BUREAU
24 Nov. 2003 =
1a” PCT o:
En. .- __J
NOTIFICATION OF RECEIPT OF FRAUNHOFER-PATENTSTELLE FUR DIE
RECORD COPY DEUTSCHE FORSCHUNG
z. H. Hermn Gunter Lauermann
(PCT Rule 24.2(a)) Leonrodstrasse 68
80836 Mlnchen
Germany
Duta of mailing (day/month/vaar)
12 November 2003 (12.11.03) IMPORTANT NOTIFICATION
Applicant’s or agent's fils reforence international appiicstion No.
02FA1499-FEP PCT/EPG3/11477

detniled below.

designated States except US)
SCHILLER, Nicolas et al (for US)

The applicant is hereby notifled that the Intermnational Bureau has recslved the record copy of the international application as

Namais) of the applifcant{s) and Stata(s) for which they are applicants:
FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. {for all

imamational flling dats : 16 October 2003 {16.10.03)
Priority date(s) claimed : 29 November 2002 {29.11.02)
Date of ipt of th rd

by the Imtemetional Bureau 7" : 10 November 2003 {10.11.03)

List of designated Offices

AP :GH,GM,KE,LS,MW,MZ SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW

EA :AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM

EP :AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE ES, F|,FR,GB,GR,HU,IE,IT,LU,MC,NL,PT,RO,SE,S|,SK,TR

OA :BF.BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML MR, NE,SN,TD,TG

National :AE,AG,AL,AM,AT,AU,AZ,8A,BB,BG,BR,BY,BZ,CA,CH,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DZ,
EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KP KR, KZ LC,LK,LR,LS,LT,
LU,LV,MA,MD,MG,MK,MN,MW,MX,MZ,NI,NO,NZ,0M,PG,PH,PL,PT,RO,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SY,
TJ,TM, TN, TR, TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,YU ZAZM ZW

The intemations! Bureau of WIPO Authartzed officer:
34, chamin des Colombeties vaVie Poupel
1211 Geneva 20, Switzerland
Facsimlla No. {41-22} 338-7080 Telephone No. (41-22) 338 8084

Form PCTAB/301 (April 2002) 006942082



NOTIFICATION OF RECEIPT OF RECORD COPY

Deta of malling (day/month/ysar)

12 November 2003 {12.11.03) IMPORTANT NOTIFICATION
Applicant’s or sgent’s fila reference intarnetional application No.

02F41499-FEP PCT/EPO3/11477
ATTENTION

The applicant should carefully check the data appearing in this Notificstion. In case of any discrepancy between thess data
and the indlcations In the intemational application, the applicent should immaediatsly inform the Intemational Bursau.

in addition, the appiicant’s attention ks drewn to the Information contained In the Annex, relating to:
EI tima limits for antry into the national phase - see updated Important information (ss of Aprd 2002)
D oanflrmatian of precsutionsry designations (if applloabla)

E raquirements regarding priority documents {if applicable)

A copy of this Notffication ia baing sent to the receiving Offics and to the Imernationai Searching Authority.

Form PCTAR/301 {comtinuation sheet) {April 2002) 00B082982

1O
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PCT ™

NOTICE INFORMING THE APPLICANT OF THE FRAUNHOFER-PATENTSTELLE FUR DIE DEUTSCHE

COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL FORSCHUNG
APPLICATION TO THE DESIGNATED OFFICES z H. Herrn Gunter Lauarmann
Leonrodstrassa 68
. . 806838 Munchen
(P('.T Rule 47.11c), [irsl senlence) ALLEMAGNE

Daw of mailing {(dayAmmth/vear)

)

17 June 2004 (17.06.2004)
Applicant’s or agent’s ile relerence
02F41499-FEP IMPORTANT NOTICE
Intemational upplicativn No, Intemational Fling dale {duyAnonth/veur) Priorily date { daw/monihAeur)
PCT/EP2003/011477 16 October 2003 (16.10.2003) 29 November 2002 (29.11.2002)
Applicant

FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT 2UR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. et al

13

4,

Notice iz herchy given thal the Iniemational Burcau hay communicaied, o9 provided in Arnicle 20. the imternational application to the
following desigmated OlTiczs on the dale indicnied above ax the date of meiling of thix natice;

AU, AZ, BY, CH, CN, CO. DZ, EP, HU, JP, KG, KP, KR, MD, MK, MZ, RU, T™M, US

In accordance with Rule 47.1(c), thind senicnce, those Offioes will accept the present notice us conclusive evidence that the communication
of the inlcmutional application has duly taken place on the date of mailing indicated above and no copy af the internativnal application is
required 1o be fumished by the applicant 1o the designoted (fTice(s).

The lollowing destignated OfTices have waived the nequirement for such 8 communication i1 This time:

AE, AG, AL, AM, AP, AT, BA, BB, BG, BR, BZ, CA, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, EA, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE,
GH,GM, HR, ID, I, IN, 1S, KE, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MG, MN, MW, MX, NI, NO, NZ, OA, OM, PG, PH,
PL, PT, RO, SC, SD, SE, SG, 8K, SL, 8Y, TJ, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW

The communicstion will be made o those Offices nnly upon their request. Furthermore, those Offices do not require the applicant to
furnish a copy of the intcrmational applicotion (Rule 49, | (0-bir)).

Linchoxed with this natice is u copy of 1he intcrnutional application us published by the Inwemational Huncuu on
17 June 2004 (17.08.2004) under No. WO 2004050945

TIME LIMITS for Ming u demund for infernativnul prefiminary examinstion and for eniry Into the natlonal phuse

"I'he applicnble time limit for entering the nationa] phase will. subject lo whal Is subd In (he folowing parsgraph, be 30 MONTHS from
the priorily date, o1 only it regpect of any clecied (MTice 7 2 demand for imermatiomat preliminary examination is filed before the
cxpirulion of 19 montha from the priacity doke, but alm in respect of ony desigmated Ofice, in the ahsence of fling of such demand, where
Anticke 22(1) o3 modilied with effect from | April 2002 opplies in respect of that designaled Office. Lior further daails, see PCT Gazelle
No. 4472001 of 1 November 2001. puges 19926, 19932 and 19934, ax well as the PCT Newsletter, Ociober and November 2001 and
Iichruary 2002 iseucs,

in praclice, time limits other (han the 3-month tme imit will continue 1o apply, for various periods of ting, in respect of certain
designated or clocied Offices. For regular updates on the applicuble ttme limits (20, 21, 30 or 31 months, or other time limit), Office by
Office, refer 10 the PCT Gazmite, the PCT Newsletier snd the PCT Applicant s Guide, Volume 11, National Chapiers.” all availuble from
WIPQ' s Intemed sile, al hupZ/www.wipo.inl/pet/enfindex.himl,

Yor filing a demand for Infcrnational preliminary examinatlon, sce the PCT Applirunt’s Guide, Volume LA, Chapler X, Only an
upplicant wha i% a national or rewidemt of a PCT Comiracting Staie which i bound by Chaplor I has the right (o file a demand for
intemational preliminary examination (a1 present. oll PCT Contracting Staiex are hound by Chapter 1D,

11 i% the applicant’s sole responsdbility 10 monitor all these time limits.

Facsimile No.+41 72 740 14 3§

The Intemational Burcan of WIPO Autharined officer

34, chemin des Colombelies H
1211 Geneva 20, Switzerland Yolaine Cussac

Facximile No.+41 22 338 70 30

Form PCI/IB30R (April 2002)




PCT

NOTIFICACION ACERCA DE LA
PRESENTACION O TRANSMISION
DE DOCUMENTOS DE PRIORIDAD

(PCT Instrucciones Administrativas
Seccion 411)

De la AGENCIA INTERNACIONAL
Para

FRAUNHOFER-PATETSTELLE FUR DIE
DEUTSCHE FORSCHUNG

2. H. Herm Gunter Lauermann
Leonrodstrasse 68

80838 Manchen

Alsmania

[Fecha envio por commeo (dla/mealalio)
24 de noviembre de 2003 (24.11.03)

Refarencia expedients del ecliciants, agents

NOTIFICACION IMPORTANTE

02F41499-FEP
Solichud internacional No. Facha Registro interacional (dia/mee/efio)
PCT/EPO3/11477 Octubre 16 de 2003 (16.10.03)

[Fecha publicecion Intemnacional (die/mes/aio)
Todavia no publicado

Fecha de Priorkiad (dla/mes/afio)
29 de noviembre de 2002 (29.11.02)

"EI. .' I

E.V.etal

FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG

1. El solicitante se notifica acerca de ia fecha de recibo (excepto cuando las letras

"NR" aparacen en la columna de la derecha) por la Agencia Internacional de

documenios sobre prioridad relacionados con las solicitudes anteriores

indicadas més adelante. A menos que se Indique 1o contrario por un asterisco

que aparece cerca de |la fecha de recibo, o por las letras "NR", an la columna

de la derecha, el documenio de prioridad correspondiente se envid o se

transmitié a la Agencia Intemacional en cumplimiento de la Regla 17.1(a) o (b).

2. Esto actualiza y reemplaza toda notificacién emitida con respecio de la

presentacién transmisién de documentos sobre prioridad.

o

GABRIEL RUW
Teaductor e inta
Sva S0 00 108 A Junricly

o Rixicvores X0



De la AGENCIA INTERNACIONAL

PCT
Pars
NOTIFICACION DE RECIBO DE
COPIA DE REGISTRO FRAUNHOFER-PATETSTELLE FOR DIE
DEUTSCHE FORSCHUNG
Z. H. Herm Gunter Lausrmann
(PCT Regla 24.2(a)) Leonrodstrasse 68
80838 Mlnchen
Alemanla
Fecha envio por correo (dlaimes/afic) NOTIFICACION IMPORTANTE
12 de noviembre de 2003 (12.11.03)
Referencia expediente del solicitante, agernte Solicitud intarnacional No.
02F41499-FEP PCT/EPO3/111477

El solidtante se notifica que la Agencia Intemacional ha recibido la copla de ia sollcitud

imtemacional como se detalla enseguida:

Nombres del sollcitante y los Estados para los cuales elics son solicitantes.
FRAUN-HOFER-GELELL SCHAFT AUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN

FORSCHUNG E.V. (para todos los Estados designados, excepto Estados Unidos).
SCHILLER, Nicolas et al. (para ios EE.UU.)

Fecha registro intemacional : Octubre 18 de 2003 (16.10.03)
Fecha(s) prioridad reivindicada : 29 de noviembre de 2002 (18.11.03)
Fecha recibo de la copla por

la Agencia Intemacional : 10 de noviembre de 2003 (10.11.03)
Lista de oficinas designades

AP : GH,OMKE,LS,MW.8D.8L,62, TZ,UG ZM 2V

EA : AMAZ BY . KQ,KZ.MD.RU.TJ,TM

EP AT,BE,BG.CH,CY,CZ,DE,DK.EE ES,F1,FR,GB,HU,IE,IT,LUMC.NL,PT,RO.8E 8l.8K TR
OA,BF,BJ,CF,CG,C|,GA,GN,GQ,GW.MLMR.NE.BN.TD,TO

Naclonsl : AE,AG.ALAM,AT AUAZ BA, BB,BG,BR,BY, B2, CA,CH,CN,CO,CR,CU.CZ,DE,DK,
DM,DZ,EC,EE.EG,E8,F,0B,.0D,GE.GH.GM,HR, HU,ID ILIN,I18.JP KE,KQ.KP KR, LC,LK,LR,LS,LTLU,LV,MA, MD,MG,
MICMN, MW, MW, WX M2, NLNO,NZ.OM, PG, PH,PL,PT,RO,RU,8C.8D,8E,.8G . SK.BL SY,TJ TM.TN, TR,TT.TZUG.UB.U
ZVC.VN,YU.ZA AM . 2W

The International Bureau of WPO Funcionario autorizado
34 chemin des Colombettos Sylvie Poupel
1211 Ginebra 20, Suiza
Fax No. {41-22) 338-7080 Teléfono (41-22) 338 8094
GABRIEL RUE
Traducior @ In
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NOTIFICACION DE RECIBO DE COPIA DE REGISTRO

Fecha envio por correo (dla/mes/afio) NOTIFICACION IMPORTANTE
12 de noviembre de 2003 (12.11.03)
[ Referencia expedients del soiiciante, agente Solicitud Internacional No.

02F41499-FEP PCT/EP03/11477
ATENCION

El solicitante de verificar cuidadosamente los datos que aparecen en esta
notificacion. En caso de discrepancia entre estos datos y las indicaciones en la
solicitud internacional, el solicitante debe informar inmediatamente a la Agencia
Internacional.

Ademiis, se llama la atencién del solicitante sobre la Informacién en el
Anexo, en relacion con:

E limites de tiempo para entrar en la fase internacional (si es el caso)

[] confirmacion de designaciones precautslatives (si es el caso)

X | requisitos respecto de documentos de prioridad (i s el caso)

Ko 8008 gs 108y d Asstioly
dn. de Ralscirwe Eswrores



PCT

NOTIFICACION INFORMANDO AL

De la AGENCIA INTERNACIONAL
Para

SOLICITANTE DE LA SOLICITUD FRAUNHOFER-PATETSTELLE FUR DIE
INTERNACIONAL A LAS OFICINAS DEUTSCHE FORSCHUNG
DESGINADAS z. H. Herm Gunter L.auermann
Leonrodstrasse 68
(PCT Regla 47.(c) primer parrafo) 80838 Mlnchen
Alsmania
Facha snvio por comeo (die/mes/afio)
17 de junio de 2004 (17.06.04) NOTIFICACION IMPORTANTE
Reforende leTd-i.rm del soliciants, apents
02F41499-FEP Solichud Internacional No.

PCT/EPO3M1477

PCT/OP2003/011477 Octubre 18, 2003 (16.10.2003

Solicitud Tntsrnacional No. Fecha Reg. intemacional (dnm)—l Fecha prioridad (dd/m/saal
)

Nov. 28, (29.11.2002)

Sollcitants

E.V. at al.

FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG

1. Se notifica que la Agencia Intemacional ha comunicado como se

dispone en el Articulo 20, la solicitud internacional a las siguientes

oficinas designadas en la fecha indicada arriba, el siguients aviso:

AU, AZ, BY, CH, CN, CO, DZ, EP, HU, JP, KG, KP, KR, MD, MK, MZ,

RU, TM, US

De acuerdo con la Regla 470, tercer parrafo, estas Oficinas aceptaran el
presente aviso como prueba definitiva de que la comunicacion de la
solicitud intemacional ha sido debidamente realizada en la fecha del

envio por comreo indicada arriba y no se requiere que se suministre copia

de la solicitud intemacional por el solicitante en las Oficinas designadas.

GABRIEL RU
Traductor @ !
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Las siguientes oficinas han renunciado al requisito de esa comunicaciéon
en este momento:

AE, AH, AL, AM, AP, AT, BA, BB, BG, BR, BZ, CA, CR, CU, CZ, DE, DK,
DM, EA, EC, EE, EG, ES, FL, GB, GD, GE, GH, GM, HR, IL, IN, IS, KE,
KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LI, LV, MA, MG, MN, MW, MX, NI, NO, NZ, OA,
OM, PG, PH, PL, PT, RO, SC, 8D, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TN, TR, TT,
TZ, UA, UG, UZ, VG, VN, YU, ZA, ZM, ZW

La comunicacion se hard en estas Oficinas solamente a su solicitud.
Ademéds, las Oficinas no exigen que el solicitante proporcione una copia
de la solicitud internacional (Regla 49.1(a-bis))

Adjunto a este aviso una copia de la solicitud internacional publicada por
la Agencia Intemacional el 17 de junio de 2004 (17.06.2004) bajo el No
WO 2004/050945.

LIMITES DE TIEMPO para la presentacién de una solichud de
examen preliminar internacional y para entrar en la fase naclonal

El limite de tiempo para entrar a la fase nacional, sujeto a lo que se
diga en el sigulente pérrafo, sera 30 MESES desde la fecha de
prioridad, no s6lo con respecto de una Oficina elegida, si se presenta
una solicitud de examen preliminar intemacional antes de la fecha de
vencimiento de 19 meses desde la fecha de propiedad, sino también
con respecto de una Oficina designada, en ausencia de presentacion de
dicha demanda, donde el articulo 22(l) notificado con efecto desde abril
1 de 2002 se aplica con respecto de esa Oficina designada. Para mas

detalles, véase PCT "Diario No. 44/2001 de noviembre 1 de 2001,

A
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paginas 19826, 19932, y 19934, asl como PCT Newsletter, octubre y
noviembre de 2001, y ediciones de febrero de 2002.

En la practica, los limites de tlempo diferentes del limite de tiempo
de 30 meses continuarén aplicdndose, por varios periodos de tismpo,
con mespecto de algunas Oficinas designadas o elegidas. Para
actualizaclones regulares sobre los limites de tlempo aplicables (20,
21, 30, o 13 meses, u ofro limite de tiempo), Oficina por Oficina, consulte
El Diario PCT, la PCT Newsletter, y la Gula PCT del Solicitante,
Volumen li, Capltulos Nacionales, todo disponible del sitio de Intemet de
WIPQ, en http/Mww.wipo.int/pct/iint/pct/en/index.htmi.

Para preseniar una soliciud de examen preliminar Intemacional,
véase Gula PCT del Salicitante, Volumen /A, Capiltulo IX. Solamente un
solicitante que es un nacional o residente de un Estado Contratante de
PCT que esta obligado por el Capitulo Il tiene derecho a presentar una
solicitud de examen prefiminar internacional (actualmente, todos los
Estados Contratantes de PCT estén obligadas por al Capitulo Il).

Es responsabilidad excilusiva del solicitante controlar todos estos

limites.
The international Bureau of WPQ Funcionario autorizado
34 chamin des Colombetias Yolaine Cussac
1211 Oinebra 20, Suiza
Fax No. (41-22) 740 14 35 Fax {41-22) 338 70 80
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3 Un asterisco ()que aparazca cerca de la fecha de recibo, en la columna de la
derecha, Indica un documento de prioridad presentado y transmitido a la
Agencia Intemacional pero no en cumplimiento de la Regla 17.1(a) o (b). En
6se caso, flama Ia atencién del solictante a la Regla 17.1(c) o (b),
respeclivamente. En ese caso, se llama Ia atencion del solicitante a |la Regia
17.1(c) que dispone que ninguna oficina designada puede hacer caso omiso de
la reivindicacién de prioridad comespondiente antes de dar al soficitante la
oportunidad, mediante la entrada en la fase naclonal, de suminisirar el
documento de prioridad dentro del tiempo limite que sea razonable segin las
circunstancias.

4. Las letras “NR”" que aparecen en |a columna de la derecha denotan un
documento de prioridad que no fue racibido por la Agencia Intemacional o que
el solictante no solicité a la Oficina de recibo preparar y transmitir a la Agencia
Intemacional, como se dispone en la Regla 17.1(a) o (b) o (c), respecivaments.
En este caso, se llama |a atenclén de solicitante a ia Regla 17.1(c) que
dispone que ninguna Oficina designada puede hacer caso omiso de la
relvindicaclén de prioridad correspondiente antes de dar al solicitants la
oportunidad, a ia entrada an la fase nacional, de proporclonar el documento de
prioridad déntro de un ftiempo Ilimie que sea razonable segiin las

circunstanda's.

Briorkied Bolichud de prigriing spiicable Pala u Oficing Reglonal Fecha recio del
4 Oficine Receptora PCT  Decum. de oriorided
29 Nov. 2002 102558221 DE 19 NOV. 2003
(29.11.02) (19.11.03)
The International Bureau of WPO Funclonario autortzado
34 chemin des Colombettes Brigitte WYSS
1211 Ginabra 20, Sulza

Fax No. [41-22) 338-7080 Tel&fono (41-22) 338 8366
GABRIEL RU
Traducior @ In
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VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT A
AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS \\

Abeender: ANMELDEAMT

An

Lauermann, Gunter
FRAUNHOFER-PATENTSTELIE FUR
DIE DEUTSCHEN FORBCHUNG
Leonrodstrasse 68
D-80636 Miinchen
ALIFMAGNE

PCT

MITTEILUNG DES INTERNATIONALEN
U AKTENZEICHENS UND DES

. - -I
EINGE (:ANGP EN | INTERNATIONALEN ANMELDEDATUMS

: HlNov.ZMh |

lea ... A QA

(Regel 20.5.c) PCT)

-7 1. 008

Absendedstum
(Tug/Monatijhr)

Alnenseichen des Anmelders ader Anwalts

WICHTIGE MITTEILUNG

02F41499-FEP
Internationsles Aktenzeichen Internationales Anrneldedstum( Thg/Monat/Jakr) | Pricrdtitsdstum( Thg/AMonat/fahr)
PCT/EP 03/ 11477 16/10/2003 29/1172002
Anmelder
FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FURDERUNG DER ...
Bexeicimung der Brfindung

1. Dem Anmelder wird mitgetellt, dafl der internationalen Anmeldung dus oben genannte internationale Alcteraeichen und internatianale
Anmeldedstum ruerkannt worden int.

2. Weitsrhin wird dem Anmelder mitgetelit, dafl das Akienexamplar der internationalen Anmaldung dem Internationalen Blro mn
oben angegebenen Absandedstumn Obermittelt worden ist.

3. [] sonaige

* Das Internationsle Blro Oberwacht die Obermitthung des Akterexemplars durch das Anmeldeamt und unterrichtet den Anmelder Gber
dessen Elngang (mit Formblut PCT/IB/301). I das Alders..emplar bel Ablauf des viersehnten Monats nuch dem Priorititsdstum

nach zicht eingegangen, it das Internationale Biro dier der~ Anmelder mit {(Regel 22.1.5)). ?
rd
Name und Postanschrift des Anmeldeamts Bevolimichtigier Bediensteter —
Buropilisches Patertamt, P.B. 5818 Patentiasn 2 F. v.d. Krogt
Ty o Tol: 070- 34002
=¥ Pax: (+31-70) 340-3016 The Hague

'Formbimit PCT/RO/105 (Juli 1992) U
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PCT-ANTRAG b 02F41488-FEP
Original (fir EINREICHUNG ) - gadruckt am 28.00.2003 03:05:18 PM
] Vo Anmeldeasmt susuiliion
01 |inemeSonales Akierzsichan POT/EP03 /1147 7 .
[X] imermationales Arensidedstum 'IG 0CT 2003 ("& 0, 03)
03 Name des Anmeidsamis und "PCT
internmtional Applicalion” ROPEAN PATENT OFFICE
EgT INTERNATIONAL APPLICATION
04  |Formuiar- PCTAROMO1 PCT-Antrag
0-4-1 | et durch Benutzamng von PCT-EASY Version 2.92
(aktualisiert 01.07.2003)
05 | Aniragsermuchen
Der Unisrzsichnels besniagt, dafl die
vorlagends bemetionals Anmaidung
nach dam Verimg (ber dis intamationsle|
Zusammanarbel auf dam QGebiet dos
Palsniwessns behandol wird
06 |(Vom Anmsidur goniihiion) Europdisches Patentamt (EPA) (RO/EP)
7 | Akinnaichen des Anmaiders oder | 02F4 1499-FEP
] Bemsichmung dar Erfincung VERFAHREN ZUM BEDAMPFEN BANDFORMIGER
SUBSTRATE MIT EINER TRANSPARENTEN
BARRIERESCHICHT AUS ALIMINIUMOXID
T |Anmelder
I-1 Disws Porson int nur Armalder
-2 Anmaider 0r Alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme wvon
us
4  {Name FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG
DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E. V.
-5 Anscivift HansastraBe 27 ¢
D-80686 Minchan
Desutschland
-8 Stantsangshiriginit (Stasd) DE
-7 SitrWohnalte (Staa) DE
(¥ Telefonnr +49(0)89 1205 6309
8 |Telstmr +49(0)89 1205 6851
=10 |e-mal gunter.lauermannipst.fraunhofer.de
B | Anmeller undioder Erfinder
lIF1-1 | Diese Parson kst Anmeldar und Erfinder
12 | Anmelder fOr Nur US
U-14 | Nams (FAMILIENNAME, Vomame) SCHILLER, Nicolas
I-1-5 | Anschift FabrikstraBe 5
D-01833 Btolpan, OT Eelmsdorf
Dgutschland
li-1-8 | Sisatsangshivighelt (Stast) DE
-1-7 | StzAWohnaltz (Staat) DE




1t
PCTEP 03/11477
|2

PCT-ANTRAG zn hdandiad
Oviginal (for ENREICHUNG ) - gadruckt am 28 09.2009 03:05:16 PM

W2 [Amnekier undioder Erfindar

K21 [Diess Person it Ammelder und Erfinder

M22 |Anmeiderfr Nur US

A-24 | Name (FAMILIENNAME, Vormame) STRAACH, Steffen

25 |Anschwift Hohe StraBe 83
D-01187 Dreaden
Dautschland

28 |Stastenngshirighnit (Steaf) DE

27 | SizWohneitz (Stast) DE

B3 | Answeider undioder Erfinder

lI-3-1 | Disse Parson ist Anmelder und Erfinder

32 | Anmalder fir Nur US

34 |Name (FAMILIENNAME, Vomame) RAEBISCH, Mathias

HH3S | Anechiift Brickenstrafie 28
D-01848 Hohnstein OT Hohburkersdorf

. Deutschland

3-8 | Stmatenngehirigheit (Stast) DE

37 | SRz/Wohnallx (Staaf) DE

T4 |Anmakinr uniiodar Erfinder

Ni4-1 |Disse Parson it Amnmaldear und Erfinder

42 |Anmelderfir Nur US

44 |Name (FAMILIENNAME, Vornams) FAHLAND, Matthias

45 |Anschrit R.-Breitscheid-Str. 31
D-01809 Beidenau
Dautschland

48 |Stesianngshirigiolt (Stast) DE

k47 | StxAWohnsitz (Stast) DE

TS |Anmekier undioder Eviinder

H3-1 | Dissw Person it Ammelder und Erfinder

-82 |Anmeiderfir Nur US

-84 | Nams (FAMILEENNAME, Vomame) CHARTON, Christoph

B35 | Anschiit Zum Heiderand 26
D-01328 Dresden
Deutschland

58 , | Stanteangehtrigimit (Stast) DE

57 | SazWohnsitz (Stasl) DE




Fo)
PCTEP 03711477
i

PCT-ANTRAG * @F41eee-FEP
Original (Tor ENREICHUNG ) - gadyucit sm 20.09.2003 03:05:16 PM
V-1 [Amemit oder geassinesmer Vertreter;
odur besondere Zusialianachsift
Es lst wadsr sin Anwalt noch ein bes. Zustellanschrift
gemainsamer Verirsior banannt; foigends
Anschiift 3ol benutzt werden als
N-1-1 | Name FRAUNHOFER-PATENTSTELLE FUR DIE DEUTSCHE
FORSCHUNG
NV-1-2 | Anschiift z. H. Herrn Gunter Lauermann
Leonrodstrale 68
D-80636 Mihnchen
Deutschland
NV-13 | Telefonar. +49(0)89 1205 6309
V-1-4 | Telafumr. +49({0)89 1205 6851
V-+8 |e-mal gunter.lavermannipst.fraunhofar.de
v Bastimmang von Blasien
V4 [Ragionaiss Puisrt o AP: GH GM XE LS MW MZ SD BL SZ TZ UG z2M
e atoun el oot b e nach |ZW und jeder weitere Staat, der
u(u)hrmmn) Mitgliedstaat des Harare-Protokolls und

Vartragsstaat des PCT ist

EA: AM AZ BY KG X2 MD RU TJ ™ und jeder
waitere Staat, der Mitgliedsstaat des
Eurasischen Patentiibereinkommens und
Vertragsstaat des PCT ist

EP: AT BE BG CHELI CY CZ DE DK EE ES FI
FR GB GR HU IE IT LU MC NL PT RO SE B]I
BK TR und jeder waitere Staat, der
Mitgliedsstaat des Europdischen
Patentibereinkommans und Vertragasstaat
des PCT ist

QA: BF BJCF CG CI CM GA GN GQ GW ML MR
S8 TD TG und jedsr weitere Btaat, der
Mitgliedstaat der OAPI und Vertragsstaat
des PCT ist

Nafionsios Patent

(andere Schuizrechizsarien oder
Verfahven sind ggl. in IGsmmem nach
der (den) baireffandon Basfimmung{en)
angageban)

AE AG AL AM AT AU AZ BA BB BG BHR BY Bz
CA CHELI CN CO CR CU CZ DE DK DM DZ EC
EE EGES FI GB GD GE GH G HR HU ID IL
IN I8 JP KE KG KP KR KZ IC IX LR 18 LT
LU LV MA MD MG MK MN MW MK MZ NI NO NZ
OM PG PH PL PT RO RU 8C 8D SE SG SK SL
SY TTTM TN TR IT TZ UA UG US UZ VC VN
YU ZA ZM ZW
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V4 | Erkiireng hugl voresrglicher
Hesfhwsungen
2mitziich xu don unier Puniden V-1, V.
and V-3 vorganommenan
nimmt der Anmaidar nach Ragel 4.9
Absstz b auch alls sndeven nach dam
PCT nulissigen Bestivwnungen vor mit
Ausnahms der nachatehend unier Punid
V-8 angogabenon Staaten. Der An
oridiit, dafl disse zusiitziichen
Basfimmumgen unier dem Vorbahalt
Bestiifigunng sishan und jade ausitziiche
Bestimmmung, dis ver Ablsuf von 18
Monsisn ab dam Prioriiiisdeium nicht
bestiiligt wurds, nach Ablauf dieser Frist
— | sis vom Anmaldar zuriickgenommen git
V8 Siaxien, dis von der Erkiinung iber | KEINE
vorsorgiiche Beslimasungen

Vi1 | Priesiiit ainer frilheran nalionaien
Arnmwkhmg bomstprucht
Vi1-1 | Anmaidedehum 29 November 2002 (29.11.2002)

VI1-2 | Nummer 10255822.1
V13 | Stast DE
Vi1 | Gowihiis niemalionale Europdisches Patentamt (EPA) (ISA/EP)

Vit | Exhifirungun Anzahi der Ertiinngen
Vi1 - | Erkiirung hinsichtich dor dentiiii des | -
Erlindars

V2 |Erdinung hinsichiich der Berechiigung | —
~ | dos Anmelders, 2um Zelipunit des
ntsmationalen Anmeidedaiians, sin
Pudant 2u und 2 erhalian
VI [Ediinmg hinsichiiich der Beechiigung | —
des Anmeiders, 3um Zalipunit des
inlemafionsian Anmsidedahmns, dis
Prioritit einer friheren Armaldung At
basnspruchen
Vii4 [Erindarordinung (mar im Hinbiick saf dis| —
m&ws-hnnw
Amorde) - _
Eridiirung hinsichiich unachiidiicher -
Offanbarungan oder Ausnashmen von der
Neuhsitsechidiichhailt
Kontroliets Anzahi dor Billtior Elskironiache Daiai{en) beigefigt
Anirag (inkiusive Eridirungsbiiitter)

-

EZABSTO0O0 . TXT

REFEEEA

Beigefigle Unieriagen Uniariaga{n} in Paplariorm beigafigt Elldroniache Dalei{en) beigafigt
Blatt fiir dis Gablhrenbsrechmng v -
_|FeTEASYVOniate - Diskaette

9 | Nr. der Abb. dar Zaichn., dis mit der
Dmammend. verSifanilicht wanden
soll

g

R
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20 |Sprache der lnt. Anmelamg Dautsch
X4 | Uniaswchift des Ansneiders, des
Asvenlia sder des Gasselnsamen
Yarirvlara
G. f——
X%-1-1 | Name FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG
\ DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E. V.
X-1-2 |Name dor uniarssichnanden Person Gunter Lavermann
X-13 |Elgenschaft 37641 AV
] Uninrachsift des Aruneiders, des .
Armmits oder des Gamainessan -
Yerinn
X-21 |Name (FAMILIENNAME, Vornama) SCHILLER, Nicolas
X3 Uniaraciviit des Anmalders, des
O Amuslis ader das Gemelnasassen
A floocE
X-31 | Name (FAMIIEENNAME, Yomame) STRAACH, Staffan
N4 | Uninrecheift des Aranciders, den
Anunilia oder des Gemmelnasnen
k/ ‘A’,“ M
X4-1 | Name (FAMILEENNAME, Vomams) RAEBISCH, Mathias
X5 | Unisrsciwil? des Anmeiders, des
Anuulls oder dos Gemssinsanen ’ /
2 %/
X-51 |Name (FAMEIENNAME, Vomame) FAHLAND, Matthias
e m-d-iumn =
Amemiin des Camainasmen .
Vortrters /4/)45!0?‘5\ ﬂﬁ ton_—
O X81 | Namo (FAMLENNAME, Varame) | CHARTON, Christoph
VOM ANMELDEAMT AUSZUFULLEN
107 |Daium des tsisishiichen Elngangs *
| diaser intemafionsien Anmekiung _ 16 1.3 1 6 OCT 2003
02 | Zsichmmglany ~
1021 |Eingagangen
10-2-2 | Nichi singegangon
103 | Celnderins H aligrund
nachiriigiich, jsdosh frisigarecht
eingeg. Uniariegain) oder
Zeichmamgian) mw Vervolistindigang
— |dieserint Anpesldung
104 | Dahon des frisigerschien Eingangs
dar Berichiigung nach PCT Arikel
142 _
105 | imimnailonsle Rechercherbehdnde | TEA /ED
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96 | Ubarastiung dus
Recherchenszampiars bis ar
Zahlung der Racharchengebilis
— | sufgeeshoben

VOM INTERNATIONALEN BORO AUSZUFOLLEN

111 | Dshum des Engangs des
Akisneemplern baim inlernalionslan
Bive
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EN EL AREA DE PATENTES

Remitents: Anmeldeamt PCT
Ala
Leuermann, Gunter
FRAUNHOFER ~ PATENTSTELLE FOR
DIE DEUTSCHEN FORSCHUNG
Leonrodstrasse 68
D - 80636 Mlnchen
Alemania

COMUNICACION DE LA REFERENCIA INTERNACIONAL Y DE LA FECHA
INTERNACIONAL DE REGISTRO
(Regla 20.5 ¢) PCT)
Radicacién: 10 de noviembre de 2003

Fecha de envio: 7 DE NOVIEMBRE DE 2003
Referencia del inscriptor o abogado COMURICACION IMPORTANTE
02F41489 —FEP

Referencia intemacional | Fecha inscripcién Intemacional | Fecha de prioridad
PCT/EP 03/11477 16 de octubre de 2003 29 de noviembre de 2002

inscriptor:  FRAUNHOFER - GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER

4
. Fdlcter O,
Bl M rutiin 7. 239008



«

Denoininacién del invento

1. Se le comunica al inscriptor que al registro intemacional se le asigno ia
referencia intemacionaly ia facha internacional de inscripcidn citadas arriba.

2. También se le Informa al inscriptor que e ejemplar del acta del registro
intemacional fue remitida a la ofcina ntemacional en la fecha de envio ditada
ariba.

3. Otros:

. La oficina Internacional supervisa {a transmisidn del ejempiar del acta por parte

de la oficna de registro e Instruye al inscriptor sobre su radicacidon (con
formulario PCTABA01). Si el ejemplar del acta no ha sido radicado
transcurrido el decimocuarto mes después de la fecha de prioridad, la ofcina
nlernacional se lo comunicard al inscriptor. (Regla 22.1.¢)).

Nombre y direccién postal de la oficina de registro;
Europiisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2
NL-2280 HV Rijswilk

Teléfono: (+ 31 - 70) 340 - 2040

" Fac (+31 = 70) 340 - 3016

Funcionario apoderado: F. v.d. Krogt
Teléfono: 070 — 340 —-2027

La Haya. E E g ’69
'
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SOLICITUD PCT
Original (para ENTREGA) — impreso e! 26 de septiembre de 2003 a la 3:05pm.

02F41489 - FEP

0 Diigenciar por ia oficina de registro | PCT/EP 0311477

o1 Referencia intemacional

0-2 Fecha Intemacional de registro 16 octubre de 2003

0-3 Nombre de la oficna de registv y | Oficina europea de patentes
“peticion intemacional PCT” Peticién intemacional PCT

04 Formulario PCTRO/M01peticion-PCT | PCT — EASY version 2.92

0-4-1 Eleborado mediants utilzacién de (actualizado 01 de julio de 2003)

[0-5 Salicitud: El suscrifo sdicita que el

presente registro intemacional sea
tratado de acuerdo al contrato sobre
la colaboracién internacional en el
drea de patentes.

08 Oficina de registro (escogida por el | Oficina eurapea de patentes
Inscripior) (EPA) RO/EP)

0-7 Referencla del inscriptor o abogado 02F41499 - EFP

Denominaciin del invento

Proceso para (a apiicacion por ajio |
vacio de subsiratos en forma de

bandas con una capa bamera transp.

:z...:.....i q'...f;- J--u‘

WBosed, M Justicia Tho. 83986



] inscriptor

-1 Esta persona es Sdlo Inscriptor

-2 inscriptor para Todos los estados destinatarios, con
excepcion de USA

N4 Nombre FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT
ZUR FORDERUNG DER
ANGEWANTED FORSCHUNG EV.

5 Direccidn: Hansastrasse 27 ¢
D-80686 MOnchen
Alemania

i-8 Nacionalidad (Estado) Alsmania (DE)

N7 Domiciio — residencia (Estado) Alemania (DE)

-8 Ndmero de teléfono +49 (0) 89 12056309

X NéGmero de fax +49 (D) 89 1205 8851

8-10 o-mal: gunter.lauemann @pst.fraunhofer de

£X Inacriptor yo inventor

ii-1-1 | Esta persona es inscriptor e inventor

I-1-2 | inscriptor para Sdlo USA

#-1-4 | Nombre (APELLIDO, nombre) SCHILLER, Nicdas




4
M-1-5 | Direccidn: Fabrikstrasse 5
D-01833 Stolpen, OT Helmsdorf
Alemania
il-1-8 | Neclonalidad (Estado) Alemania (DE)
#-1-7 | Domicilofesiiencia (Estado) Alemania (DE)
-2 Inscriptor yo inventor
B-2-1 | Esia persona es inscriptor e inventor
fi-2-2 | inscriptor para: Sdlo USA
N-24 | Nombre (APELLIDO, nombre) STRAACH, Steflon
B-2-5 | Dimeccitn Hohe Strasse
D-01187 Dresden
Alemania
i-2-6 | Naclonalidad (Estado) Alemania (DE)
B-2-7 | Domicllofesidencla (Estado) Alemania (DE)
-3 inscriptor ylo swsntor
i1-3-1 | Esta persona es inscriptor e Inventor
N-3-2 | Inscriptor para: Sdlo USA
M-3-4 | Nombre (APELLIDO, nombre) RAEBISCH, Mathias
i-3-5 | Direccion Brickenstrasse 28
D-01848 Hohnstein o7

Hohbhurkersdorf - Alemania

e
M Justicia Tho. 83926
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1-3-6 | Neclonalidad (Esiado) Alemania (DE)
ii-3-7 | DomiclloAeskiencla (Estado) Alemania (DE)
[~ inscriptor yo inventor
fl-4-1 | Esta persona es Inscriptor e Inventor
ii-4-2 | Inscriptor para: Sdlo USA
li-44 | Nombre (APELLIDO, nombre) FAHLAND, Matthias
H-4-5 | Direccion R. - Breltscheid-str. 31
D-01809 Heidenau
Alemania
il-4-6 | Nacionalidad (Estado) Alemania (DE)
04-7 | Domicllo/esidencia (Estado) Alemanla (DE)
[ inecriptor yo inventor
#-5-1 | Esta persona es inscriptor e inventor
52 | lnscriptor para: Sdlo USA
#l-54 | Nombre (APELLIDO, nombre) CHARTON, Christoph
8-85 | Direccion Zum Heideran 26
D-01328 Dresden
Alemania
il-5-8 | Nacionalidad (Estado) Alomania (DE)
ii-8-7 | Domicilo/esidencla (Estado) Alemania (OE)

137



(Otros ipos de derecho de proteccién
0 procesos son dados, &l es el caso,

segdn la(s) determinacidn{es)

V-1 Abogado o representants comn; o
direcclén sspecial de notificacién
No ss cita ni asbogado ni| Direccién especial de notificacién
representante comn; ia siguiente
direccién debe ser ufliizada como
NV-1-1 | Nombre FRALUNHOFER-PATENTSTELLE
FOR DE DUETSCHE FORSCHUNG
NV-1-2 | Direcelén Para entregar al seflor Gunter
Lauermann
Leonrodstrasse 68
D-80636 Minchen
Alemania
M-1-3 | NGmero de teléfono: +49 (0) 89 1205 6309
NV-14 | Nimero de fax: +48 (0) 89 1205 6851
NV-1-5 | e-mail gunter.lauermann @pst.fraunhofer.de
Y Determinacién de estados
V-1 Patente regional AP. GH GM KE LS MW MZ SD SL

SZ TZ UG ZM ZW y cualquier ofro
Estado que sea Estado del protocolo
Harare y Estado confratante del PCT.

hn Jushicia The. 83986



respectvas)

Ay

EAAMAZBY KGKZMDRUTJ TM
y cusiquier ofro estado que sea
miembro del convenio eurdsico sobre
patentes y Estado contratante dei
PCT.

EP: AT BE BG CH&LI CY CZ DE DK
EEESFIFRGBGR HU IE IT LU MC
ML PT RO SE 8l SK TR y cualquler
otro Esiado que sea miembro del
cofvenlo europeo sobre patentes y
Esiado confratante del PCT.
OA: BF BJ CF CG CI CM GA GN GQ
GW ML MR NE SN TD TG ¥y
cualquier ofro Estado que sea Estado
miembro de la OAP| y Estado
contratante del PCT.

Patente nacional

(Ofros tipos de derecho de proteccidn
0 procesos son dados, sl es el caso,
segln la(s)
respecivas)

determinacién{es)

BR BY BZ CA CHALI CN CO CR CU
CZ DE DK DM DZ EC EE EG ES FI
GBGDGEGHGMHRHU IDILIN
ISJP KEKGKPKRKZLC LKLRLS

AE AG AL AM AT AU AZ BABB BG |-

rs

Rond Mee st T w588



LT LU LV MA MD MG MK MN MW

MX MZ NINO NZ OM PG PH PL PT
RO RU SC 8D SE SG SK SL SY 7J
TMTNTR TT TZ UAUG US UZ VC
VN YU ZA ZM ZW

Adaracién respecto de
determinaciones preventivas
Adcional a las determinaciones

tomadas bajo los puntos V-1, V-2y V-
3 ol Inscriptor, segin la regia 4.9
parrafo b, toma todas las otras
determinaciones permitidas por el
TCP, con excepcién de s Estados a
continuacién, existentes bajo el punto
V-6, e Inscriptor declara que las
determinaciones adclonales estAn
bajo reserva de una confirmecidn, y
cada determinacién adicional que no
heya sido confirmada antes de
franscurrir los 15 meses a partir de la

Wy Mha Jusiicia Tho. 83986



fecha de prioridad, se toma como
refirada por el inscriptor.

V4 Estados que queden por fuera de la | NINGUNA
declaracién sobre determinaciones
preventivas
VH1 Prioridad do un registro naclioneal
anterior relvindicado
VI-1-1 | Fecha de registro 29 de noviembre de 2002
VI1-2 | Ndmero 102558221
VH1-3 | Estado Alemania (DE)
Vi-i |Autoridad  intemacional  de | Ofcina Europea de Patentes (EPA)
indagacién slegida (ISA/EP)
wvil Aclaraciones Namero de aclaraciones
VIK{ | Aclaracién sobre I Identided del |-
Inventor
VHI2 | Aclaracién respecto de la autorlzacién | -
del Inscriptor en la fecha Intemacional
de registro, para sofickar y recibir una
patente.
Vii-3 Aclaracién respecto de la autorizacién | -
' Okl

Rosed Mha Justicia Th. 83936



del inscriptor en fa fecha Intemacional
de registro, pam pretender prioridad

de un reglstro anterior.
Vill4 Adaraci6n del inventor (s6lo en |-
relacién a la determinacién de USA)
Wii-S Adaracién respecto do manifes- |-
taciones o excepciones inofensivas
del carécber nocivo de la novedad
X Lista de control Nomero  de | Dalos elecironicos
follos anexados
X-1 Sadlicitud (nclusive hojas aclamtorias)
IX-2 Descripcion 6 -
X-3 Relvindcaciones 9 -
IX-4 Resumen 3 -
IX-5 | Dibujo (s) 1 EZABSTOO.TXT
X-7 TOTAL 0 -
19
Documentos anexados Documentos Datos electronicos
anexados anexados




X-8 Hola para el calculo de los derechos -
X-17 | Disquete PCT-EASY - Disquete
[IX-19 [ Namero de las figuras del dibujo,
que deben eer publicadas con el
resumen
X-20 | idioma dei registro intemacional Alemén
X-1 | Firma del inecriptor, del abogado o | (frma)
del representantes comin
X-1-1 | Nombre FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT
ZUR FORDERUNG DER
ANGEWANDTEN FORSCHUNG
EV.
X-1-2 | Nombre de ia persona firmante Gunter Lauermann
X-1-3 | Propleded 37641 AV
X-2 | Firma de! inacriptor, del abogado o | (fima)
del representante comi(m
X-2-1 | Nombre (apelfido, nombre) SCHILLER, Nicolas
[X-3 | Firma del inacriptor, del abogado o [ (frma)
dal repesentants comin
X-3-1 | Nombre (apeliido, nombre) STRAACH, Steffen




radicacién tardia, pero dentro del
término, de lbs documentos o dibujo(s)
que completan este registro intemac.

X4 | Firna del mscriptor, del abogado o | (ma)
del repressntants comin
X-4-1 | Nombre (apellido, nombre) RAEBISCH, Mathlas
X5 Firma del Inscriptor, del abogado o | (fima)
del representante comin
X-5-1 | Nombre (apellido, nombre) FAHLAND, Mathias
X-8 Firma del inscriptor, del abogado o | (fimma)
del representants comdn
X-6-1 | Nombre (apeilido, nombre) CHARTON, Christoph
PARA DILIGENCIAR POR LA OFICINA DE PATENTES
10-1 [ Fecha de la radicacion efectiva de | 16 de octubre de 2003
este registro Intemacional
10-2 | Firma (9):
10-2-1 | Radicado
10-2-2 | No radicado
[10-3 | Fecha radicacién modificada por

m J...u.ﬂ.. 83986



104 | Fecha de radicacion a Sempo de Ia
cofreccién segdn articulo 11(2) de PCT

10-5 | Autoridad intemacional de indagacidn | ISA/EP

108 | Transmision del ejemplar de
indagacién haste el pago de los
derechos de indagacion

PARA DILIGENCIAR POR LA OFICINA INTERNACIONAL

11-1 Fecha de radicacién del ejempiar del
acta ante fa oficina intamaclonal




RECIBD OFICIAL DE CAJA
FECHA

.

'::.“T:“: il o1 iR

ARE NPT A1 DRSSV

Tranits ogop SVIGIN ¥ WS TEERLTINFS

Bonoaannist

NIT : BO0174089-2

5 - 25,8%
ABRIL {1 DE 2005

tn CONSIEHACTION Hin

DEPOSI TANTE TIPD PABD BANED CUENTA No. PRS0 FECHR PBD Vr. PRED
PARRA RODRIGUET & CAVELIECONSIONACION  BANCO POPULAR  056-00110-6 A01L6946 0870472005 m,m.o?
(s C 0O NCEPRPT O t1t12
CANT. RENTISTICD CONCEPTO TOTAL CONCEFTO
1 3J0005-01-01 SOLICITUDES 1 TRARITES DE SOL. DE PATENTE BE IN 443,000.00

TOTAL 443,000.00

.snu: CUATROCIENTOS CUARENTA ¥ TRES NIL PESOS

RESPONSABLE ¢

RECIBO DE CAJA APLICADD AL AGUNTO dNo.
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HUCUTATCTRYG ¥ FPERATH I q\
Osxdimarim 1 PRREARE  RRBORRAR F-liggy 1
Carhy /M SPREIE-T1 {TePPeD)
Tesejts < Y OCTJONTTT TN CAGE BT AH DUCTROTA
Banemdenniss 3E3f BIUTETIN 3T WEWAE FOEOMTINFS

REQUISITOS NECESARIOS PARA PRESENTACION Y AGILIZACION DEL
TRAMITE

USUARIO RADICADOR

" PATENTE DE INVENCION / MODELO DE UTILIDAD ()

Inclnddn de que se solicita la conceston de una patente. ()
* Datos de Identificacion del solicitante o de a persona que se presenta ia solu:rtud ()
Descripelén de la Invencién. {)

AR

) Dibujos de ser estos partinentes. { )
;- = Comprobante de Pago ds las tas éstablecidas,
: 27 GOMPLETA ( / INCOMPLETA ( )} ()

DISENO INDUSTRIAL { )

- indicaclén de que se solicita el registro de Disefio Industrial { ) { )
= Dalos de identificacion del solicitanle o de la persona que presenia { ) { )
- la solicitud.
= Representacién grafica o fotografica del Disefio Indusirial o muestra del
Material que Incorpora el disefo. : ( ) { )
Comprobante de pago da las tasas establecidas { ) { )
COMPLETA ( ) INCOMPLETA { ) ( )

ESQUEMA DETRAZADO  ( )

, . Indicacion de que solicita el registro de un Esquema de trazado. () ()
- Datos de Identificaclon del soicltante o de la persona que presenta
La solicitud. () { )
Representacion grafica del esquema de trazado { ) ()
Comprobante de pago de las tasas establecidas. () { )
COMPLETA - ( ) - INCOMPLETA () { )
Firma Responeable:
Fecha:
//-
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Industria y Comercio
2020 SUPERINTENDENCIA
Bogota, D.C.,
Doctor: Oficlo N® . 4
ERNESTO CAVELIER FRANCO 05689

FRAUNHOFER GESELLSCHAFT 2UR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN
FORSCHUN E.V.

Solicitante
ASUNTO: Radicacién N° 05-52766
Solicitud intemacional PCT/EP2003/011477
Fecha inicio fase nacional  29/06/2005
Tramite 011
Evento 379
Actuacion 430
Folios 001

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el articuio 38 de la
Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, articulo 27 del Tratado de
Cooperacién en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular Unica
de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:

B La solicitud no contiene la copia del documento en que consta la cesion del derecho a
la patante del inventor al solicitante o a su causante. (Art. 26-k) Decisién 488).

W La solicitud no contiene el poder debidamente otorgado, con el lleno de los requisitos
exigidos por los articulos 63 y subsiguientes del Codigo de Procedimiento Civil.
Adicionaimente, debera presentar el documento que acredita la existencia y
representacién legal de la sociedad solicitante, cuando ésta fuere persona juridica.

En cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 39 de la Decisién 486, se le requiere para
que dentro del términoc de dos meses siguientes a la facha de notificacién del presente
oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar cumplimiento
al presente requerimiento, la solicitud se considerara abandonada y perderé su preiacién.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del .
capltulo quinto del titulo primero de la Circular Unica N° 10 de 2001.

El anterior requerimiento fue notificado por fijacibn en lista de
fecha, [ | mg

202030

Cawera13No. 27-00 Fiso 5 y10
rac Y 31 25 Sek Mo G oo
Santa Fe de Bogoti D.C. - Colormiia



